WO 2020/208590 PCT/1B2020/053427

1
METODOS Y DISPOSITIVOS PARA EL TRATAMIENTO ESTETICO DE
ESTRUCTURAS BIOLOGICAS MEDIANTE RADIOFRECUENCIA Y ENERGIA
MAGNETICA

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

[0001] La medicina estética incluye todos los tratamientos que implican una mejoria de la apariencia
visual segun el criterio del paciente. Los pacientes quieren minimizar todas las imperfecciones,
incluidas, por ejemplo, la grasa corporal no deseada en areas especificas del cuerpo, mejorar la forma
del cuerpo y eliminar los efectos del envejecimiento natural. Los pacientes buscan procedimientos
rapidos y no invasivos que brinden resultados satisfactorios con riesgos minimos sobre la salud.

[0002] Los métodos mas comunes que se utilizan en aplicaciones estéticas no invasivas se basan en
la aplicacion de ondas mecanicas, como el tratamiento de ultrasonidos o de ondas de choque, u ondas
electromagnéticas, como el tratamiento por radiofrecuencia o el tratamiento con luz, que incluye el
tratamiento con laser. El efecto de las ondas mecanicas sobre el tejido se basa en la cavitacion, la
vibracién y/o los efectos de induccion de calor. El efecto de las aplicaciones que utilizan ondas
electromagnéticas se basa en la produccion de calor sobre la estructura bioldgica.

[0003] Se puede utilizar un tratamiento mecanico que utilice ondas mecanicas y/o presion para el
tratamiento de la celulitis o de las células adiposas. Sin embargo, dichos tratamientos mecanicos tienen
varios inconvenientes, tales como el riesgo de paniculitis, la destruccion de tejidos no deseados y/o
resultados no homogéneos.

[0004] Se aplica al paciente un tratamiento térmico que incluye calor para mejorar la apariencia
visual de la piel y el cuerpo, por ejemplo, aumentando la produccion de colageno y/o elastina, alisando
la piel, reduciendo la celulitis y/o eliminando las células adiposas. Sin embargo, el tratamiento térmico
tiene varios inconvenientes, como el riesgo de sobrecalentar al paciente o incluso causar dafio térmico
de estructuras biol6gicas no deseadas. El riesgo de paniculitis y/o la obtencion de resultados no
homogéneos puede ser un efecto secundario muy coman de los tratamientos térmicos existentes.
Ademas, el flujo sanguineo y/o linfatico insuficiente durante y/o después del tratamiento puede
provocar paniculitis y otras complicaciones de salud después del tratamiento. Ademas, el tratamiento
puede ser incémodo y doloroso.

[0005] La estimulacion muscular mediante un campo magnético variable en el tiempo supone varios
beneficios sobre los métodos conocidos para el tratamiento de estructuras bioldgicas y permite la
estimulacion no invasiva de los musculos que se ubican debajo de otros musculos.
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Ademas, los campos magnéticos que varian en el tiempo pueden usarse para proporcionar estimulacion
muscular que genere una contraccion muscular a través de una capa gruesa de tejido adiposo. La
electroestimulacion para generar una contraccion muscular necesita pasar una corriente eléctrica desde
un electrodo, a través de un tejido adiposo, a un nervio y/o placa neuromuscular unida al masculo. El
tejido adiposo tiene mayor resistividad que el tejido muscular y puede ser menos eficaz el paso de
corriente eléctrica desde el electrodo al tejido muscular a través del tejido adiposo aislante. Puede no
ser preciso dirigir la corriente eléctrica a un muasculo en especifico y estimular el masculo puede ser
muy dificil, casi imposible. Ademas, con un tejido adiposo mas grueso, la corriente eléctrica
suministrada por electroterapia tiene que ser mayor y esa cantidad tan alta de corriente eléctrica que se
propaga y disipa por una larga distancia puede resultar muy incoémoda para el paciente. Por otro lado,
los campos magnéticos que varian en el tiempo inducen corriente eléctrica en el musculo, en la placa
neuromuscular y/o en el nervio, por lo que la focalizacion y estimulacion muscular mediante un campo
magnético que varia en el tiempo es mas facil, precisa, cémoda y efectiva. El campo magnético
variable en el tiempo también permite una estimulacion cémoda de una gran cantidad de musculos y/o
grupos de musculos y el aplicador pueden no entrar en contacto directo con el cuerpo del paciente, lo
gue también puede mejorar la higiene y otros pardmetros de un tratamiento.

[0006] Puede tener un efecto sinérgico sobresaliente la combinacion de un tratamiento de
radiofrecuencia (RF) que calienta el tejido blando del paciente y un tratamiento magnético que
estimula el tejido muscular del paciente. El tratamiento combinado puede brindar un tratamiento
mejorado que puede requerir de periodos de tratamiento mas cortos, mayor comodidad del paciente
durante el tratamiento, permitir combinar diferentes efectos del tratamiento con un resultado sinérgico,
mejorar la seguridad del paciente y otros que se describen en profundidad mas adelante en este
documento.

[0007] Para lograr el mejor efecto sinérgico, se prefiere dirigir el tratamiento magnético que
proporciona estimulacién muscular y tratamiento de RF a un area del cuerpo (por ejemplo, la misma
area del cuerpo) donde debe ser plano al menos un electrodo de RF que proporcione el tratamiento de
RF y/o coincidir con la piel del paciente para asegurar un calentamiento homogéneo de los tejidos
blandos del paciente. Dirigir el tratamiento de RF y el tratamiento magnético a la misma area del
cuerpo requiere colocar un dispositivo de generacion de campo magnético y un electrodo de RF cerca
del otro, por ejemplo, con la superposicién al menos parcial del dispositivo de generacién de campo
magnético y del electrodo de RF. Sin embargo, puede ser problematico colocar muy cerca un electrodo
de RF y el dispositivo generador de campo magnético, porque el campo magnético variable en el
tiempo que genera el dispositivo generador de campo magnético puede inducir efectos fisicos no
deseados, tales como corrientes paréasitas, efecto sobre la piel y/u otros efectos fisicos sobre el
electrodo de RF.
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Los efectos fisicos no deseados pueden causar una pérdida de energia significativa, la ineficacia de la
disposicion de dicho dispositivo y también el calentamiento del electrodo de RF, lo que influye en la
funcion del dispositivo, como el ajuste incorrecto del dispositivo, una focalizacion inexacta de las
energias producidas, la degeneracion de los campos magnéeticos, electromagnéticos producidos y/u
otro. El electrodo de RF puede verse influenciado por el dispositivo generador de campo magnético y
viceversa.

[0008] Un dispositivo y método descritos en este documento presenta una solucion para
proporcionar el tratamiento de RF y magnético con un efecto sinérgico maximizado y también
preservar la seguridad y la eficiencia de los campos magnéticos y de RF (electromagnéticos)
suministrados.

RESUMEN DE LA INVENCION

[0009] La invencion presenta un dispositivo de tratamiento y un método para ofrecer uno o mas
efectos de tratamiento al menos una estructura bioldgica en al menos un area del cuerpo. El dispositivo
de tratamiento brinda una oportunidad Gnica de cdmo moldear cuerpos humanos o animales, mejorar la
apariencia visual, restaurar la funcionalidad muscular, aumentar la fuerza muscular, cambiar (por
ejemplo, aumentar) el volumen muscular, cambiar (por ejemplo, aumentar) el tono muscular, causar
hipertrofia de las fibras musculares, causar hiperplasia de las fibras musculares, disminuir el nimero y
el volumen de las células adiposas y el tejido adiposo, eliminar celulitis y/u otros. El dispositivo de
tratamiento y el método pueden usar la aplicacion de un tratamiento de radiofrecuencia (RF) y un
tratamiento magnético para provocar el calentamiento de al menos una estructura biol6gica objetivo
dentro del area del cuerpo y causar estimulacion muscular, incluida la contraccién muscular, dentro del
area del cuerpo cercana o la misma. El dispositivo de tratamiento puede utilizar un electrodo de RF
como fuente de energia de tratamiento para producir energia de RF (que puede denominarse campo de
RF) para brindar tratamiento de RF, y un dispositivo generador de campo magnético como fuente de
energia de tratamiento para generar un campo magnético variable en el tiempo para brindar un
tratamiento magnético.

[0010] Con el fin de mejorar la eficiencia y seguridad del tratamiento, para minimizar la pérdida de
energia y el efecto fisico no deseado inducido en al menos un electrodo de RF y/o dispositivo
generador de campo magnético, el dispositivo puede usar uno o0 mas electrodos de RF segmentados, en
los que el electrodo RF segmentado supone un electrodo de RF con, por ejemplo, una o mas aberturas,
cortes y/o salientes para minimizar los efectos de un campo magnético cercano que varia con el tiempo
generado por el dispositivo generador de campo magnético. La abertura puede ser una abertura en el
cuerpo del electrodo de RF. El corte puede ser una abertura en el cuerpo del electrodo de RF a lo largo
del borde del electrodo de RF.
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Las aberturas en el cuerpo del electrodo de RF pueden definirse por una vista desde una proyeccién
inferior, que muestra la vista del electrodo de RF desde arriba. Las aberturas, recortes y/o areas fuera
de los salientes pueden rellenarse con aire, un material dieléctrico y/u otro material eléctricamente
aislante. Las aberturas, cortes y/o salientes del electrodo de RF pueden minimizar la induccién de
corrientes parasitas en el electrodo de RF, minimizar la pérdida de energia e inhibir el
sobrecalentamiento del dispositivo de tratamiento. Ademas, las aberturas, cortes y/o salientes pueden
minimizar la influencia del tratamiento magnético sobre el tratamiento RF producido. El disefio
propuesto del electrodo de RF permite que el mismo aplicador incluya un dispositivo generador de un
campo magnético y un electrodo de RF con una superposicion al menos parcial, de acuerdo con la
proyeccion del piso del aplicador, al tiempo que permite dirigir el tratamiento de RF y el tratamiento
magnético a la misma area del cuerpo del paciente segun los pardmetros descritos en este documento.
La incorporacién de un electrodo de RF y de un dispositivo generador de un campo magnético sobre un
aplicador permite mejorar la orientacion del tratamiento y obtener resultados positivos del tratamiento
con los efectos negativos minimos mencionados anteriormente.

[0011] Ademas, el aislamiento mutuo de al menos un circuito de RF y al menos un circuito
magnético evita la interaccion entre sefiales eléctricas y/o electromagnéticas.

[0012] El dispositivo generador de campo magnético en combinacion con un dispositivo de
almacenamiento de energia permite la produccion de un campo magnético con una intensidad (que
puede ser una densidad de flujo magnético) que evoca una contraccion muscular. El dispositivo de
almacenamiento de energia puede usarse para almacenar energia eléctrica, permitiendo la acumulacién
de un campo eléctrico que tiene un voltaje en un rango de 500 V a 15 kV. El dispositivo de
almacenamiento de energia puede suministrar al dispositivo generador de campo magnético energia
eléctrica que se almacene en un impulso de varios microsegundos a varios milisegundos.

[0013] El método de tratamiento permite el calentamiento de al menos un area del cuerpo donde
también se evoque a una contraccion muscular gue minimice la lesion de los misculos y/o ligamentos,
por algun desgarro o inflamacion. El calentamiento de la piel, algtin musculo contraido, un musculo en
contraccion, un musculo relajado, tejido adiposo, y/o alguna estructura biolégica adyacente del area
corporal tratada puede cambiar el umbral si el paciente considera que el tratamiento es incomodo.

[0014] Por lo tanto, el calentamiento puede permitir que se suministre una mayor cantidad de
energia electromagnética (por ejemplo, RF y/o campo magnético) al cuerpo del paciente para generar
mas trabajo muscular a través de las contracciones musculares y la relajacion posterior. Otro beneficio
de la aplicacion del tratamiento de RF y el tratamiento magnético sobre la misma area del cuerpo es
que el trabajo muscular (que se genera por ejemplo, mediante contracciones musculares repetitivas y
relajacion) acelera el flujo sanguineo y linfatico en el area objetivo y, por lo tanto, mejora la disipacién
de la energia térmica creada por el tratamiento de RF.
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La aplicacion del tratamiento de RF y del tratamiento magnético también mejora la homogeneidad del
calentamiento de la estructura bioldgica que evita la creacion de puntos calientes, efectos de borde y/u
otros efectos indeseables. El método de tratamiento que provoca la estimulacién muscular y el
calentamiento de la misma zona del cuerpo puede dar generar una hiperacidez de la matriz extracelular
gue conduzca a la apoptosis o necrosis del tejido adiposo. El tratamiento con RF puede generar un
calentamiento selectivo del tejido adiposo que conduzca a al menos a una de las caracteristicas entre
apoptosis, necrosis, disminucion del volumen de células adiposas y eliminacion de la celulitis.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

[0015] Los dibujos adjuntos, que se incorporan aqui y forman parte de la especificacidn, ilustran la
presente divulgacion y, junto con la descripcion, sirven ademas para explicar los principios de la
misma y para permitir que una persona experta en la técnica pertinente haga y use la misma.

[0016] Las Figuras la-1le presentan diagramas ejemplares de un dispositivo de tratamiento.
[0017] La Figura 1 presenta partes ejemplares por separado de un dispositivo de tratamiento.
[0018] La Figura 2 presenta un diagrama de comunicacién ejemplar entre las partes del dispositivo,

como el aplicador, el control remoto, el dispositivo de tratamiento adicional y el dispositivo de
comunicacion.

[0019] La Figura 3 presenta un diagrama de comunicacion ejemplar entre un servidor y parte del
dispositivo, como aplicadores, control remoto y dispositivos de tratamiento adicionales.

[0020] La Figura 4 presenta un diagrama de comunicacién ejemplar entre un medio de
comunicacién, un generador de tratamiento y una unidad maestra del dispositivo de tratamiento.

[0021] La Figura 5 muestra la comunicacion entre un medio de comunicacién y un generador de
tratamiento del dispositivo de tratamiento.

[0022] La Figura 6 muestra diferentes vistas de una unidad principal ejemplar del dispositivo de
tratamiento.

[0023] La Figura 7 muestra una interfaz hombre-maquina (HMI) ejemplar.

[0024] Las Figuras 8a - 8d muestran partes de un aplicador ejemplar desde la vista exterior.

[0025] La Figura 9a muestra un ejemplo de dispositivo generador de campo magnético a partir de la

proyeccion del piso del aplicador.



WO 2020/208590 PCT/1B2020/053427

6
[0026] La Figura 9b muestra un grosor de un dispositivo generador de campo magnético ejemplar.
[0027] Las Figuras 10a - 10g muestran posibles ubicaciones de un electrodo de RF ejemplar con
respecto a un dispositivo generador de campo magnético ejemplar.
[0028] La Figura 11 muestra una proyeccion en el suelo de una ubicacién de un electrodo de RF
ejemplar respecto a un dispositivo generador de campo magnético ejemplar.
[0029] La Figura 12 muestra una proyeccion en el suelo de un aplicador que incluye electrodos de

RF y un dispositivo generador de campo magnético con superposicion parcial segln la proyeccion en
el suelo del aplicador.

[0030] Las Figuras 13a - 13b muestran un electrodo de RF ejemplar con aberturas.

[0031] La Figura 13c ilustra un electrodo de RF ejemplar con aberturas, salientes y cortes.

[0032] La Figura 13d ilustra otro electrodo de RF ejemplar con aberturas y cortes.

[0033] La Figura 13e muestra un electrodo de RF ejemplar con salientes.

[0034] Las Figuras 14a - 14e ilustran un par paralelo de electrodos de RF bipolares con salientes.
[0035] Las Figuras 15a - 15c ilustran pares de electrodos de RF bipolares con salientes, en los que

un primer electrodo de RF rodea al menos parcialmente un segundo electrodo de RF del par de
electrodos de RF.

[0036] La Figura 16 ilustra un saliente ejemplar que cruza lineas del campo magnético con una
diferencia superiora 0.1 T.

[0037] La Figura 17 ilustra un esquema ejemplar de un circuito magnético.

[0038] La Figura 18a ilustra un esquema ejemplar de elementos eléctricos del dispositivo de
tratamiento.

[0039] La Figura 18b ilustra un esquema ejemplar de un circuito de RF.

[0040] La Figura 19 ilustra una composicion ejemplar de un campo magnético que incluye impulsos
0 pulsos.

[0041] La Figura 20 ilustra una capa trapezoidal.

[0042] La Figura 21 ilustra diferentes tipos de estimulacion muscular.

[0043] La Figura 22 ilustra una matriz de soporte para unir un aplicador y/o un dispositivo de
tratamiento adicional al cuerpo del paciente.

[0044] La Figura 23 ilustra una seccion de la primera parte lateral de un aplicador curvo ejemplar.

[0045] La Figura 24 muestra un SYM de un elemento ejemplar de simetria.

[0046] La Figura 25 ilustra un plano de despiece de los elementos aplicadores.
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[0047] La Figura 26 ilustra una disposicion espacial ejemplar de los componentes dentro de una
unidad principal de un dispositivo de tratamiento.

[0048] Las Figuras 27a - 27d ilustran un ejemplo de aplicacion sincrona de campos magnéticos.

[0049] La Figura 27e ilustra un ejemplo de una aplicacidn por separado de campos magnéticos.

[0050] La Figura 28 ilustra una capa creciente ejemplar de un campo magnético.

[0051] La Figura 29 ilustra una capa decreciente ejemplar de un campo magnético.

[0052] La Figura 30 ilustra una capa rectangular ejemplar de un campo magnético.

[0053] La Figura 31 ilustra una capa combinada ejemplar de un campo magnético.

[0054] La Figura 32 ilustra otra capa combinada ejemplar de un campo magnético.

[0055] La Figura 33 ilustra una capa triangular ejemplar de un campo magnético.

[0056] La Figura 34 ilustra una capa trapezoidal ejemplar de un campo magnético.

[0057] La Figura 35 ilustra otra capa trapezoidal ejemplar de un campo magnético.

[0058] La Figura 36 ilustra otra capa trapezoidal ejemplar de un campo magnético.

[0059] La Figura 37 ilustra una capa provisional ejemplar de un campo magnético.

[0060] La Figura 38 ilustra otra capa provisional ejemplar de un campo magneético.

[0061] La Figura 39 ilustra otra capa trapezoidal ejemplar de un campo magnético.

[0062] La Figura 40 ilustra un ejemplo de una capa de campo magnético que incluye modulacion en
el dominio de la tasa de repeticion.

[0063] La Figura 41 ilustra una capa trapezoidal ejemplar formada a partir de rastros de un campo
magneético.

[0064] La Figura 42 ilustra otra capa combinada ejemplar de un campo magneético.

[0065] La Figura 43 ilustra otra capa combinada ejemplar de un campo magneético.

[0066] La Figura 44 ilustra dos capas ejemplares de un campo magnético con un ejemplo de un

periodo entre capas.
DESCRIPCION DETALLADA

[0067] El presente dispositivo de tratamiento y el método de uso proporcionan una nueva
fisioterapia y/o tratamiento estético mediante la combinacion de tratamiento de RF y el tratamiento que
proporciona estimulacion muscular dirigida a diversos efectos del tratamiento, como rejuvenecer, curar
y/o brindar remodelacion de al menos parte de al menos una estructura biolégica del tejido del paciente
en al menos un area del cuerpo.
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[0068] La estructura bioldgica puede ser cualquier tejido en un cuerpo humano y/o animal que pueda
tener una funcidn, estructura y/o composicion idénticas. La estructura bioldgica puede incluir o ser al
menos parte de cualquier tipo de tejido como: tejido conectivo (por ejemplo, tendones, ligamentos,
colageno, fibras de elastina), tejido adiposo (por ejemplo, células adiposas de tejido adiposo
subcutaneo y/o tejido adiposo visceral), huesos, dermis y/u otro tejido, como al menos una neurona,
placa neuromuscular (unién neuromuscular), célula muscular, uno 0 mas musculos individuales, grupo
muscular, al menos parte de una fibra muscular, volumen de matriz extracelular, glandula endocrina,
tejido neural (por ejemplo, tejido neural periférico, neurona, neuroglia, placa neuromuscular) y/o una
articulacion o parte de una articulacion. Para los efectos de esta solicitud, la estructura bioldgica puede
denominarse estructura bioldgica objetivo.

[0069] Un efecto del tratamiento proporcionado a al menos parte de al menos una estructura
bioldgica objetivo puede incluir una contraccién muscular (incluidas contracciones supramaximas y/o
contracciones tetanicas), contraccion muscular, relajacion muscular y calentamiento de la estructura
bioldgica). Ademas, el efecto del tratamiento puede incluir, por ejemplo, la remodelacion de la
estructura bioldgica, la reduccion del nimero y/o volumen de células adiposas por apoptosis y/o
necrosis, el fortalecimiento muscular, el aumento del volumen muscular, causar una hipertrofia de las
fibras musculares, la hiperplasia de las fibras musculares, la restauracion de la funcionalidad muscular,
la proliferacion y/o diferenciacién de células miosatélites en las células musculares, la mejora de la
forma muscular, la mejora de la resistencia muscular, la definicién muscular, la relajacion muscular, la
disminucion del volumen muscular, la reestructuracion de la fibra de colageno, la neocollagénesis, la
elastogénesis, el tratamiento con colageno, la mejora del flujo sanguineo y linfatico, lo que acelera al
menos parte de al menos una estructura bioldgica objetivo y/u otras funciones o beneficios. Durante el
tratamiento del &rea corporal con el dispositivo de tratamiento, se puede proporcionar mas de un efecto
de tratamiento y se pueden combinar efectos de tratamiento variables.

[0070] El efecto del tratamiento que ofrecido a la estructura biol6gica puede suponer moldear el
cuerpo, mejorar el contorno del cuerpo, tonificar el cuerpo, tonificar los masculos, moldear los
musculos, moldear el cuerpo, levantar los senos, levantar los gliteos, redondear los glateos y/o
reafirmar los glUteos. Ademas, el ofrecer un efecto de tratamiento puede resultar en un
rejuvenecimiento corporal, como la reduccién de arrugas, rejuvenecimiento de la piel, estiramiento de
la piel, unificacion del color de la piel, reduccion de la flacidez de la piel, realce de labios, eliminacion
de celulitis, reduccion de estrias y/o eliminacion de cicatrices. El efecto del tratamiento también puede
llevar a la aceleracion del proceso de curacién, efecto antiedema y/u otros resultados fisioterapéuticos y
del tratamiento.
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[0071] El dispositivo de tratamiento puede brindar uno 0 mas tipos de energia en el tratamiento, en
el que la energia del tratamiento puede incluir un campo magnético (también denominada energia
magnética) y un campo de RF (también denominada energia de RF) y/o un campo magnético (también
denominada energia magnética). Se genera el campo magnético durante el tratamiento magnético. El
campo de RF que se genera durante el tratamiento de RF puede incluir el componente eléctrico del
campo de RF y el componente magnético del campo de RF. El componente eléctrico del campo de RF
puede denominarse onda de RF u ondas de RF. El electrodo de RF puede generar un campo de RF,
ondas de RF y/u otros componentes del campo de RF.

[0072] El campo magnético y/o el campo de RF se pueden caracterizar por su intensidad. En el caso
de un campo magneético, la intensidad puede incluir la densidad de flujo magnético o la amplitud de la
densidad de flujo magnético. En el caso de un campo de RF, la intensidad puede incluir la densidad de
flujo de energia del campo de RF u ondas de RF.

[0073] Un area del cuerpo puede incluir al menos parte del cuerpo del paciente que incluye al menos
un musculo o un grupo de muasculos cubierto por otra estructura de tejido blando como tejido adiposo,
piel y/u otros. El dispositivo de tratamiento puede tratar el &rea del cuerpo. El area del cuerpo puede ser
una parte del cuerpo como una nalga, las chaparreras, longas, el area abdominal, la cadera, la pierna, la
pantorrilla, el muslo, el brazo, el torso, el hombro, la rodilla, el cuello, extremidades, la grasa pectoral,
la cara o la barbilla y/o cualquier otro tejido. Para los efectos de la descripcidn, el término "area
corporal” puede ser intercambiable con el término "regioén corporal”.

[0074] El tejido de la piel se compone de tres elementos basicos: epidermis, dermis e hipodermis
Ilamados subcutis. La capa exterior y también la mas fina de piel es la epidermis. La dermis esta
formada por coldgeno, tejido elastico y fibras reticulares. La hipodermis es la capa mas baja de la piel y
contiene raices de foliculos pilosos, vasos linfaticos, tejido de colageno, nervios y también grasa que
forma un tejido adiposo blanco subcutaneo (SWAT). El tejido adiposo puede referirse a al menos una
célula rica en lipidos, por ejemplo, una célula adiposa como un adipocito. Las células adiposas crean
I6bulos que estan delimitados por tejido conectivo, tabiques fibrosos (retinaculum cutis).

[0075] Otra parte del tejido adiposo, el llamado tejido adiposo visceral, se encuentra en la cavidad
peritoneal y forma tejido adiposo blanco visceral (VWAT) ubicado entre el peritoneo parietal y el
peritoneo visceral, muy por debajo de las fibras musculares adyacentes a la capa de la hipodermis.
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[0076] Un masculo puede incluir al menos parte de una fibra muscular, masculo completo, grupo de
mausculos, placa neuromuscular, nervio periférico y/o inervacién nerviosa de al menos un musculo.

[0077] El masculo profundo puede referirse a un musculo que esta al menos parcialmente cubierto
por musculos superficiales y/o un masculo cubierto por una capa gruesa de otro tejido, como tejido
adiposo, en el que el grosor de la capa de cobertura puede ser de al menos 4, 5, 7, 10 0 méas centimetros
hasta 15 cm de grosor.

[0078] Los musculos individuales pueden ser musculos abdominales, incluidos el recto abdominal,
el oblicuo abdominal, el transverso del abdomen y/o el cuadrado lumbar. Los masculos individuales
pueden ser musculos de las nalgas, incluido el gluteo mayor, el gluteo medio y/o el glateo menor. Los
masculos individuales pueden ser masculos de las extremidades inferiores, incluidos los cuadriceps
femorales, el sartorio, el gracilis, el biceps femoral, el aductor mayor largo/corto, la tibia anterior, el
extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo, el triceps sural, el gastroenemio
lateral/medial, el séleo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos, el extensor corto de
los dedos, el extensor corto del dedo gordo, el aductor largo del dedo gordo, el abductor del dedo
gordo, ab/aductor de los dedos, el abductor de los dedos y/o inter6seos plantares). El ligamento puede
ser el ligamento de Cooper del pecho.

[0079] Un ejemplo puede ser la aplicacion del dispositivo y el método de tratamiento sobre el
abdomen del paciente, lo que puede proporcionar (o donde el tratamiento puede eventualmente dar
como resultado) un efecto de tratamiento, como reducir el nimero y el volumen de células adiposas,
fortalecer los musculos, eliminar la grasa, reestructurar las fibras de colageno, acelerar la
neocollagénesis y la elastogénesis, el fortalecimiento muscular, la mejora de la funcionalidad muscular,
la resistencia muscular y la forma de los muasculos. Estos efectos del tratamiento pueden causar una
reduccion circunferencial del area abdominal, la eliminacidn de la panza flacida y/o la reafirmacion del
area abdominal, la reduccién de la celulitis, la reduccion de cicatrices y también una mejora de la
postura corporal mediante el fortalecimiento de los musculos abdominales que también pueden mejorar
el contorno del cuerpo, el aspecto corporal y la salud del paciente.

[0080] Otro ejemplo puede ser la aplicacion del dispositivo de tratamiento y el método al area del
cuerpo que comprende a los glUteos que puede generar (0 donde el tratamiento puede eventualmente
dar como resultado) un efecto de tratamiento como reducir el nimero y volumen de células adiposas,
reestructurar las fibras de colageno, acelerar de neocolagénesis y elastogénesis, el fortalecimiento
muscular, la tonificacion y el modelado musculares. Estos efectos del tratamiento pueden causar
reduccion de la circunferencia de la cintura o glateos, el levantamiento de gluteos, el redondeo de
gluteos, la reafirmacion de glateos y/o la reduccion de la celulitis.
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[0081] Otro ejemplo puede ser la aplicacidn del dispositivo y método de tratamiento al area del
cuerpo que comprende los muslos que puede generar (0 donde el tratamiento puede eventualmente
suponer) una reduccién en el nimero y volumen de las células adiposas, el fortalecimiento muscular, el
modelado y la tonificacion musculares. La aplicacion del dispositivo y el método de tratamiento sobre
el area del cuerpo que comprende el muslo puede provocar una reduccion circunferencial del muslo,
eliminando el vientre caido y la reduccién de la celulitis.

[0082] Otro ejemplo méas puede ser la aplicacién del dispositivo de tratamiento y el método al area
del cuerpo que comprende los brazos, que puede generar (o0 donde el tratamiento puede eventualmente
dar como resultado) una de reduccidn en el nimero y volumen de células adiposas, el fortalecimiento
muscular, la tonificacion y el modelado musculares. La aplicacion del dispositivo y el método de
tratamiento sobre el area del cuerpo que comprende el muslo puede provocar una reduccion del
abdomen, eliminando el vientre caido y la reduccidn de la celulitis.

[0083] El o los efectos del tratamiento que se generen a una 0 mas estructuras biolégicas objetivo
pueden basarse en la focalizacion selectiva de un campo de RF sobre una o mas estructuras bioldgicas
y proporcionar calentamiento junto con la aplicacién de un campo magnético que provoque la
estimulacion muscular (incluida la contraccion muscular). El tratamiento con RF puede provocar un
calentamiento selectivo de una o mas estructuras bioldgicas, la polarizacion de la matriz extracelular
y/o el cambio del potencial de la membrana celular sobre el cuerpo del paciente. EI campo magnético
puede ser un campo magnético variable en el tiempo o0 un campo magnético estatico. Cuando se usa el
campo magnético variable en el tiempo, el tratamiento magnético puede denominarse tratamiento
magnético variable en el tiempo. El tratamiento magnético puede provocar contracciéon muscular,
relajacion muscular, polarizacion de la membrana celular, induccion de corrientes parasitas y/u otros
efectos del tratamiento provocados por la generacion de un campo magnético variable en el tiempo en
al menos parte de una o mas estructuras bioldgicas objetivo. EI campo magnético variable en el tiempo
puede inducir corriente eléctrica en la estructura bioldgica. La corriente eléctrica inducida puede
provocar la contraccién muscular. Las contracciones musculares pueden ser repetitivas. La contraccion
muscular que genere el campo magnético puede incluir contraccion supramaxima, contraccion tetanica
y/o contraccion tetanica incompleta. Ademas, el campo magnético puede provocar contracciones
musculares.

[0084] Puede combinarse el efecto del tratamiento ocasionado por el uso del dispositivo de
tratamiento y por la aplicacion del tratamiento magnético y el tratamiento de RF. Por ejemplo, se puede
lograr la reduccion del nimero y volumen de células adiposas junto con el fortalecimiento, el
modelado y/o la tonificacion musculares durante el tratamiento real o durante un tiempo (por ejemplo,
tres 0 seis meses) después del tratamiento.
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Ademas, puede ser acumulativo el efecto proporcionado por el uso del dispositivo de tratamiento
mediante la aplicacion de tratamiento magnético y tratamiento de RF. Por ejemplo, puede lograrse la
tonificacion muscular mediante la reduccion combinada del nimero y el volumen de células adiposas
junto con el fortalecimiento muscular.

[0085] El método de tratamiento puede brindar el efecto de tratamiento a al menos una de las
estructuras bioldgicas objetivo mediante el tratamiento térmico proporcionado por el campo de RF en
combinacioén con el tratamiento magnético aplicado. Puede generarse el efecto del tratamiento en una
estructura bioldgica objetivo calentando al menos una estructura biolégica y provocando al menos una
contraccion parcial o una contraccion de un musculo mediante tratamiento magnético.

[0086] El método de tratamiento puede permitir el calentamiento del area del cuerpo donde se evoca
la contraccion muscular mediante el campo magnético. El calentamiento puede minimizar la lesion
muscular y/o de los ligamentos, incluido el desgarro o la inflamacién. El calentamiento de un masculo
en contraccion y/o una estructura bioldgica adyacente también puede cambiar el umbral de cualquier
tratamiento incomodo. Por lo tanto, el calentamiento generado por el campo de RF puede permitir que
se suministre una mayor cantidad de energia magnética a la estructura bioldgica del paciente para hacer
maés trabajo muscular. El calentamiento del musculo y/o la estructura biol6gica adyacente también
puede mejorar la calidad y/o el nivel de contraccion muscular. Debido al calentamiento generado por el
campo de RF, durante el tratamiento magnético pueden contraerse mas fibras musculares y/o una parte
mas larga de la fibra muscular. El calentamiento también puede mejorar la penetracién de los estimulos
musculares generados por el tratamiento magnético. Ademas, cuando se evoca repetidamente al menos
una contraccion muscular parcial o una contraccién muscular, también puede elevarse el umbral de
calentamiento incomodo del paciente. Dicho cambio en el umbral puede suponer que se suministre mas
energia de RF al cuerpo del paciente.

[0087] La contraccion muscular repetida seguida de relajacion muscular en combinacion con calor
puede suprimir la sensacion de incomodidad causada por la estimulacion muscular (por ejemplo,
contraccion muscular). La estimulacién muscular en combinacion con el calentamiento puede generar
una mejor regeneracién después del tratamiento y/o una mejor prevencion de la paniculitis y otras
lesiones tisulares.

[0088] La contraccion muscular repetida seguida de relajacion muscular en combinacion con
calentamiento por radiofrecuencia (seguln las pruebas preliminares) puede tener resultados positivos en
el tratamiento y/o suprimir los sintomas de la diabetes. La contraccién muscular repetitiva inducida por
campo magnético junto con el calentamiento de la estructura biol6gica por medio del campo de RF
también puede mejorar el resultado de los sintomas de la diabetes o influir positivamente en los
resultados del tratamiento farmacoldgico de los sintomas de la diabetes.
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El éxito del tratamiento de los sintomas de la diabetes puede deberse a la penetracion profunda de una
gran cantidad de energia de radiofrecuencia en el area del abdomen del paciente. Dicha penetracion
puede ser generada por la aplicacion simultanea de un tratamiento magnético que puede causar la
supresién de las sensaciones incomodas del paciente relacionadas con una alta cantidad de densidad de
flujo de energia de RF y un aumento de temperatura en el tejido. Ademas, el tratamiento con imanes
puede causar polarizacion y despolarizacion del tejido del paciente, lo que también puede aumentar la
penetracion de energia de RF sobre el cuerpo del paciente. El tratamiento de RF y/o el tratamiento
magnético pueden influir en el metabolismo de la glucosa o ayudar con la pérdida de peso que puede
suprimir los sintomas de la diabetes. Se cree que la pérdida de peso y el ejercicio en los pacientes con
sintomas de diabetes pueden ayudar a suprimir los sintomas de la diabetes.

[0089] La aplicacion del tratamiento de RF por campo de RF combinado con el tratamiento
magnético mediante campo magnético también puede influir positivamente en la proliferacion y
diferenciacion de las células de miosatélites en las células musculares. Las pruebas sugieren que el
tratamiento con imanes que incluye periodos de tiempo con diferente duracién, tasa de repeticion y
densidad de flujo magnético (por ejemplo, pulsos o rastros, segin se define a continuacion) puede
generar la estimulacion necesaria para iniciar la proliferacion y diferenciacion de las células
miosatélites.

[0090] Las pruebas también sugieren que el método de tratamiento que genera un campo magnético
donde se incluye al menos dos o al menos tres periodos de tiempo sucesivos con diferente duracion,
tasa de repeticion y densidad de flujo magnético (por ejemplo, pulsos, rafagas o trenes segin se define
a continuacion) puede generar un choque al masculo. Como consecuencia, puede iniciarse y acelerarse
aun mas mediante el campo de RF el proceso de regeneracion que da como resultado la proliferacion y
diferenciacion de las células de miosatélites. La proliferacion y diferenciacion de las células
miosatélites puede dar causar el fortalecimiento, la restauracion de la funcionalidad , el aumento del
volumen y la mejora de la forma musculares, el tono corporal o el tono muscular.

[0091] El método de aplicacion mediante al menos estimulacion muscular parcial o contraccién
muscular junto con calentamiento sobre la misma &rea del cuerpo puede causar hiperacidez de la matriz
extracelular. La hiperacidez puede llevar a la apoptosis del tejido adiposo y la aceleracion de la pérdida
de peso y la pérdida de volumen corporal. Se puede causar hiperacidez por la liberacién de acidos
grasos en la matriz extracelular, en donde se puede causar liberacién de acidos grasos mediante un
trabajo muscular concentrado de alta intensidad. El trabajo muscular concentrado de alta intensidad
puede ser a causa de un gran nimero de contracciones musculares repetitivas provocadas por la
aplicacion de un campo magnético variable en el tiempo que brinde el dispositivo generador de campo
magnético y el dispositivo de tratamiento descritos.
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[0092] Puede mejorarse el efecto del tratamiento con RF mediante un tratamiento magnético, por
ejemplo mediante la reduccién o eliminacion del riesgo de paniculitis o inflamacion local de la piel, ya
gue puede prevenirse cualquier agrupacion de los adipocitos tratados mediante el metabolismo
mejorado. La mejora del flujo sanguineo y/o linfatico puede contribuir a eliminar los adipocitos. La
eliminacion de adipocitos puede generarse con un mayor nimero de células que fagocitan también los
adipocitos. Los efectos sinérgicos del tratamiento magnético y el tratamiento con radiofrecuencia (RF)
mejoran significativamente el metabolismo. Por lo tanto, es limitada la posibilidad de que ocurran
eventos adversos y se alcanzan en un periodo de tiempo mas corto los resultados del tratamiento
inducidos por la presente invencion.

[0093] El dispositivo y método de tratamiento pueden brindar un tratamiento de la misma area del
cuerpo del paciente, en la que pueden dirigirse el tratamiento magnético y el tratamiento de RF a al
menos parte de una o mas estructuras bioldgicas. Pueden estar en las proximidades uno o mas
volimenes de tejido corporal del paciente afectados por radiofrecuencia dirigida y/o tratamiento
magnético. Puede definirse el volumen de al menos parte de al menos una o mas estructuras bioldgicas
afectadas del tejido corporal del paciente como un volumen de tejido afectado en el que tiene lugar el
efecto de tratamiento proporcionado por el dispositivo de tratamiento y/o el método de tratamiento
descritos anteriormente. El efecto del tratamiento puede generarse por la contraccién muscular repetida
(con, por ejemplo, un tratamiento magnético), el cambio de la temperatura del tejido (con, por ejemplo,
un tratamiento con RF) y/o al menos una polarizacion parcial y la aceleracion de las moléculas en el
tejido del paciente (preferiblemente que se proporcione mediante un tratamiento con RF y tratamiento
magnético). El cambio de la temperatura de un tejido puede incluir, por ejemplo, un aumento de la
temperatura del tejido de al menos 3°C 0 4°C 0 5°C 0 6°C 0 7°C 0 10°C con referencia a la
temperatura normal del tejido. Ademas, el cambio de la temperatura de un tejido puede incluir un
aumento o disminucion de la temperatura del tejido en el rango de 1°C a50°C a2°C a 30°C02°Ca
25°C en comparacién con el tejido sin tratar que se ubique en la misma zona del cuerpo o en otra
diferente. EI cambio de temperatura del tejido puede interpretarse como un cambio de temperatura en
cualquier volumen o en cualquier area del tejido biologico.

[0094] La proximidad de los volimenes de tejido afectado por al menos un tratamiento de RF y/o
por al menos un tratamiento magnético tiene el significado de una distancia entre dos volimenes de
tejido afectado. Al menos dos volimenes de tejido afectados proximos pueden tener al menos una
superposicion parcial en la que del 2% al 15% o del 5% al 30% o del 2% al 100% o del 30% al 60% o
del 80% al 100% o del 40% al 85% de un volumen de tejido afectado mas pequefio que puede estar
superpuesto por un volumen de tejido afectado més grande.
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Ademas, la distancia entre los volimenes de tejido afectado puede estar en un intervalo de 0.01 cma
10cmoenelintervalo de 0.0l cma5cm, 0.01 cma 3 cm o 0.01 cm a 1 cm. Opcionalmente, puede
aplicarse la superposicion en los intervalos mencionados anteriormente a dos 0 méas volimenes de
tejido afectados que tengan un volumen idéntico sin ninguna diferenciacion entre los volimenes de
tejido méas pequefios o grandes.

[0095] Las Figuras 1la— le presentan diagramas ejemplares del dispositivo de tratamiento. Los
diagramas pueden aplicar solo a la unidad principal y al aplicador. El dispositivo de tratamiento puede
incluir la interfaz de entrada 103, el sistema de control 104, la fuente de energia 105, la red de energia
106, uno 0 mas grupos de tratamiento 107 y una o mas fuentes de energia del tratamiento 108.

[0096] La pluralidad de fuentes 108 de energia de tratamiento puede ir acoplada o comunicarse con
al menos un grupo 107 de tratamiento. El sistema de control 104 puede ir acoplado y comunicarse con
cada grupo de tratamiento.

[0097] Las partes del dispositivo de tratamiento que se muestran en las Figuras 1a - 1e pueden ser
elementos eléctricos de los circuitos. Ademas, una 0 mas de las partes mostradas en los diagramas de
las Figuras 1a - 1le pueden incluir una pluralidad de elementos eléctricos individuales. Los elementos
eléctricos pueden generar, transferir, modificar, recibir o transmitir sefiales electromagnéticas (por
ejemplo, eléctricas) entre los elementos eléctricos por separado. La sefial electromagnética puede
caracterizarse por corriente, voltaje, fase, frecuencia, capa, valor de la corriente, amplitud de la sefial
y/o su combinacion. Cuando la sefial electromagnética alcanza la fuente de energia de tratamiento, la
fuente de energia de tratamiento respectiva puede generar energia y/o un campo de tratamiento.

[0098] La interfaz de entrada 103 puede recibir informacion del usuario. La interfaz de entrada
puede incluir una interfaz hombre-maquina (HMI). La HMI puede incluir una o mas pantallas, como
una pantalla de cristal liquido (LCD), una pantalla de diodos emisores de luz (LED), una pantalla LED
organica (OLED), que también puede incluir una pantalla tactil. La HMI puede incluir uno o méas
elementos de control para ajustar o controlar el dispositivo de tratamiento. El elemento de control
puede ser al menos un botdn, palanca, dial, interruptor, perilla, control deslizante, puntero, panel tactil
ylo teclado. La interfaz de entrada puede comunicarse o acoplarse al sistema de control, red eléctrica.

[0099] El usuario puede ser un operador (por ejemplo, un médico, técnico, enfermero) o el propio
paciente, sin embargo, el dispositivo de tratamiento solo puede ser operado por el paciente. En la
mayoria de los casos, el dispositivo de tratamiento puede ser operado por el usuario con la capacitacién
adecuada. El usuario puede ser cualquier persona que influya en los parametros del tratamiento antes o
durante el tratamiento en la mayoria de los casos, con la excepcion del paciente.
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[0100] El sistema de control 104 puede incluir una unidad maestra 0 una o méas unidades de control.
El sistema de control puede ser parte integral de la interfaz de entrada 103. El sistema de control 104
puede controlarse a través de la interfaz de entrada 103. El sistema de control puede incluir uno o mas
elementos de control para ajustar o controlar cualquier parte o elementos eléctricos del dispositivo de
tratamiento. La unidad maestra es una parte del dispositivo de tratamiento (por ejemplo, el aplicador
y/o unidad principal) o del elemento eléctrico del circuito que puede ser seleccionado por el usuario y/o
dispositivo de tratamiento para establecer una comunicacién maestro-esclavo, incluidas instrucciones
de alta prioridad a otras partes del dispositivo de tratamiento. Por ejemplo, la unidad maestra puede ser
una unidad de control o parte de la interfaz de entrada que proporciona instrucciones de alta prioridad a
otras partes del dispositivo de tratamiento. El dispositivo de tratamiento puede incluir una cadena de
comunicaciones maestro-esclavo. Por ejemplo, el grupo de tratamiento 107 puede incluir una unidad de
control que proporcione instrucciones para los elementos eléctricos del grupo de tratamiento 107, en
tanto que la unidad de control del grupo de tratamiento 107 es esclava de la unidad maestra. El sistema
de control 104 puede ir acoplado o comunicarse con la interfaz de entrada 103, una o todas las fuentes
de energia 105, la red de energia 106 y/o con uno o todos los grupos de tratamiento presentes en el
dispositivo de tratamiento. El sistema de control 104 puede incluir uno o0 méas procesadores (por
ejemplo, un microprocesador) o bloques del control de procesos (PCB).

[0101] La fuente de energia 105 puede proporcionar energia eléctrica que incluye una sefial eléctrica
a uno o mas grupos de tratamiento. La fuente de energia puede incluir un médulo que convierte voltaje
CA en voltaje CC.

[0102] La red de energia 106 puede ser un enchufe. La red eléctrica puede ser una conexion a la red
eléctrica. Sin embargo, la red eléctrica puede ser una bateria para el funcionamiento del dispositivo de
tratamiento sin necesidad de la red eléctrica. La red de energia puede proporcionar la energia eléctrica
necesaria para el funcionamiento de todo el dispositivo de tratamiento y/o sus partes. Seglin se muestra
en los diagramas ejemplares de las Figuras 1a-1e, la red de energia proporciona energia eléctrica a la
interfaz de entrada 103, al sistema de control 104 y a la fuente de energia 105.

[0103] El grupo de tratamiento 107 puede incluir uno o mas elementos eléctricos relacionados con la
generacion de la respectiva energia de tratamiento. Por ejemplo, el grupo de tratamiento para
tratamiento magnético (denominado HIFEM) puede incluir, por ejemplo, un elemento de
almacenamiento de energia y un dispositivo de conmutacion. En otro ejemplo, el grupo de tratamiento
para el tratamiento de RF (denominado grupo de RF) puede incluir, por ejemplo, amplificacion de
potencia y/o un filtro.

[0104] La fuente 108 de energia de tratamiento puede incluir una fuente especifica de energia para el
tratamiento.
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En el caso del tratamiento magnético, la fuente de energia de tratamiento del campo magnético puede
ser un dispositivo generador de un campo magnético, por ejemplo, una bobina magnética. En el caso
del tratamiento de RF, la fuente de energia para el tratamiento respecto a la energia de RF (incluidas las
ondas de RF) puede ser un electrodo de RF.

[0105] El dispositivo de tratamiento puede incluir uno o mas circuitos de tratamiento. El circuito de
tratamiento puede incluir una fuente de energia, elementos eléctricos de un grupo de tratamiento y la
fuente de energia de tratamiento respectiva. En caso de tratamiento magnético, el circuito magnético
puede incluir una fuente de energia, un grupo HIFEM y un dispositivo generador de un campo
magneético. En el caso del tratamiento de RF, el circuito de RF puede incluir una fuente de energia, un
grupo de RF y un dispositivo generador del campo magnético. La sefial electromagnética generada y/o
transmitida dentro del circuito de tratamiento para el tratamiento de RF puede denominarse sefial de
RF. También puede incluirse en el grupo respectivo el cableado que conecta los elementos eléctricos
respectivos de un grupo de tratamiento. Cada uno de los grupos de tratamiento en las Figuras la-1le que
se describen en detalle a continuacién puede ser de HIFEM, RF o una combinacién.

[0106] Uno o0 més circuitos de tratamiento y/o sus partes pueden controlarse o regularse
independientemente mediante cualquier parte del sistema de control 104. Por ejemplo, puede regularse
la velocidad de funcionamiento del grupo HIFEM de un circuito de tratamiento independientemente
del funcionamiento del grupo HIFEM de otro circuito de tratamiento. En otro ejemplo, puede definirse
la cantidad de densidad de flujo de energia suministrada por el funcionamiento del electrodo de RF del
circuito de tratamiento independientemente del funcionamiento del electrodo de RF de otro circuito de
tratamiento.

[0107] La Figura 1a muestra un diagrama ejemplar del dispositivo de tratamiento que incluye la
interfaz de entrada 103, el sistema de control 104, la fuente de energia 105, la red de energia 106, dos
grupos de tratamiento que incluyen el grupo de tratamiento A 107a, el grupo de tratamiento B 107b, la
fuente de energia de tratamiento A 108a y la fuente de energia de tratamiento B 108b. En dicho caso, el
dispositivo de tratamiento puede incluir dos circuitos de tratamiento. Un circuito de tratamiento puede
incluir una fuente de energia 105, un grupo de tratamiento A 107a y/o una fuente de energia de
tratamiento A 108a. Otro circuito de tratamiento puede incluir una fuente de energia 105, el grupo de
tratamiento B 107b y/o la fuente de energia de tratamiento B 108b. Los grupos de tratamiento 107a 'y
107b pueden comunicarse entre si.

[0108] La Figura 1b muestra un diagrama ejemplar del dispositivo de tratamiento que incluye la
interfaz de entrada 103, el sistema de control 104, dos fuentes de energia que incluyen una fuente de
energia A 105a, una fuente de energia B 105b, una red de energia 106, dos grupos de tratamiento que
incluyen el grupo de tratamiento A 107ay el grupo de tratamiento B 107b, la fuente de energia de
tratamiento A 108ay la fuente de energia de tratamiento B 108b. En dicho caso, el dispositivo de
tratamiento puede incluir dos circuitos de tratamiento.
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En el caso del tratamiento magnético, la fuente de energia de tratamiento del campo magnético puede
agrupar al A 107a y/o a la fuente de energia del tratamiento A 108a. Otro circuito de tratamiento puede
incluir una fuente de energia B 105b, el grupo de tratamiento B 107b y/o la fuente de energia de
tratamiento A 108b. Los grupos de tratamiento 107a y 107b pueden comunicarse entre si.

[0109] La Figura 1c muestra un diagrama ejemplar del dispositivo de tratamiento que incluye la
interfaz de entrada 103, el sistema de control 104, la fuente de energia 105, la red de energia 106, dos
grupos de tratamiento que incluyen el grupo de tratamiento A 1073, el grupo de tratamiento B 107b, y
una fuente de energia para el tratamiento 108. En dicho caso, el dispositivo de tratamiento puede
incluir dos circuitos de tratamiento. Un circuito de tratamiento puede incluir una fuente de energia 105,
un grupo de tratamiento A 107a y/o una fuente de energia de tratamiento 108. Otro circuito de
tratamiento puede incluir la fuente de energia 105, el grupo de tratamiento B 107b y/o la fuente de
energia de tratamiento 108. Los grupos de tratamiento 107a y 107b pueden comunicarse entre si. El
diagrama mostrado puede incluir un dispositivo generador de campo magnético que proporcione tanto
tratamiento RF como tratamiento magnético.

[0110] La Figura Id muestra un diagrama ejemplar del dispositivo de tratamiento que incluye la
interfaz de entrada 103, el sistema de control 104, la fuente de energia 105, la red de energia 106,
cuatro grupos de tratamiento que incluyen el grupo de tratamiento Al 1074, el grupo de tratamiento A2
107aa, el grupo de tratamiento B1 107b, el grupo de tratamiento B2 107bb y cuatro fuentes de energia
de tratamiento que incluyen la fuente de energia de tratamiento Al 108a, la fuente de energia de
tratamiento A2 108aa, la fuente de energia de tratamiento B1 108b y la fuente de energia de
tratamiento B2 108bb. En dicho caso, el dispositivo de tratamiento puede incluir cuatro circuitos de
tratamiento. El primer circuito de tratamiento puede incluir una fuente de energia 105, un grupo de
tratamiento A1 107a y/o una fuente de energia de tratamiento 108a. El segundo circuito de tratamiento
puede incluir la fuente de energia 105, el grupo de tratamiento A2 107aa y/o la fuente de energia de
tratamiento A2 108aa. El tercer circuito de tratamiento puede incluir una fuente de energia 105, el
grupo de tratamiento B1 107b y/o la fuente de energia de tratamiento B1 108b. El cuatro circuito de
tratamiento puede incluir una fuente de energia 105, el grupo de tratamiento B2 107bb y/o la fuente de
energia de tratamiento B2 108bb. Las fuentes de energia de tratamiento del primer circuito de
tratamiento y del segundo circuito de tratamiento pueden colocarse en un aplicador, en tanto que las
fuentes de energia de tratamiento del tercer circuito de tratamiento y del cuarto circuito de tratamiento
pueden colocarse en otro aplicador.

[0111] La Figura 1e muestra un diagrama ejemplar del dispositivo de tratamiento que incluye la
interfaz de entrada 103, el sistema de control 104, dos fuentes de energia que incluyen una fuente de
energia A 105a, una fuente de energia B1 105b, una red de energia 106, cuatro grupos de tratamiento
gue incluyen el grupo de tratamiento Al 1073, el grupo de tratamiento A2 107aa, el grupo de
tratamiento B1 107b,
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el grupo de tratamiento B2 107bb y cuatro fuentes de energia de tratamiento que incluyen la fuente de
energia de tratamiento Al 108a, la fuente de energia de tratamiento A2 108aa, la fuente de energia de
tratamiento B1 108b y la fuente de energia de tratamiento B2 108bb. En dicho caso, el dispositivo de
tratamiento puede incluir cuatro circuitos de tratamiento. EI primer circuito de tratamiento puede
incluir una fuente de energia A 105a, un grupo de tratamiento A1 107a y/o una fuente de energia de
tratamiento 108a. El segundo circuito de tratamiento puede incluir la fuente de energia A 105a, el
grupo de tratamiento A2 107aa y/o la fuente de energia de tratamiento A2 108aa. El tercer circuito de
tratamiento puede incluir una fuente de energia B 105b, el grupo de tratamiento B1 107b y/o la fuente
de energia de tratamiento B1 108b. EIl cuatro circuito de tratamiento puede incluir una fuente de
energia B 105b, el grupo de tratamiento B2 107bb y/o la fuente de energia de tratamiento B2 108bb.
Las fuentes de energia de tratamiento del primer circuito de tratamiento y del segundo circuito de
tratamiento pueden colocarse en un aplicador, en tanto que las fuentes de energia de tratamiento del
tercer circuito de tratamiento y del cuarto circuito de tratamiento pueden colocarse en otro aplicador.

[0112] La Figura 1 ilustra partes individuales del dispositivo de tratamiento, incluida una unidad
principal 11 conectada o acoplada a al menos un aplicador 12, un control remoto 13, un dispositivo de
tratamiento adicional 14 y/o un dispositivo de comunicacion 15. El dispositivo de tratamiento adicional
puede tener el mismo nivel de independencia que el dispositivo de tratamiento completo.

[0113] El dispositivo de tratamiento puede incluir un control remoto 13. El control remoto 13 puede
incluir un botdn para incomodidad por motivos de seguridad, de modo que cuando el paciente sienta
alguna molestia durante el tratamiento, puede presionar el botén de incomodidad. Cuando se presione
el boton de incomodidad, el control remoto 13 puede enviar una sefial a una unidad principal y detener
el tratamiento. Ademas, el control remoto 13 puede informar al usuario a través de la interfaz hombre-
maquina (HMI). Para detener el tratamiento durante la incomodidad, el funcionamiento del botén de
incomodidad puede anular las instrucciones de la unidad maestra. Opcionalmente, el botén de
incomodidad puede ir acoplado o ser parte de la unidad principal 11.

[0114] La unidad principal 11 puede ir acoplada o conectada a uno o mas dispositivos de tratamiento
adicionales 14 que pueden ser alimentados por la unidad principal 11. Sin embargo, puede emparejarse
el dispositivo de tratamiento que incluye la unidad principal 11 mediante software con uno 0 méas
dispositivos de tratamiento adicionales 14. Ademas, mediante su propia fuente o fuentes de energia
también pueden alimentarse uno o mas dispositivos de tratamiento adicionales 14. El dispositivo de
comunicacidn 15, el dispositivo de tratamiento adicional 14, el control remoto 13 y al menos un
aplicador 12 pueden comunicarse cada uno con la unidad principal 11. La comunicacion puede incluir
enviar y/o recibir informacion.
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La comunicacion se puede realizar mediante cable y/o de forma inalambrica, por ejemplo mediante la
red de Internet, una red local, ondas de RF, ondas acusticas, ondas opticas, 3G, 4G, 5G, GSM, un
conmutador HUB, lared LTE, la red GSM, Bluetooth y/o otros métodos o protocolos de
comunicacion.

El dispositivo de tratamiento adicional 14 puede ser cualquier dispositivo que sea capaz de
generar al menos un tipo de energia de tratamiento (por ejemplo: un campo de RF, un campo
magnético, ultrasonido, luz, presién mecanica variada en el tiempo, onda de choque o corriente
eléctrica) al cuerpo de un paciente para causar un efecto de tratamiento en al menos una estructura
bioldgica objetivo. El dispositivo de tratamiento adicional 14 puede incluir al menos un elemento
eléctrico que genere energia de tratamiento para al menos un tratamiento, por ejemplo, por iman,
radiofrecuencia, luz, ultrasonido, calentamiento, enfriamiento, masaje, plasma y/o electroterapia. El
dispositivo de tratamiento adicional 14 puede brindar al menos un tratamiento sin instrucciones de la
unidad principal 11. El dispositivo de tratamiento adicional 14 puede comunicarse con la unidad
principal 11, el dispositivo de comunicacion 15 y/u otros dispositivos de tratamiento adicionales 14.
Los dispositivos de tratamiento adicionales 14 pueden ser cualquier otro dispositivo de la misma
empresa o de otra en el que el dispositivo pueda brindar uno o mas tipos especificos de energia de
tratamiento. El dispositivo de tratamiento adicional 14 puede ser una extension del dispositivo de
tratamiento, en el que el dispositivo de tratamiento adicional 14 pueda brindar energia de tratamiento
con parametros definidos por la HMI de la unidad principal 11.

El dispositivo de comunicacion 15 puede ir conectado por cable y/o de forma inaldmbrica a la
unidad principal 11. El dispositivo de comunicacion 15 puede ser una computadora, como una
computadora portatil o de escritorio, o un dispositivo electronico maévil, como un teléfono inteligente o
una tableta electronica. El dispositivo de comunicacion puede enviar y/u recibir informacion
relacionada con un tratamiento, funcidn del dispositivo de tratamiento y/u otra informacion. El
dispositivo de tratamiento adicional 14 y/o el dispositivo de comunicacién 15 pueden comunicarse
directamente con la unidad principal 11 o indirectamente con la unidad principal 11 a través de uno o
mas dispositivos adicionales o de comunicacion. Para entablar la comunicacion, el dispositivo de
comunicacién puede incluir un receptor, un transmisor y una unidad de control que procese la
informacion enviada y/o recibida.

La informacidn enviada y/o recibida desde o hacia una parte del dispositivo de tratamiento
puede incluir datos de la comunicacion entre el dispositivo de comunicacion 15 y la unidad principal
11, datos de la comunicacion entre el aplicador 12 y la unidad principal 11, datos de la comunicacién
entre el dispositivo de tratamiento adicional 14 y la unidad principal 11 y/o datos de la comunicacién
entre el control remoto 13 y la unidad principal 11. La informacion enviada y/o recibida puede
almacenarse en una caja negra, espacio de almacenamiento en la nube y/u otros dispositivos de
almacenamiento.
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La caja negra puede ser parte de la unidad principal 11 o cualquier otra parte del dispositivo de
tratamiento. Otro dispositivo de almacenamiento puede ser una USB, otro dispositivo de memoria y/o
también un dispositivo de comunicacion con memoria interna. La HMI también puede mostrar al
menos parte de la informacion enviada y/o recibida. La informacion enviada y/o recibida puede ser
desplegada, evaluada y/o cambiada por el usuario a través de la HMI y/o automéaticamente por el
sistema de control. Un tipo de la informacién enviada y/o recibida puede ser un valor predeterminado o
actual o una seleccion de uno o mas parametros de tratamiento o informacidn del paciente. La
informacion del paciente puede incluir, por ejemplo, el sexo del paciente, su edad y/o el tipo de cuerpo
del paciente.

[0118] La informacion enviada y/o recibida también puede dar informacion a autoridades externas,
como al centro de soporte, por ejemplo, al departamento de servicio y/o de ventas, que también son un
subconjunto de los dispositivos de comunicacion. La informacién enviada y/o recibida a las
autoridades externas puede incluir informacion sobre el estado del dispositivo de tratamiento, el
historial de uno 0 més de los tratamientos proporcionados, el historial operativo del dispositivo de
tratamiento, informacion de actualizacion del software, informacion de desgaste, durabilidad del
electrodo de RF, durabilidad del dispositivo generador del campo magnético, advertencias de
tratamiento, informacién pendiente de pago/ de facturacion del tratamiento, asi como informacion
sobre el nimero de tratamientos o pagos realizados, y/u otra informacion de funcionamiento y uso.

[0119] Un posible tipo de informacidn a enviar y/o recibir puede ser el reconocimiento de la
conexién de uno o mas aplicadores 12, el control remoto 13, los dispositivos de tratamiento adicionales
14 y/o de los dispositivos de comunicacion 15. Segun la informacidn, el dispositivo de tratamiento
puede reconocer manual o automaticamente el tipo de dispositivo de tratamiento adicional conectado
14 ylo el aplicador 12. El sistema de control puede contar con un reconocimiento automatico. Segun la
informacion sobre la conexion de uno o mas aplicadores 12, la conexidn de dispositivos de tratamiento
adicionales 14 y/o los dispositivos de comunicacion 15, el dispositivo de tratamiento puede
proporcionar la actualizacién de la HMI, mostrar una notificacién sobre la conexion a los aplicadores
y/o la posible optimizacién de nuevas opciones de tratamiento. La posible optimizacion de las nuevas
opciones de tratamiento puede incluir, por ejemplo, el ajuste de al menos un parametro de tratamiento,
la implementacion de una fuente de energia del tratamiento adicional, el cambio de parametros de una
nueva fuente de energia de tratamiento y/u otros. El dispositivo de tratamiento (por ejemplo, el sistema
de control) puede ajustar u ofrecer automaticamente parametros de tratamiento para ajuste con base en
el aplicador 12 recién conectado y/o los dispositivos de tratamiento adicionales 14. El reconocimiento
del aplicador 12 conectado, el dispositivo de tratamiento adicional 14 y/o el dispositivo de
comunicacién 15 puede basarse en conectores especificos (por ejemplo, un conector con pines
especifico).
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Ademas, el reconocimiento de la conexidn puede realizarse mediante una caracteristica fisica
especifica como la impedancia de la parte conectada o por una sefial especifica que proporcione el
aplicador o su parte conectada a la unidad principal 11. La conexion entre las partes individuales del
dispositivo de tratamiento, como la unidad principal 11, el aplicador 12, el control remoto 13, el
dispositivo de tratamiento adicional 14 y/o el dispositivo de comunicacién 15 se puede hacer por cable
y/o de forma inalambrica (por ejemplo, mediante una etiqueta RFID, RF, Bluetooth y/o pulsos
electromagnéticos ligeros). El aplicador 12 puede conectarse a la unidad principal 11 mediante un
cable para que reciba energia suficiente. Opcionalmente, la aplicacién puede conectarse a través de una
conexién inaldmbrica para comunicarse con la unidad principal 11 y/o con el dispositivo de
comunicacién 15. El aplicador conectado 12, el dispositivo de tratamiento adicional 14 y/o el
dispositivo de comunicacion 15 pueden reconocerse mediante reconocimiento de software, ID binario
especifico, reconocimiento manual de las partes seleccionadas de la lista implementada en el
dispositivo de tratamiento y/o mediante una aplicacion de emparejamiento.

[0120] El lado del conector en la unidad principal 11 puede incluir una unidad capaz de leer y/o
reconocer la informacion incluida en el lado del conector del aplicador y/o del lado del conector del
dispositivo de tratamiento adicional. Con base en la informacion que se lea y/o reconozca, puede
reconocerse el aplicador y/o el dispositivo de tratamiento adicional como unidad principal 11. El lado
del conector de la unidad principal 11 puede servir como un primer conector lateral de la conexion, en
el que la conexion del aplicador o dispositivo de tratamiento adicional puede servir como un segundo
conector lateral de la conexidn. El envio de la informacién, la recepcion de la informacion y/o el
reconocimiento del segundo conector lateral por parte del primer conector lateral puede basarse en la
informacion binaria recibida por el contacto conductor entre estos dos lados del conector, por la lectura
Optica y/o por el reconocimiento que haga el primer conector lateral. El reconocimiento dptico puede
basarse, por ejemplo, en la lectura de codigos QR especificos, codigos de barras y similares para los
aplicadores especificos 12.

[0121] El primer conector lateral ubicado en la unidad principal 11 puede incluir una unidad capaz
de leer/reconocer informacion binaria que se implemente en el segundo conector lateral de un cable del
aplicador 12 y/o del dispositivo de tratamiento adicional 14. La informacion implementada en el
segundo conector lateral puede almacenarse en una tarjeta SD. Con base en la informacién
implementada, la unidad principal 11 puede reconocer cualquier parte del dispositivo de tratamiento.

[0122] La comunicacion entre las partes individuales del dispositivo de tratamiento (que incluye, por
ejemplo, la unidad principal 11, el control remoto, uno o mas aplicadores, uno 0 mas dispositivos de
tratamiento adicionales y/o dispositivos de comunicacion) puede basarse en comunicacion de punto a
punto (conocida como P2P ) y/o comunicacion maestro-esclavo.
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Durante la comunicacion P2P, las partes por separado del dispositivo de tratamiento tienen la misma
prioridad respecto a sus comandos y/o pueden comunicarse directamente entre si. La comunicacion
P2P se puede utilizar durante el reconocimiento inicial de las partes conectadas por separado del
dispositivo de tratamiento. Se puede utilizar la comunicacion P2P entre algunas partes del dispositivo
de tratamiento, como entre los dispositivos de comunicacion.

[0123] Se puede utilizar la comunicacion maestro-esclavo entre las partes por separado del
dispositivo de tratamiento durante al menos un breve periodo de tiempo durante, antes y/o después de
cada tratamiento de un paciente por separado. Durante la comunicacion maestro-esclavo, una parte del
dispositivo de tratamiento puede emitir comandos con la maxima prioridad. La parte individual del
dispositivo de tratamiento, por ejemplo, la unidad principal 11, puede emitir comandos con la méxima
prioridad y se le denominara unidad maestra. El dispositivo de tratamiento puede incluir al menos una
comunicacién maestro-esclavo entre un elemento eléctrico individual, como una fuente de energia y/o
una o mas unidades de control, donde una o méas unidades de control actian como maestras.

[0124] El usuario puede elegir antes, después y/o durante el tratamiento a la unidad maestra. El
usuario puede seleccionar la unidad maestra entre las piezas individuales o los elementos eléctricos
disponibles del dispositivo de tratamiento. Por lo tanto, el usuario puede seleccionar como unidad
maestra a la unidad principal 11, al aplicador 12, al control remoto 13, al dispositivo de tratamiento
adicional 14 o al dispositivo de comunicacién 15. La unidad maestra puede ser una unidad de control
presente en una parte individual del dispositivo de tratamiento, por ejemplo, una unidad de control en
la unidad principal 11. El usuario puede seleccionar la unidad maestra para facilitar el ajuste de los
parametros del tratamiento. El usuario también puede seleccionar el dispositivo de comunicacién 15
como la unidad maestra, donde el dispositivo de comunicacion que se seleccione como dispositivo
maestro puede asumir el control de mas de un dispositivo de tratamiento. La unidad principal 11 puede
incluir como unidad maestra a una unidad de control que monitoree y evalle al menos un parametro
del tratamiento, como la temperatura del paciente, el voltaje sobre elementos individuales del
dispositivo de tratamiento y/u otros, que permiten brindar un tratamiento seguro incluso si la conexién
entre... Ademas, la unidad maestra puede ser un elemento eléctrico independiente que esté fuera de la
interfaz hombre-maquina. El usuario puede controlar a la unidad maestra a través de la interfaz
hombre-maquina.

[0125] Opcionalmente, puede seleccionarse automaticamente a la unidad maestra con base en un
valor de prioridad predeterminado de las partes conectadas del dispositivo de tratamiento. Puede
permanecer sin cambios la unidad maestra seleccionada y durante todo el tratamiento la parte ya
seleccionada del dispositivo de tratamiento puede actuar como unidad maestra. Sin embargo, durante el
tratamiento puede cambiarse la seleccion de la unidad maestra en funcion de la prioridad de los
comandos y/o la eleccion del usuario.
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También se puede determinar la unidad maestra de acuerdo con la configuracion de fabricacion o
dependiendo del restablecimiento a los valores de fabrica. Por ejemplo, el control remoto 13 puede
emitir un comando con la méxima prioridad para que se detenga el tratamiento cuando el paciente se
sienta incomodo y se detendra el tratamiento sin tener en cuenta que parte del dispositivo de
tratamiento se defini6 como la unidad maestra e independientemente de los parametros configurados
para el tratamiento.

[0126] Las Figuras 2-5 ilustran varios posibles esquemas de comunicacion maestro-esclavo que
pueden usarse en la comunicacion entre la unidad principal 11 y uno 0 mas aplicadores 12, controles
remotos 13, dispositivos de tratamiento adicionales 14 y/o dispositivos de comunicacion 15. Segun la
Figura 2, uno o més generadores de tratamiento 201 generan una sefial eléctrica modificada para enviar
una sefial a una fuente de energia del tratamiento, como el electrodo de RF y/o el dispositivo generador
del campo magnético. Los generadores de tratamiento 201 pueden incluir un grupo de elementos
eléctricos o al menos dos miembros del grupo de elementos eléctricos presentes en el circuito del
dispositivo de tratamiento y/o de la unidad principal. El grupo de elementos eléctricos puede incluir
una unidad de control, una fuente de energia, un sistema de cables coaxiales, uno 0 mas interruptores,
uno o mas dispositivos de almacenamiento de energia, uno o mas diodos de pines, uno 0 mas circuitos
LC, uno 0 mas circuitos LRC, uno o mas amplificadores de potencia y/u otra parte del dispositivo de
tratamiento que modifique activamente y de manera controlada la sefial eléctrica. EI generador de
tratamiento puede incluir la modificacién de manera controlada de la sefial eléctrica.

[0127] La modificacién de manera controlada de la sefial eléctrica puede incluir, por ejemplo,
brindar y/o controlar el ajuste de impedancia del tratamiento de RF que se proporcione en base a la
adaptacion de impedancia medida a través del tejido del paciente y/o los electrodos de RF. La sefial
eléctrica que se modifique activamente puede interpretarse de tal manera que la sefial eléctrica pueda
tener diferentes parametros, como frecuencia, simetrizacion, amplitud, voltaje, fase, intensidad, etc.
Los parametros de la sefial eléctrica pueden basarse en los requisitos del tratamiento, incluido el tipo de
paciente, los parametros del tratamiento. Ademas, pueden modificarse los parametros de la sefial
eléctrica segun la informacion de retroalimentacion, como la proporcién medida de la onda
estacionaria de la energia de RF, la temperatura del tejido, la temperatura del electrodo de RF, la
temperatura del interior del aplicador, la temperatura de la superficie del aplicador, la corriente
eléctrica y el voltaje de elementos individuales del dispositivo de tratamiento y/u otros.

[0128] El diagrama de la Figura 2 muestra un dispositivo de seguridad 203 que evita cualquier
intrusion no autorizada en la comunicacidn del dispositivo de tratamiento y protege los datos
personales del usuario y/o la cuenta.
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La seguridad 203 puede proteger al dispositivo de tratamiento de virus informaticos, acceso no
autorizado y/o proteger la comunicacion entre partes individuales del dispositivo de tratamiento de la
lectura o cambio por algin medio o persona no autorizados. El dispositivo de seguridad 203 puede
ofrecer la codificacion de la informacion que se utiliza en la comunicacion y/o servicios antivirus, lo
que evita la intrusion de cédigo binario no deseado dentro del dispositivo de tratamiento y/o
comunicacién. La seguridad 203 puede corregir los errores que se generen durante la comunicacion. La
seguridad 203 puede bloquear la conexién de un dispositivo externo no autorizado/no deseado al
dispositivo de tratamiento.

[0129] La seguridad 203 de la Figura 2 puede estar ubicada en el diagrama de comunicacidn entre la
unidad maestra 202 y alguna interfaz de comunicacion 204. La seguridad 203 también puede ser parte
de algun usuario 208, un servicio 207 y/o una venta 206. La seguridad 203 puede ubicarse también
entre la interfaz de comunicacién 204 y algin medio de comunicacion 205, el generador de tratamiento
201 y/o puede ser parte de éstos.

[0130] La interfaz de comunicacién 204 puede incluir componentes de hardware y/o software que
permitan traducir sefiales eléctricas, electromagnéticas, infrarrojas y/o de otro tipo en una forma legible
gue permita la comunicacion entre al menos dos partes del dispositivo de tratamiento y/u otros lados o
medios de comunicacion. La interfaz de comunicacion 204 puede proporcionar comunicacién y/o
codificacion de la informacion y/o datos. La interfaz de comunicacion 204 puede ser, por ejemplo, un
modem o modulo GSM que proporcione comunicacion entre el dispositivo de tratamiento y la red o
servidor en linea. La interfaz de comunicacién 204 puede ser parte de la unidad maestra 202, el
generador de tratamiento 201 y/u otra parte del dispositivo de tratamiento.

[0131] El medio de comunicacion 205 puede ser un medio que transfiera los datos de comunicacion.
El medio de comunicacion 205 puede usarse en la comunicacion entre el dispositivo de tratamiento y el
usuario 208, el servicio 207 y/o la venta 206. El medio de comunicacién 205 puede ser un cable, tarjeta
SD, memoria flash, cable coaxial, cualquier conexion conductora, servidor, algan tipo de red que use
algun principio, como ondas RF, ondas acusticas, ondas 6pticas, GSM, 3G, 4G, 5G, un switch HUB,
Bluetooth, Wi-Fi y/u otro medio que pueda incluir uno o mas servidores.

[0132] Los datos/informacion de comunicacion se pueden redirigir a las partes individuales del
dispositivo de tratamiento y/o a usuarios o servicios individuales, como el usuario 208, el servicio 207
y/o la venta 206. Los datos/informacion de comunicacion pueden ser redirigidos por la unidad maestra
202, el medio de comunicacion 205 y/o el generador de tratamiento 201.
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Por ejemplo, el servidor puede filtrar datos para el usuario 208 y filtrar otra informacién de
comunicacién que serd redirigida a la unidad de control de servicios 207 y/u otra parte del dispositivo
de tratamiento.

[0133] El elemento denominado "usuario 208" de la Figura 2 puede ser una representacion de la
HMI controlada por el usuario. Opcionalmente, el elemento que se llama "usuario 208" de la Figura 2
puede ser una representacién del otro dispositivo de comunicacién (computadora personal, laptop,
celular, tableta, etc.) controlado por el usuario, donde el dispositivo de comunicacion puede enviar
informacion a al menos una parte del dispositivo de tratamiento y/o recibir informacién de al menos
una parte del dispositivo de tratamiento. La informacion proporcionada por este canal de comunicacion
puede ser un tipo de protocolo de tratamiento, informacion sobre el efecto del tratamiento, valor real
y/o valor predeterminado de uno o mas parametros de tratamiento, informacion de retroalimentacion,
seleccidn del area corporal a tratar, recomendaciones de comportamiento antes y después del
tratamiento y/u otra informacién. Al menos parte de la informacién puede enviarse al usuario que
controla el dispositivo de tratamiento y también al paciente, por ejemplo, mediante una aplicacién de
software para teléfono celular, tableta o laptop.

[0134] El servicio 207 de la Figura 2 puede representar un departamento de servicios que tenga
acceso autorizado a la informacion sobre el dispositivo de tratamiento. El servicio 207 puede ser el
departamento de servicios de la empresa que proporcione o fabrique el dispositivo de tratamiento en el
gue la comunicacion entre el departamento de servicios de la empresa y el usuario se pueda establecer
a través de HMI, un dispositivo de comunicacion y/o automaticamente a través de una interfaz de
software preprogramada. La informacion que se envie por este canal de comunicacion puede incluir el
desgaste de cualquier elemento eléctrico individual del dispositivo de tratamiento, la durabilidad de
cualquier electrodo de RF y/o dispositivo generador de campo magnético, el mal funcionamiento de
algin elemento eléctrico individual, la posible optimizacion del software y/o actualizacion del
dispositivo, contar con aplicaciones para la conexién de otro dispositivo de tratamiento adicional y/u
otro. La optimizacion y/o actualizacion del dispositivo de tratamiento puede incluir, por ejemplo, un
acceso remoto al software del dispositivo de tratamiento y/o corregir errores.

[0135] La venta 206 de la Figura 2 puede ser un departamento de ventas que tenga acceso autorizado
a la informacion sobre el dispositivo de tratamiento. La venta 206 puede informar al usuario sobre un
tipo de accesorios que puede afiadirse al dispositivo de tratamiento. Ademas, la venta 206 puede
mediar en las ventas de los mddulos enchufables y/o mediar en las ventas de accesorios del dispositivo
de tratamiento. Ademas, la venta 206 puede suponer una oferta vinculada con el sistema de facturacién
y renta.
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La informacidn que se intercambia por comunicacion hacia o desde la venta 206 puede ser, por
ejemplo, el nimero de tratamientos, el tiempo de los tratamientos y/o el tipo de tratamiento aplicado,
informacion sobre aplicadores y/u otros.

[0136] El dispositivo de tratamiento puede incluir una caja negra para almacenar datos sobre el
historial de tratamiento, historial operativo, comunicacion entre partes individuales del dispositivo de
tratamiento, datos de o para el sistema de facturacion y renta, errores operativos y/u otra informacion.
Los datos pueden ser accesibles a la venta 206, al servicio 207 y/o al usuario 208 a través del medio de
comunicacidn (por ejemplo, una nube de almacenamiento y/o servidor). El dispositivo de tratamiento
puede incluir un sistema de facturacion y renta que gestione los cargos por el uso del dispositivo de
tratamiento y/o los respectivos dispositivos de tratamiento adicionales. El sistema de facturacion y
alquiler puede enviar dicha informacion a un proveedor para elaborar la factura de facturacion. El
personal autorizado verificado, como algln técnico de servicio, contador y/u otra persona con acceso
de administrador puede descargar los datos de la caja negra. La verificacion de la persona autorizada
puede controlarse mediante una clave especifica, una contrasefia, un codigo de software de varios bits
y/o por un cable de interconexion especifico.

[0137] El sistema de facturacion y renta puede basarse en abonos que se descuenten de la cuenta de
un usuario. Los abonos los puede predefinir el proveedor del dispositivo de tratamiento, por ejemplo,
un fabricante del dispositivo de tratamiento. Los abonos se pueden recargar durante el tiempo en que el
dispositivo de tratamiento esta en funcionamiento y/o se pueden recargar a una cuenta en linea
vinculada con uno o mas dispositivos de tratamiento del usuario y/o proveedor. Los abonos se pueden
descontar segun el protocolo de tratamiento seleccionado o el area corporal. Se puede mostrar al
usuario el valor de los abonos sobre uno 0 més tratamientos individuales y/o parte del tratamiento antes
de que comience el tratamiento, durante y/o después del tratamiento. Si se agota el crédito en la cuenta
del usuario, es posible que el dispositivo de tratamiento no permita ningin tratamiento adicional sino
hasta que se hagan nuevos abonos. Los abonos se pueden usar como moneda de cambio para un
tratamiento individual en el que un tratamiento diferente puede costar una cantidad diferente de abonos
segun el tipo de tratamiento, la duracién del tratamiento, el nimero de aplicadores usados y/u otros
factores. Los abonos también se pueden utilizar para rentar o comprar una parte del dispositivo de
tratamiento, el dispositivo de tratamiento completo, extensiones de hardware o software del dispositivo
de tratamiento y/u otros consumibles y repuestos que pertenezcan al dispositivo de tratamiento. La
interfaz donde se puede recargar el sistema de abonos puede ser parte del dispositivo de tratamiento,
HMI y/o accesible en linea a través de la interfaz del sitio web.

[0138] Se pueden vincular una 0 més extensiones de software (por ejemplo, aplicaciones de
software) con el dispositivo de tratamiento y el método de tratamiento.
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Se pueden descargar una 0 mas extensiones de software a cualquier dispositivo de comunicacién, como
un teléfono inteligente, tableta, computadora y/u otro dispositivo electrénico. La extension de software
puede conectarse con la unidad principal y/o cualquier otra parte del dispositivo de tratamiento. Puede
usarse el dispositivo de comunicacion con la extension de software instalada para visualizar o ajustar
uno o mas paradmetros del tratamiento o informacién asociada con el tratamiento. Dichos pardmetros de
tratamiento visualizables e informacién asociada al tratamiento pueden incluir, por ejemplo, el avance
del tratamiento, el tamafio medido del area corporal tratada antes y/o después de los tratamientos
individuales, ilustraciones esquematicas de rafagas o trazas aplicados, tiempo restante del tratamiento,
frecuencia cardiaca del paciente, la temperatura del cuerpo del paciente, por ejemplo, la temperatura de
la superficie corporal, los tipos de tratamiento proporcionados, el tipo de protocolo de tratamiento, la
comparacion de los pardmetros corporales del paciente con el tratamiento anterior (por ejemplo,
porcentaje de grasa corporal) y/o el efecto real del tratamiento (por ejemplo, contraccion muscular o
relajacion muscular). Se puede también entregar al paciente la extensién del software para informarle
sobre el programa de tratamientos, mapear el avance entre tratamientos individuales, el percentil de los
resultados del tratamiento en comparacion con otras personas y/o recomendaciones de comportamiento
antes y/o después del tratamiento. Las recomendaciones de comportamiento pueden incluir, por
ejemplo, recomendaciones sobre qué volumen de agua debe beber el paciente durante el dia, como
debe ser la dieta del paciente, qué tipo y volumen de ejercicio debe tener el paciente antes y/o después
del tratamiento y/u otra informacién que pueda mejorar los resultados del tratamiento.

[0139] La comunicacion entre elementos individuales del diagrama de comunicacién, como el
generador de tratamiento 201, la unidad maestra 202, la seguridad 203, la interfaz de comunicacion
204, el medio de comunicacion 205, el usuario 208, el servicio 207 y/o la venta 206 puede ser
bidireccional o multidireccional.

[0140] La conexion entre el usuario 208, el servicio 207, la venta 206, el medio de comunicacién
205 y/o la conexidn entre el generador de tratamiento 201 y la unidad maestra 202 pueden protegerse
con la seguridad 203 para brindar una comunicacion segura y eliminar errores. La seguridad 203 puede
estar ubicada entre la unidad maestra 202 y la interfaz de comunicacién 204 y/o entre el medio de
comunicacién 205 y la interfaz de comunicacién 204,

[0141] Como se muestra en la Figura 3, otra opcion de comunicacién de acceso remoto entre el
usuario 208, el servicio 207 y/o la venta 206 y el dispositivo de tratamiento puede lograrse mediante un
servidor 301. El servidor 301 puede incluir la seguridad 203.
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La seguridad 203 se puede implementar en el acceso individual del usuario 208, el servicio 207 y/o la
venta 206.

[0142] Como se muestra en la Figura 4, el medio de comunicacion 205 puede comunicarse con uno
0 mas generadores de tratamiento 201. Pueden comunicarse uno 0 méas generadores de tratamiento 201
con la unidad maestra 202. La informacién del medio de comunicacion 205 puede verificarse con la
seguridad 203 antes de que el generador de tratamiento 201 envie informacion a la unidad maestra 202.

[0143] La Figura 5 muestra un diagrama esquematico de comunicacion entre el medio de
comunicacién 205 y uno o mas generadores de tratamiento 201A-201D. El generador de tratamiento A
201A puede comunicarse con al menos uno 0 méas generadores de tratamiento 201B-201D. Otro
generador de tratamiento B 201B puede comunicarse también con uno o mas generadores de
tratamiento 201A, 201C, 201D. El generador de tratamiento C 201C puede no comunicarse
directamente con el generador de tratamiento A 201A y puede comunicarse a través del generador de
tratamiento B 201B. La seguridad 203 puede encontrarse en la via de comunicacidn entre cada
generador de tratamiento 201A-201D y/o entre el generador de tratamiento 201A y el medio de
comunicacién 205.

[0144] La Figura 6 muestra la unidad principal 11 del dispositivo de tratamiento. La unidad principal
11 puede incluir un HMI 61, una rejilla de ventilacion 62, al menos un soporte de aplicador 63a 'y 63b,
al menos un dispositivo de control 64, conectores de aplicador 65a y 65b, al menos una entrada de
alimentacion principal 66, una cubierta curva 67 de la unidad principal 11, ruedas 68, una abertura 69
de la cubierta de la unidad principal, un asa 70 de la unidad principal y/o un éarea 71 del logotipo. La
entrada 66 de la fuente de alimentacidn principal puede ofrecer acoplamiento o conexion a la red
eléctrica o red eléctrica.

[0145] Puede disefarse la rejilla de ventilacion 62 del dispositivo de tratamiento como una pieza y/o
puede dividirse en mdaltiples rejillas de ventilacion 62 para generar disipacion de calor. La rejilla del
ventilador 62 puede estar orientada hacia una persona que opere la unidad principal 11, mirando hacia
el suelo y no ser visible y/o la rejilla del ventilador 62 puede estar a los lados de la unidad principal 11.
La ubicacion de la rejilla del ventilador orientada hacia el suelo puede usarse para minimizar la
molestia de ruido para el paciente, dado que los procesos como el enfriamiento de la unidad principal
11 y/o elementos eléctricos que son alimentados por energia eléctrica pueden producir ruido. El area de
superficie de todas las rejillas de ventilacion 62 en la superficie de la unidad principal 11 puede estar
en un rango de 100 cm? hasta 15000 cm?, o de 200 cm? a 1000 cm?, o de 300 cm? a 800 cm?.

[0146] La manipulacién con la unidad principal 11 puede generarse girando las ruedas 68 en la parte
inferior de la unidad principal 11 y/o mediante el asa 70 de la unidad principal.
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El area del logotipo 71 de la empresa con la que cuenta el dispositivo de tratamiento puede estar
ubicada debajo del mango 70 de la unidad principal y/o en cualquier lugar de la cubierta curva 67 y
HMI 61.

[0147] Como se muestra en la Figura 6, el lado frontal de la unidad principal 11 que mira hacia el
paciente puede disefiarse como una cubierta curva 67 de la unidad principal. El lado frontal de la
unidad principal 11 que mira hacia el paciente puede no tener angulos rectos segun la proyeccion del
suelo de la unidad principal 11. El lado frontal de la unidad principal 11 que mira hacia el paciente
puede disefiarse como una, dos 0 mas piezas que cubren el interior de la unidad principal 11. La unidad
principal 11 con el lado curvo opuesto puede mejorar la manipulacién de la propia unidad principal 11
cerca del soporte del paciente, minimizando el riesgo de colision de la unidad principal 11 y varias
partes sensibles del cuerpo del paciente (por ejemplo, los dedos). El lado opuesto de la unidad principal
11 también puede incluir la abertura 69 de la cubierta de la unidad principal. La abertura 69 de la
cubierta de la unidad principal puede incluir una cdmara térmica para monitorear la temperatura del
paciente o el area del cuerpo tratada, una cAmara para monitorear la ubicacién de uno o mas
aplicadores, el movimiento del paciente y/u otro. La abertura 69 de la cubierta de la unidad principal
puede lograrse mediante una abertura en la cubierta curva 67 de la unidad principal. La abertura 69 de
la cubierta de la unidad principal puede incluir uno 0 mas conectores para conectar dispositivos de
tratamiento adicionales. Ademas, la abertura 69 de la cubierta de la unidad principal puede incluir uno
0 MAs sensores, COMO una camara, un sensor de infrarrojos para escanear el movimiento del paciente,
el calentamiento del area corporal tratada y/o la estructura biolégica. Con base en la informacion de
dichos sensores, pueden optimizarse el valor real y/o el valor predeterminado de uno o0 méas parametros
de tratamiento cuando se mueve el paciente, la superficie de la piel alcanza el limite de temperatura, se
determina el area corporal tratada y/u otros. El lado frontal de la unidad principal 11 también puede
incluir uno 0 mas conectores aplicadores 65a y/o 65b.

[0148] Los conectores de los aplicador 65a y 65b que miran al paciente pueden estar mas cerca del
cuerpo del paciente que los aplicadores conectados al lado que miran al operador (por ejemplo, al
médico o técnico). Por consiguiente, puede minimizarse la longitud del tubo de conexién 814 que
conecta el aplicador con la unidad principal 11. La manipulacion con el aplicador y/o la pluralidad de
aplicadores conectados por tubos de conexion mas cortos 814 puede ser mas facil que con el aplicador
conectado con el tubo de conexidn mas largo 814. El lado frontal de la unidad principal 11 puede no
tener esquinas y/o angulos y puede incluir una curvatura al menos parcialmente eliptica y/o circular. La
curvatura puede tener un radio de curvatura en un rango de 20 cm a 150 cm, 30 cma 100 cm, 30 cm a
70 cm 0 40 a 60 cm. Un angulo de la curvatura del lado frontal de la unidad principal 11 puede estar en
un rango de 30° a 200°, o de 50° a 180°, o de 90° a 180°.
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El 4ngulo de la curvatura puede definirse con el mismo principio que se define como un angulo 30 de
una seccidn 26 en la Figura 23 como se describe con mas detalle a continuacion.

[0149] La unidad principal 11 puede incluir uno o mas soportes de los aplicadores, por ejemplo, 63a
y 63b. Opcionalmente, se pueden acoplar uno o mas soportes de los aplicadores a la unidad principal
11. Cada soporte de los aplicadores 63a y 63b puede tener un disefio especifico para diferentes tipos de
aplicador. El soporte de los aplicadores 63a y 63b puede contener cada uno un solo aplicador 12a o
12b. Cada soporte de aplicador 63a, 63b puede tener varias funciones. Por ejemplo, se pueden utilizar
los soportes del aplicador 63a y 63b para precalentar o preenfriar al menos parte del aplicador.
Ademas, los soportes del aplicador 63a y 63b pueden incluir otro HMI y utilizarse para mostrar
informacion sobre el tratamiento seleccionado, el valor real y/o el valor predeterminado de uno o mas
pardmetros de tratamiento. Ademas, el soporte del aplicador 63a y/o 63b puede proporcionar una
indicacidn de si esta listo para usar el aplicador. Ademas, el soporte del aplicador 63a y/o 63b puede
indicar un valor actual de temperatura de al menos parte del aplicador. La indicacion puede hacerse por
colores intermitentes o vibraciones. El soporte del aplicador 63a y/o 63b se puede usar para establecer
el valor real y/o el valor predeterminado de uno 0 mas pardmetros de tratamiento y/o parametros del
aplicador, tales como la temperatura de la parte del aplicador en contacto con el paciente.

[0150] La unidad principal 11 puede incluir un dispositivo de control 64 para encender y apagar la
unidad principal 11, el ajuste manual de los parametros de entrada de energia y/u otras funciones. Los
conectores de aplicador 65a y 65b pueden usarse para transferir sefiales eléctricas y/o
electromagnéticas desde la unidad principal 11 y los aplicadores. Los conectores de los aplicadores 65a
y 65b pueden usarse para conectar uno o mas aplicadores (a través del tubo de conexién 814), el
dispositivo de comunicacidn, el dispositivo de tratamiento adicional y/o dispositivos de
almacenamiento de memoria tales como USB, disco SSD, dispositivos de diagndstico y/u otros
dispositivos de almacenamiento de memoria conocidos en el estado de la técnica. Los conectores del
aplicador 65 (por ejemplo, 65a y/o 65b) para conectar uno, dos 0 mas aplicadores pueden estar
ubicados en la unidad principal 11 o en el lado de la unidad principal 11. La longitud de los cables
coaxiales se puede vincular con una frecuencia de sefial eléctrica transmitida. Para facilitar la
manipulacién con uno o mas aplicadores 12a y/o 12b, la longitud de conexion desde la unidad principal
11 a, por ejemplo, el aplicador 12a (y por lo tanto el tubo de conexion 814) deberia ser lo méas larga
posible. Sin embargo, puede vincularse la longitud de al menos un cable coaxial entre elementos
eléctricos en la unidad principal 11 con una frecuencia de sefial eléctrica transmitida (por ejemplo,
sefial de RF) enviada al menos a una fuente de energia de tratamiento (por ejemplo, electrodo de RF
para proporcionar energia de RF).
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Por lo tanto, puede ser lo mas corta posible la longitud de al menos un cable coaxial dentro de la
unidad principal (por ejemplo, entre una fuente de alimentacion y el conector aplicador 65a y/o 65b).
La longitud del cable coaxial que se ubica en la unidad principal 11 puede estar en un rango de 3 cm a
40 cm, o de 7 cm a 30 cm, o de 10 cm a 20 cm. Para optimizar la manipulacién con uno o0 mas
aplicadores 12a 0 12b conectados a la unidad principal 11, los conectores aplicadores 65a y 65b pueden
estar ubicados en el lado frontal curvo de la unidad principal 11.

[0151] El HMI 61 puede incluir una pantalla tactil que muestre el valor real y/o el valor
predeterminado de uno 0 méas parametros de tratamiento. La pantalla tactil puede ofrecer la opcién de
elegir los pardmetros de tratamiento mostrados y/o ajustarlos. La HMI 61 puede dividirse en dos
secciones de visualizacion 61a y una seccién de seleccion 61b. La seccion de visualizacion 61a puede
visualizar el valor real y/o el valor predeterminado de uno 0 més parametros de tratamiento y otra
informacion para el usuario. Puede usarse la seccion de seleccion 61b del HMI 61 para la seleccién de
parametros de tratamiento y/u otro ajuste del tratamiento. La HMI puede estar incluida, acoplada o ser
parte de uno o mas aplicadores 12, la unidad principal 11, un dispositivo de tratamiento adicional 14
y/o en uno o més dispositivos de comunicacion 15.

[0152] La HMI puede estar incluida en la unidad principal 11. EI HMI puede fijarse en una
orientacion horizontal en la unidad principal 11 o el HMI 61 puede estar orientado o inclinado entre 0°
y 90° grados respecto a un piso u otra superficie de soporte horizontal. Se puede ajustar el angulo entre
el plano HMI 61 y el suelo mediante al menos una articulacion o se puede girar alrededor de al menos
una coordenada cartesiana. EI HMI 61 puede tener forma de HMI desmontable, por ejemplo, una
tableta. EI HMI 61 puede ajustarse telescopicamente y/o rotacionalmente de acuerdo con una, dos 0
tres coordenadas cartesianas mediante un soporte que puede ajustar la distancia del HMI 61 desde la
unidad principal 11 y/o la orientacion del HMI 61 respecto a la unidad principal 11 y el usuario. El
soporte puede incluir al menos uno, dos o tres miembros de unioén.

[0153] Se puede utilizar un HMI 61 para mas de un tipo de dispositivo de tratamiento que ofrezca el
proveedor. La interfaz del software HMI puede ser parte del software de la unidad principal o parte del
software incluido en uno 0 més dispositivos de tratamiento y/o dispositivos de comunicacién
adicionales. La interfaz de software puede descargarse y/o actualizarse mediante la conexion con el
dispositivo de comunicacion, el dispositivo de tratamiento adicional, el dispositivo de memoria flash,
la conexién remota con ventas, el servicio y/o Internet.
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[0154] La Figura 26 muestra un disefio ejemplar del interior de la unidad principal 11. El interior de
la unidad principal 11 puede incluir un sistema de control de multiples elementos eléctricos, uno 0 mas
circuitos de control de RF, circuitos magnéticos y/u otros elementos necesarios para el correcto
funcionamiento del dispositivo de tratamiento. Puede describirse la ubicacion de los elementos
individuales de la unidad principal 11 mediante coordenadas cartesianas con los valores cero en el
borde inferior de la parte frontal de cara al paciente. La unidad principal 11 puede incluir uno o mas
puntales 74. Al menos dos puntales 74 pueden crear una forma de X que puede fijarse en sus extremos
a otros puntales verticales 74 para crear la construccion de la unidad principal 11. La unidad principal
11 puede incluir al menos un sistema de enfriamiento 78 configurado para enfriar un elemento eléctrico
como una 0 mas unidades de control, PCB, fuentes de energia, interruptores, dispositivos de
almacenamiento de energia y/u otro elemento eléctrico del dispositivo de tratamiento. Puede usarse el
sistema de enfriamiento 78 para generar y/o enfriar el fluido de enfriamiento que se entregue al
aplicador. El elemento SYM 79 puede ubicarse en el tercio superior de la coordenada Z y en el primer
tercio de la coordenada X sin importar la coordenada Y. A continuacion se explica la funcién del SYM.
La unidad principal 11 también puede incluir una o mas cajas 72 formadas de aluminio u otros
materiales metalicos. Las uno o més cajas 72 pueden proporcionar aislamiento eléctrico,
electromagnético y/o de radiacion (posteriormente solo aislamiento) respecto a una 0 mas partes
internas de la unidad principal 11 desde otra parte de la unidad principal 11. Por ejemplo, se puede
ubicar al menos parte de un circuito de RF 73 en el tltimo tercio de las coordenadas X y Z en una de
las cajas. La fuente de energia 75, que alimenta al menos parte del circuito de RF y/o del circuito
magnético, puede estar ubicada en el Gltimo tercio de la coordenada X y en el primer tercio de la
coordenada Z. Puede aislarse al menos parcialmente un dispositivo 76 de almacenamiento de energia
de uno o mas circuito de RF. Cuando se usa una pluralidad de circuitos magnéticos, puede aislarse al
menos parcialmente entre si la pluralidad de circuitos magnéticos. Para asegurar una longitud corta de
cable coaxial que vaya desde el dispositivo de almacenamiento de energia 76 al conector del aplicador
65 como se menciond anteriormente, pueden ubicarse ambos elementos (dispositivo de
almacenamiento de energia 76 y conector del aplicador 65, por ejemplo, 65a) en la misma mitad de la
coordenada X y Z, como en la primera mitad de las coordenadas X y Z. En la primera mitad de la
coordenada X y el segundo tercio de la coordenada Z pueden ubicarse otros elementos eléctricos
representados por la caja 77 del circuito magnético.

[0155] La Figura 7 muestra una interfaz de pantalla ejemplar 700 del HMI 61. EI HMI 61 puede
mostrar uno 0 mas simbolos del aplicador 701. Uno o mas simbolos del aplicador 701 y sus colores
pueden representar la calidad de la conexidn, el nimero y/o el tipo de aplicadores disponibles o
conectados, los dispositivos de tratamiento adicionales conectados a la unidad principal 11 y/o
implicados en el tratamiento.
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La lista 702 puede redirigir a una pagina o disefio de visualizacién diferente donde se puede registrar o
ajustar una lista de protocolos de tratamiento. La lista 702 de protocolos de tratamiento puede incluir
uno o mas valores predeterminados de uno 0 méas parametros de tratamiento (por ejemplo, la intensidad
del campo magnético, la intensidad del campo de RF, la intensidad de los impulsos magnéticos, la
duracion del pulso, la duracion de la rafaga, la composicion de la explosion individual, la ciclos de
trabajo, la forma de capa, el tiempo de tratamiento, la composicién de las partes del tratamiento, la
temperatura umbral de la estructura bioldgica durante el tratamiento y/u otros parametros). La lista de
parametros de tratamiento puede incluir uno o mas protocolos de tratamiento almacenados optimizados
para pacientes individuales o &reas corporales. Después de elegir el protocolo de tratamiento, el usuario
puede optimizar adicionalmente los parametros del tratamiento. Ademas, se pueden ajustar los
pardmetros del tratamiento eligiendo pardmetros adicionales del paciente, como el tipo de cuerpo del
paciente (por ejemplo, muy delgado, delgado, peso medio, sobrepeso u obeso) o el IMC, sexo, grupo
de edad del paciente (por ejemplo, menor de 30, 30-39, 40-49, 50-59, 60 y mayores). Ademas, pueden
optimizarse adicionalmente los parametros de tratamiento seleccionando solo una parte del protocolo
de tratamiento.

[0156] El HMI 61 puede incluir uno o mas controles deslizantes que pueden tener varias funciones.
Por ejemplo, puede usarse el control deslizante 703 como navegador para seleccionar qué pagina de la
interfaz se esta usando, como la lista 702, el icono de tratamiento 704 o un registro 707. Ademas,
puede usarse el deslizador 703 para indicar cuanto tiempo queda hasta el final del tratamiento.

[0157] El icono de tratamiento 704 puede representar la interfaz ilustrada en la Figura 7. Un
temporizador 705 puede representar la duracién del tratamiento, el tiempo restante del mismo y/o el
tiempo transcurrido del tratamiento. El icono de "Protocolo 1" 706 puede ilustrar el tipo de nimero de
protocolo seleccionado y/o que se aplica actualmente o que se prepara a aplicar. Los "registros™ 707
pueden redirigir a otra pagina de la interfaz con el historial registrado de tratamientos, informacién
sobre pacientes tratados, informacion sobre facturacién y sistema de alquiler, informacion sobre
facturacion y o costo del tratamiento. Los "registros” 707 pueden mostrar cuanto crédito quedan en la
cuenta, cuanto crédito se gastd, cuanto tiempo se utilizo el dispositivo de tratamiento y/u otra
informacion de facturacion. El icono que se ilustra con el simbolo "configuracién™ 708 puede redirigir
al usuario a un ajuste del dispositivo de tratamiento que incluya el ajuste de, por ejemplo, una melodia
y/o la intensidad del sonido que produce el dispositivo y/o el brillo de la pantalla. El sonido producido
por el dispositivo de tratamiento y/o el brillo de la pantalla pueden ser diferentes antes y/o durante el
tratamiento.
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La interfaz de "configuracion 708" también puede permitir cambiar la fecha, la hora, el idioma, el tipo
y/o los pardmetros de conexion entre la unidad principal y el aplicador, el dispositivo de tratamiento
adicional y/o el dispositivo de comunicacion. La interfaz de "configuracion™ 708 puede incluir iconos
para iniciar un barrido para calibracién y funcionalidad del dispositivo de tratamiento y sus partes
conectadas. La interfaz de "configuracion" 708 puede proporcionar informacion del software, historial
del software y/o actualizaciones del software, un botdn para contactar al servicio y/o enviar un
protocolo de error, el tipo de modo de operacion (por ejemplo, "bésico" o "experto” con la
configuracion adicional permitida del dispositivo de tratamiento), posibilidad de recargar crédito por
tratamientos, restauracion a la configuracion de fabrica y/u otros ajustes.

[0158] Los signos de intensidad 709 pueden representarse en forma de percentil, nimero, potencia

y/o en otro formato. Las sefiales de intensidad 709 pueden ubicarse junto a un icono que puede ajustar
la intensidad de la fuente de energia del tratamiento. Los signos de intensidad 709 pueden ubicarse
debajo, encima y/o en un icono (por ejemplo, como un nimero en una barra de intensidad 710) y/o
como otra visualizacion que puede ajustar la intensidad de la fuente de energia del tratamiento. Cada
barra de intensidad 710 que represente una fuente de energia de tratamiento (por ejemplo, un campo de
RF o un campo magnético) puede tener sus propios signos 709 de intensidad. El dispositivo de
tratamiento puede incluir multiples aplicadores 714, por ejemplo, puede estar conectados un primer
aplicador A y un segundo aplicador B a la unidad principal del dispositivo de tratamiento. De esta
forma, pueden aplicarse los aplicadores A y B a diferentes musculos de un mismo grupo de misculos o
para emparejar musculos, como un glateo izquierdo y derecho, lados izquierdo y derecho de un
abdomen, un muslo izquierdo y derecho, entre otros musculos emparejados 0 musculos cooperantes. El
namero de aplicadores conectados y/o dispositivos de tratamiento adicionales que proporcionen la
energia de tratamiento puede ser menor 0 mayor que dos.

[0159] Como se muestra en la Figura 7, cada aplicador puede proporcionar un tratamiento magnético

[0160]

718 (parte izquierda del HMI marcada como HIFEM A y HIFEM B para el prop6sito de la Figura 7 y
se muestra en la interfaz ejemplar de la interfaz hombre-méaquina) y/o un tratamiento de RF 712 (parte
derecha del HMI marcado como RF A 'y RF B para los propdsitos de la Figura 7 y se muestra en un
ejemplo de HMI).

Puede regularse la intensidad de cada campo de RF y/o campo magnético de forma
independiente, por ejemplo, desplazando el desplazador 719 de intensidad magnética individual y/o el
desplazador 711 de intensidad de RF a través de las barras de intensidad 710. Se pueden mover uno o
maés desplazadores o barras de intensidad de forma independiente o se pueden mover junto con otro
desplazador o barra de intensidad para regular la pluralidad de campos magnéticos, la pluralidad de
campos de RF juntos y/o la pluralidad de campos magnéticos y de RF proporcionados por un solo
aplicador.
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Ademas, pueden controlarse uno o mas desplazadores o barras de intensidad de forma independiente o
pueden moverse junto con otro desplazador o barra de intensidad para regular la pluralidad de campos
magneéticos, la pluralidad de campos de RF juntos y/o la pluralidad de RF y campos magnéticos que
brindan dos aplicadores juntos. Se pueden distinguir con un color una 0 méas barras de intensidad 710 y
se pueden ajustar mediante el deslizador de intensidad 719 o 711 y/o mediante botones de intensidad
720. Los botones de intensidad 720 pueden cambiar (por ejemplo, aumentar o disminuir) el campo de
RF y/o la intensidad del campo magnético en un incremento fijo, como 1% 0 2% 0 5% 0 10% o0 en un
rango de 1% a 10% o en un rango del 1% al 5% de la méaxima intensidad de campo posible. Pueden
ajustarse independientemente la intensidad del campo magnético y/o el campo de RF respecto de cada
fuente de energia de tratamiento. Ademas, puede ajustarse la intensidad del campo magnético y/o del
campo de RF mediante la seleccion y/o conexién de uno o mas aplicadores, dispositivos de tratamiento
adicionales y/o fuentes de energia del tratamiento.

[0161] Puede sincronizarse el funcionamiento de uno o mas electrodos de RF y/o dispositivos
generadores de campo magnético y pueden controlarse mediante uno, dos 0 mas desplazadores de
intensidad 719 y/o botones de intensidad 720. El tratamiento puede iniciarse con el inicio de un boton
713 que puede cambiarse automaticamente (por ejemplo, después de comenzar el tratamiento) a un
boton de pausa. El tratamiento puede reiniciarse y/o detenerse mediante el boton de parada 716 durante
el tratamiento. La interfaz también puede mostrar un indicador de un bot6n de incomodidad 717 que
puede activarlo el paciente a través de un control remoto cuando sea incomodo el tratamiento. Cuando
se activa el botén de incomodidad 717, puede interrumpirse automatica e inmediatamente el
tratamiento (por ejemplo, pausar o detener). Cuando se activa el boton de incomodidad 717, el
dispositivo de tratamiento puede generar una sefial perceptible por el ser humano que incluya una alerta
audible, incluida una sefial sonora. Ademas, la sefial perceptible por el ser humano puede incluir una
alerta visual, que incluye, por ejemplo, un color intermitente. En funcién de la incomodidad del
paciente, el usuario puede ajustar, por ejemplo, los parametros de tratamiento o el protocolo de
tratamiento, la fijacion o el acoplamiento del aplicador. La interfaz también puede incluir un
interruptor de alimentacion de software 715 para encender o apagar el dispositivo de tratamiento.

[0162] Como se muestra en la Figura 7, el HMI puede incluir dos barras de intensidad (por ejemplo,
710) para el tratamiento de RF y dos barras de intensidad para el tratamiento magnético. Ademas, el
HMI puede incluir dos desplazadores de intensidad (por ejemplo, 711) para el tratamiento de RF y dos
barras de intensidad (por ejemplo, 719) para el tratamiento magnético. Ademas, el HMI puede incluir
cuatro botones de intensidad para el tratamiento de RF y cuatro botones de intensidad (por ejemplo,
720 para el tratamiento magnético.
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Se puede ofrecer un regulador de intensidad, una barra de intensidad y/o dos botones de intensidad para
el circuito de tratamiento. Por lo tanto, la Figura 7 puede mostrar el HMI del dispositivo de tratamiento
gue incluya dos circuitos de tratamiento para el tratamiento de RF y dos circuitos de tratamiento para el
tratamiento magnético.

[0163] El dispositivo de tratamiento puede incluir uno o mas aplicadores. El dispositivo de
tratamiento puede incluir dos, tres, cuatro, cinco o mas aplicadores. Cada aplicador puede incluir al
menos una, dos 0 mas fuentes de energia de tratamiento diferentes, tales como uno o mas electrodos de
RF que proporcionen el tratamiento de RF y uno o mas dispositivos generadores de campos magnéticos
que proporcionen el tratamiento magnéetico. Por ejemplo, el primer aplicador puede incluir un
dispositivo de electrodos RF y generador de un campo magnético, mientras que el segundo aplicador
puede incluir otro electrodo de RF y otro dispositivo generador de campo magnético. Se puede acoplar
un aplicador a la unidad principal mediante un tubo de conexion. Los tubos de conexién de diferentes
aplicadores pueden ir interconectados o estar separados para cada aplicador. Opcionalmente, se puede
acoplar una pluralidad de aplicadores a la unidad principal mediante un tubo de conexién comdn. Se
puede cambiar independientemente al menos un parametro de tratamiento de al menos un aplicador en
el otro 0 més aplicadores y/o el dispositivo de tratamiento adicional.

[0164] Uno o més aplicadores, dispositivos de tratamiento adicionales y/o dispositivos de
comunicacién pueden conectarse mecanicamente con la unidad principal mediante uno o mas cables
y/o mediante los conductos de fluido. Se pueden colocar uno o mas cables y/o conductos de fluido que
pasen a través del tubo de conexion. Para generar energia de RF ,el uno o mas cables acoplados entre la
unidad principal y el aplicador se pueden usar para transferir una sefial eléctrica (que represente, por
ejemplo, una sefial de RF) al electrodo de RF colocado en un aplicador. Pueden usarse el uno o0 mas
cables para proporcionar corriente eléctrica al dispositivo generador de campo magnético colocado en
el aplicador para que genere impulsos del campo magnético. EI mismo cable y/o cables diferentes que
acoplan el aplicador y la unidad principal 11 pueden usarse para la comunicacion entre la unidad
principal 11y el aplicador 12 y/o para recopilar informacién de retroalimentacion. La aplicacion de
retroalimentacion puede incluir, por ejemplo, pardmetros medidos de sefial y/o caracteristicas
impedimétricas del cable antes y/o durante el tratamiento. EI conducto de fluido entre la unidad
principal 11y el aplicador 12 puede guiar liquido, aceite, agua, vapores, gas y/u otro fluido refrigerante
que regule la temperatura.

[0165] Se pueden acoplar uno o mas aplicadores al cuerpo y/o area corporal del paciente mediante
una o0 mas correas, uno 0 mas cinturones, o creando vacio debajo del aplicador.
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Ademas, se puede acoplar el aplicador al &rea del cuerpo mediante una matriz de soporte o mediante
una capa adhesiva ubicada en al menos parte de la superficie del aplicador y en contacto con el cuerpo
o0 la ropa del paciente. El aplicador puede acoplarse al area del cuerpo empujando el aplicador hacia el
area del cuerpo o la ropa del paciente mediante un brazo de posicionamiento mecanico ajustable en el
que el aplicador pueda acoplarse de manera separable al brazo de posicionamiento que incluya al
menos una, dos 0 mas articulaciones. El cinturon puede ser al menos parcialmente elastico y puede
crear un bucle cerrado, como mediante cierres de gancho y bucle (mediante velcro), se pueden usar
hebillas, tachuelas y/u otros mecanismos de cierre para ajustar la longitud. El cinturén se puede acoplar
al area del cuerpo y puede incluir un mecanismo de sujecion para acoplar el aplicador al cinturén y/o la
piel o la ropa del paciente. Dicho mecanismo de sujecion puede ser, por ejemplo, un cinturén con
bolsillos para el aplicador. El acoplamiento del aplicador al &rea del cuerpo puede incluir unir o ubicar
el aplicador a la proximidad o al contacto con el area del cuerpo. Se pueden acoplar uno o mas
aplicadores al area del cuerpo antes o durante la aplicacién de uno o mas tipos de tratamiento (por
ejemplo, tratamiento de RF o tratamiento magnético). Ademas, el aplicador se puede acoplar al area
del cuerpo, la piel o la ropa mediante una cubierta de material suave, que se puede doblar alrededor del
aplicador y/o parte del &rea del cuerpo. Ademas, el aplicador puede estar cubierto con una cubierta de
material blando que proporcione otros puntos de acoplamiento para sujetar el cinturén, doblar material
blando o cualquier otra opcién de acoplamiento de las mencionadas en este documento.

[0166] El cinturdn puede ser un cinturén de longitud ajustable que puede ser al menos parcialmente
flexible. Uno o més cinturones pueden acoplar o fijar y/o unir uno, dos 0 mas aplicadores al cuerpo o
area corporal del paciente. El cinturdn puede acoplarse a un aplicador 800 o un cinturén puede acoplar
dos 0 més aplicadores al cuerpo del paciente. Cuando se usa la pluralidad de aplicadores (por ejemplo,
dos, tres 0 mas), cualquier aplicador puede acoplarse al area del cuerpo del paciente mediante un
cinturdn mientras que otro aplicador puede acoplarse al area del cuerpo mediante un cinturén diferente.
Opcionalmente, se puede acoplar una pluralidad de aplicadores (por ejemplo, dos, tres 0 mas) al area
del cuerpo del paciente mediante un mismo cinturén. Se puede al menos fijar estaticamente un
aplicador acoplado al cinturdn respecto al cuerpo del paciente durante al menos parte del tratamiento.
El al menos un aplicador que esté acoplado mediante el cinturén al cuerpo del paciente se puede
reposicionar una o mas veces durante el tratamiento, ya sea manualmente por el operador o
automaticamente para asegurar un efecto de tratamiento 6ptimo y comodidad del tratamiento para el
paciente.

[0167] El acoplamiento del aplicador y/o dispositivo de tratamiento adicional al cuerpo del paciente
puede incluir colocar el aplicador cerca del cuerpo y/o area corporal del paciente.



WO 2020/208590 PCT/1B2020/053427

39
En caso de acoplamiento préximo, la distancia mas corta entre el aplicador y la piel del paciente puede
estar en un rango de 0.0lcmal10cm,00.0lcma5cm,00.0la2cm,00.01alcm,00.01a5mm,o
de 0,01 a 2 mm. Sin embargo, también se puede colocar el aplicador en contacto directo con la piel del
paciente. En caso de contacto directo, es posible que no haya una distancia significativa entre la
aplicacion y la piel del paciente. En caso de contacto cercano o directo, puede colocarse el material
intermedio entre el aplicador y la piel, la ropa o el area del cuerpo del paciente. El material intermedio
puede ser un espacio de aire, un bolo, una matriz de soporte, una parte del cinturén, un tejido, otras
prendas de vestir, un gel, un material absorbente de liquidos o un metal.

[0168] La Figura 22 representa una fijacion ejemplar del aplicador y/o un dispositivo de tratamiento
21 adicional al cuerpo del paciente mediante el uso de una matriz de soporte 22. La matriz de soporte
22, segln se ilustra en la Figura 22, puede tener forma de rejilla y/o andamio. La rejilla y/o el andamio
sera al menos parcialmente flexibles e iran unidos al cuerpo del paciente. Se puede usar la matriz de
soporte para acoplar el aplicador y/o el dispositivo de tratamiento adicional 21 en la proximidad del
cuerpo del paciente, en una ubicacion definida denominada un punto 24 del aplicador y mediante un
miembro de sujecion 23. La matriz de soporte puede ser similar al andamio polimérico de la Figura 22,
un sustrato como una hoja textil/polimérica u otro. El miembro de sujecion puede ser uno 0 mas
elementos tales como un mecanismo de blogueo, bisagra, sistema similar a una bayoneta, velcro para
sujetar el aplicador y/o un dispositivo 21 de tratamiento adicional.

[0169] Como se muestra en la Figura 25, el aplicador 800 puede incluir una 0 mas partes que definan
la carcasa del aplicador, que puede conectarse a la unidad principal conectando el tubo 814. Ademas, el
aplicador puede incluir una o mas partes ocultas en el aplicador, definiendo ademas la funcion y
funcionalidad del aplicador. La carcasa del aplicador puede incluir diferentes partes, por ejemplo, la
cubierta del mango 512, un mango 514, una cubierta superior 516, una segunda parte lateral 802 que
cree la cubierta inferior del aplicador. La cubierta del mango 512 puede incluir un marcador 813 y/o el
HMI 508 para, por ejemplo, mostrar y/o ajustar el valor real y/o el valor predeterminado de uno 0 mas
parametros de tratamiento. Puede usarse el mango 514 para manipular con el aplicador 800 y/o para
acoplar el aplicador 800 al area del cuerpo del paciente. La cubierta superior 516 puede definir el
interior del aplicador. La cubierta superior 516 puede incluir una abertura de aire 504 que permita que
fluya el aire hacia o desde el interior del aplicador para enfriar los elementos eléctricos ubicados en el
interior del aplicador. Los elementos eléctricos ubicados en el interior del aplicador pueden incluir, por
ejemplo, un electrodo de RF, un dispositivo generador de campo magnético y/o un sensor de
temperatura 510. La segunda parte lateral 802 crea una cubierta inferior del aplicador. La segunda parte
lateral 802 puede incluir una o méas formas sobresalientes, ranuras y/u otras.
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Se puede suministrar potencia, energia, una 0 mas sefiales electromagnéticas y/o fluido refrigerante al
aplicador a través del tubo de conexion 814. Ademas, el enfriamiento de uno 0 méas elementos
mediante accionamiento eléctrico en el aplicador (por ejemplo, un dispositivo generador de campo
magnético 900 y/o un sustrato 113a con al menos un electrodo de RF) puede lograrse con un ventilador
524 fijado en la cubierta superior 516 y/o en la segunda parte lateral 802. El sustrato del electrodo de
RF 113a puede incluir un sensor de temperatura 510 configurado para determinar una temperatura en el
aplicador de al menos parte de la cubierta inferior 526, de un area del cuerpo y/o de una estructura
bioldgica de un paciente. El electrodo de RF situado en el sustrato puede conectarse al elemento de
emparejamiento 136 mediante la reconexion de cables coaxiales. El elemento de emparejamiento 136
se describe adicionalmente respecto a la Figura 24. La Figura 25 también ilustra un marco 506 que
puede usarse para fijar a la cubierta superior 516 y / 0 a la segunda porcién lateral 802 el dispositivo
generador de campo magnético. El marco 506 puede configurarse para eliminar ruidos y vibraciones
durante el tratamiento con imanes.

[0170] Puede disefiarse el aplicador como se muestra en las Figuras 8a-8d ejemplares. Puede usarse
el aplicador 800 segun se ilustra en las Figuras 8a - 8d para el tratamiento del area del cuerpo.

[0171] Se pueden ubicar uno 0 més electrodos de RF en el aplicador 800 entre el dispositivo
generador de campo magnético y el area del cuerpo del paciente. El electrodo de RF puede tener una
forma que coincida al menos parcialmente con una curvatura de la primera parte lateral 801, una
segunda parte lateral 802 y/o una curvatura del area del cuerpo del paciente. El dispositivo generador
de campo magnético puede coincidir al menos parcialmente con una curvatura de la primera parte
lateral 801, la segunda parte lateral 802 y/o una curvatura del area del cuerpo del paciente. El electrodo
de RF y/o el dispositivo generador de campo magnético pueden estar curvados para enfocar y/o ofrecer
una mejor orientacion del tratamiento de RF y/o tratamiento magnético. Puede configurarse la primera
parte lateral 801 para que mantenga la posicién de la extremidad dentro de la primera parte lateral 801
durante el tratamiento. La primera parte lateral 801 puede ofrecer una posicién estable y/o equilibrio
para el &rea del cuerpo tratada. Puede mantenerse la posicién del miembro del paciente en la primera
porcion lateral 801 aunque pueda moverse el miembro por las contracciones musculares. Puede estar
limitados el movimiento lateral y/o la rotacidn de alguna extremidad debido a la primera parte lateral
801 y/o al cinturén 817, de tal manera que la extremidad puede tener una posicion estable. Puede
limitarse el movimiento de rotacidn respecto al aplicador 800 acoplando el aplicador 800 al area del
cuerpo, al menos a parte de la extremidad corporal que se trate con un cinturén. Ademas, cuando se
trate parte del brazo mediante tratamiento magnético y/o de RF, también se puede unir al menos parte
de la extremidad al tronco del paciente para minimizar el movimiento de la extremidad.
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[0172] La segunda parte lateral 802 puede estar ubicada en el lado opuesto del aplicador 800
respecto a la primera parte lateral 801. La segunda parte lateral 802 puede ser sustancialmente plana, o
la segunda parte lateral 802 puede ser al menos parcialmente cdncava y/o convexa. El aplicador 800
puede acoplarse al paciente mediante un mecanismo de posicionamiento, como un cinturén 817, segln
se ilustra en las Figuras 8a 'y 8b.

[0173] La Figura 8a describe un aplicador gue incluye el mecanismo de posicionamiento que puede
fijarse en un espacio 803 de un primer extremo 804 de la primera porcidn lateral 801 y en un espacio
806 de un segundo extremo 805 de la primera porcion lateral 801. Puede abrocharse el mecanismo de
posicionamiento, como el cinturén o correa, o puede ajustarse su longitud mediante un clip 807. El clip
807 puede moverse alrededor del pasador 808 en sentido de o contrario a las manecillas del reloj.
Puede empujarse el clip 807 con un resorte. Opcionalmente, puede bloquearse el clip 807 mediante un
mecanismo de blogueo adecuado 0 mediante cualquier otra forma de restriccién del movimiento. El
clip 807 puede incluir un sujetador 809 en el lado inferior del clip 807 para fijar la longitud correcta del
mecanismo de posicionamiento. El sujetador 809 puede ser un sujetador de velcro, entre otros
sujetadores mecénicos. Puede usarse el acoplamiento del aplicador 800 al cuerpo del paciente como se
describio anteriormente principalmente cuando el &rea del cuerpo del paciente esta unida a la primera
parte lateral 801 del aplicador 800. El electrodo de RF y/o el dispositivo generador de campo
magnético pueden tener una forma que coincida al menos parcialmente con una curvatura de la primera
parte lateral 801. El electrodo de RF y/o el dispositivo generador de campo magnético pueden estar
curvados para enfocar y/o ofrecer una mejor orientacion del tratamiento de RF y/o tratamiento
magnético.

[0174] Las Figuras 8b y 8c muestran un aplicador que incluye el mecanismo de posicionamiento que
puede guiarse perpendicularmente a una curvatura de la primera parte lateral 801 y/o
perpendicularmente a un eje 810 del aplicador. EI mecanismo de posicionamiento puede colocarse o
guiarse a través de una concavidad 815 de y/o debajo, a través de o sobre un mango 812. También
puede guiarse el cinturén 817 en cualquier direccién a través y/o sobre el aplicador 800 para sujetar el
aplicador 800 a la piel del paciente. Acoplar el aplicador 800 al cuerpo del paciente como se describi6
anteriormente puede usarse principalmente cuando el area del cuerpo del paciente estd unida a la
segunda parte lateral 802 del aplicador 800. El electrodo de RF y/o el dispositivo generador de campo
magnético pueden tener una forma que coincida al menos parcialmente con la primera parte lateral
801. El electrodo de RF y/o el dispositivo generador de campo magnético pueden ser planos o estar
curvados para enfocar y/o ofrecer una mejor orientacion del tratamiento de RF y/o tratamiento
magnético.
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[0175] La Figura 8b ilustra la vista superior de un aplicador 800. El aplicador 800 puede incluir un
marcador 813 correspondiente a la ubicacidn del dispositivo generador de campo magnético dentro del
aplicador 800. El marcador 813 puede ubicarse por encima del centro del dispositivo generador de
campo magnético. EI marcador 813 puede permitir al usuario un posicionamiento facil y comodo del
aplicador 800. Se puede usar como marcador 813 cualquier hueco en la superficie del aplicador 800.
Opcionalmente, el marcador 813 puede ser una modificacion superficial diferente de una parte de la
cubierta del aplicador, como un color diferente, una rugosidad diferente, la presencia de una 0 mas
fuentes de luz (por ejemplo, un diodo emisor de luz LED), una curvatura especifica de la carcasa del
aplicador, el logo de la empresa fabricante o de la distribuidora y/u otro. La carcasa del aplicador puede
incluir al menos dos colores. Puede haber un primer color en la carcasa del aplicador sobre el
dispositivo generador de campo magnético para permitir el posicionamiento correcto del aplicador, y el
resto del aplicador puede tener un segundo color que difiera del primer color. El color puede
interpretarse como una pintura que refleje y/o absorba longitudes de onda de luz especificas. De
manera similar al marcador 813, el aplicador puede incluir un segundo marcador que muestre una
ubicacién de al menos un electrodo de RF.

[0176] Como se muestra en las Figuras 8b y 8c, el aplicador puede incluir una salida 811. La salida
811 puede permitir la circulacién del aire en el aplicador 800 y la disipacion del calor generado por uno
0 mas dispositivos generadores de campo magnético y/o electrodos de RF colocados en el aplicador y
suministrados por energia a través de uno 0 mas cables dentro de un tubo de conexién. 814. El tubo de
conexién 814 también puede incluir el conducto de fluido que puede proporcionar o guiar fluido
refrigerante desde la unidad principal 11 al aplicador 800.

[0177] El aplicador 800 puede incluir ademas uno o mas sensores de temperatura 816 como se
muestra, por ejemplo, en la Figura 8c. El sensor de temperatura 816 puede sobresalir de la carcasa del
aplicador 800, por ejemplo, de la superficie de la segunda parte lateral 802 y/o de la primera parte
lateral 801. El sensor de temperatura 816 puede sobresalir de la carcasa del aplicador 800 para crear
una mayor presion en parte del area corporal tratada por el aplicador 800 y para proporcionar una
mejor medicidn de la temperatura de la estructura biologica del area corporal y/o del cuerpo del
paciente.

[0178] Pueden calentarse y/o enfriarse la segunda parte lateral 802 y/o la primera parte lateral 801.
El calentamiento de la segunda parte lateral 802 y/o de la primera parte lateral 801 puede usarse, por
ejemplo, al comienzo del tratamiento para alcanzar antes la temperatura de tratamiento. La temperatura
de tratamiento puede incluir la temperatura del area corporal y/o de la estructura bioldgica que haya
aumentado por la aplicacion de ondas de RF que puedan ser apropiadas para la aplicacion de un campo
magnético.
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Puede usarse enfriamiento o calentamiento por partes del aplicador para mantener una temperatura
constante en la piel del paciente. Ademas, se puede usar enfriamiento o calentamiento por partes del
aplicador para lograr temperaturas de tratamiento mas altas sobre la estructura bioldgica del paciente
maés profundas que 0.5 cm por debajo de la piel del paciente. Puede usarse el enfriamiento de una parte
del aplicador que esté en contacto con el paciente (por ejemplo, la segunda parte lateral 802 y/o la
primera parte lateral 801 del aplicador) para minimizar la sudoracion del paciente. se puede enfriar la
piel del paciente mediante un fluido refrigerante (por ejemplo, aire) que fluya y/o sople desde el
aplicador y/u otra parte del dispositivo de tratamiento. Puede lograrse el enfriamiento de la piel del
paciente mediante difusion térmica entre una parte enfriada del aplicador que entra en contacto con la
piel del paciente y la piel del paciente como tal. Se puede enfriar la parte fria del aplicador mediante el
fluido refrigerante que fluye en el aplicador y/o mediante el elemento Peltier que use el efecto Peltier.
[0179] La sudoracion del paciente puede ser incomoda para el paciente y puede afectar
negativamente la recopilacion de informacidn de retroalimentacion, el contacto con el aplicador y la
piel del paciente y/o provocar una menor adherencia del aplicador a la piel del paciente. Para evitar la
sudoracién de la piel del paciente, se puede utilizar el enfriamiento del area del aplicador de contacto
(por ejemplo, la primera parte lateral 801 y/o la segunda parte lateral 802). La segunda parte lateral 802
y/o la primera parte lateral 801 pueden incluir ranuras 819 que pueden recibir fluido refrigerante a
través de las aberturas 820 del aplicador donde puede fluir el liquido y/o gas (por ejemplo, aire, aceite
0 agua) como se ilustra en la Figura 8d. La primera parte lateral o la segunda parte lateral del aplicador
puede incluir orificios del aplicador o aberturas 820 del aplicador donde puede guiarse el aire del
aplicador 800 para eliminar el calor, la humedad y/o el sudor de la piel del paciente. En las ranuras 819
pueden colocarse los orificios o aberturas. Se pueden utilizar los orificios para suministrar una
sustancia activa al paciente. La parte de contacto del aplicador que esté en contacto con el area del
cuerpo puede incluir un material absorbente de fluidos, como una esponja, material hidréfilo, textil
organico y/o polimérico no tejido, que puede eliminar al menos parcialmente el sudor de la piel del
paciente y/o mejorar la conductividad entre el paciente y el aplicador 800. La reduccion de la
sudoracién del paciente en al menos parte del area corporal tratada puede lograrse mediante la
reduccion de la actividad de las glandulas sudoriparas. La reduccion de la actividad de las glandulas
sudoriparas puede lograrse mediante la aplicacion de un campo magnético pulsado, luz intensa, choque
térmico a través de hipotermia periddica de la piel del paciente mediante la aplicacién de una sustancia
activa sobre y/o al paciente, como tosilato de glicopirronio, y/o mediante otros mecanismos.
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[0180] La Figura 23 ilustra un aplicador ejemplar que incluye una concavidad. El aplicador puede
disefarse de tal forma que la primera parte lateral 801 sea al menos parcialmente convexa. La primera
parte lateral 801 puede tener, opcionalmente, forma de V o de U. El radio de curvatura puede
corresponder con el tamafio de la extremidad del paciente. La segunda parte lateral 802 puede ser
opcional o adicionalmente al menos parcialmente convexa.

[0181] El paciente puede recostarse boca abajo o sentarse sobre un soporte, como una cama, un sofa
o una silla. Puede colocarse un brazo del paciente en la primera parte lateral 801 del aplicador 800. La
primera parte lateral 801 puede estar en contacto directo con el paciente y puede aplicarse un
tratamiento de RF en combinacion con un tratamiento magnético. Ademas, se puede guiar una correa o
cinturon a través de la concavidad 815 para sujetar el aplicador al cuerpo del paciente.

[0182] La primera parte lateral 801 puede tener al menos forma eliptica o circular parcial segun una
seccién transversal vertical, en la que la curvatura total 25 segin la Figura 23 puede definirse como
parte de una elipse o circulo ajustado a una curvatura de al menos parte de la primera parte lateral 801.
La seccion en la que la curvatura de la primera parte lateral 801 que coincida con la elipse o circulo
ajustados puede denominarse la seccion 26. La seccion 26 se define como un angulo 30 entre la linea
28 y lalinea 29. La linea 28 y la linea 29 atraviesan un centro de simetria 27 y los puntos 31y 32
situados en la seccion 26 de mayor distancia segun la parte ajustada de la elipse o circulo que copie la
curvatura del aplicador 800. El centro de simetria 27 es un centro de elipse ajustado y/o circulo
ajustado. El angulo 30 que define la seccion 26 de la primera porcidn lateral 801 puede ser de al menos
5° o estar en un rango de 10° a 270°, 30° a 235°, 45° a 180° 0 60° a 135°. El radio de curvatura de al
menos parte del circulo ajustado a la primera parte lateral 801 puede estar en un rango de 50 mm a
1250 mm, o en el rango de 10 mm a 750 mm, o en el rango de 50 mm a 500 mm, o en el rango de 60
mm a 250 mm. La segunda parte lateral 802 puede estar curvada en al menos parte de su superficie
done la seccién 26 de la segunda parte lateral 802 puede ser de al menos 5° o estar en un rango de 10°
a 270°, 30° a 235°, 45° a 180°, o de 60° a 135°. Ademas, el radio de curvatura de al menos parte del
circulo ajustado a la segunda parte lateral 802 puede estar en un rango de 50 mm a 1250 mm, 10 mm a
750 mm, 50 mm a 500 mm o0 60 mm a 250 mm.

[0183] Uno o més aplicadores y/o dispositivos de tratamiento adicionales pueden incluir un bolo 32,
como se muestra, por ejemplo, en la Figura 23. El bolo 32 puede referirse a una capa de material
ubicada entre el aplicador o electrodo de RF colocado en la superficie del aplicador y el area del cuerpo
o la piel del paciente (incluida la epidermis de la piel o la ropa del paciente). El bolo 32 puede referirse
a una capa de material ubicada entre el electrodo de RF colocado en la superficie del aplicador y el area
del cuerpo o la piel del paciente.
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Ademas, el bolo 32 puede ser una parte independiente del aplicador 800. El bolo 32 se puede unir a la
primera parte lateral 801 y/o a la segunda parte lateral 802 del aplicador 800. El bolo 32 puede ser
extraible y separable del aplicador 800. El bolo 32 se puede acoplar mecanicamente a la primera parte
lateral 801 y/o a la segunda parte lateral 802 del aplicador 800. El bolo 32 puede estar hecho de un
material solido y flexible y/o puede usarse como bolo una composicion de materiales sélidos y
flexibles. El bolo 32 puede incluir un material fluido, como agua, gel o solucion fluida que incluya
particulas ceramicas, metalicas, poliméricas y/u otras encerradas en un saco flexible hecho de material
biocompatible. Se puede perfilar el bolo 32, en el que el grosor del bolo 32 como capa entre el
electrodo de RF y la piel del paciente pueda tener un grosor diferente. EI grosor del bolo 32 puede ser
mayor en un lugar en que la densidad de flujo de energia del tratamiento de RF (incluido el campo de
RF) seria lo suficientemente alta como para crear puntos calientes incomodos y/o una distribucion de
temperatura no homogénea. El bolo 32 permite un calentamiento mas homogéneo de la estructura
bioldgica y minimiza los efectos de los bordes. También pueden minimizarse los efectos de los borde
mediante diferentes propiedades dieléctricas del bolo a través del volumen del bolo y/o el &rea del
mismao. El bolo 32 puede tener un grosor mayor debajo de al menos parte del borde del electrodo de
RF. El espesor del bolo debajo de al menos parte del borde del electrodo de RF puede ser al menos de
5%, 10%, 15% o 20% mayor que el espesor del bolo 32 debajo de al menos parte de un centro del
electrodo de RF en el que no se tienen en cuenta aberturas, cortes y/o salientes. El bolo 32 puede tener
un grosor mayor debajo de al menos parte del electrodo de RF bipolar y/o debajo de al menos parte de
la distancia entre al menos dos electrodos de RF bipolares. El bolo 32 puede ser en dichas ubicaciones
mas grueso en aproximadamente al menos 5%, 10%, 15% o 20% que el grosor del bolo 32, donde la
distancia entre los dos puntos més cercanos de los dos electrodos de RF bipolares diferentes sea al
menos de 5%, 10%, 15% o 20% mas. El bolo 32 también puede mejorar la transferencia de energia del
tratamiento (por ejemplo, del campo magnético y/o campo RF) a al menos una estructura biol6gica y
minimizar la reflexion de energia proporcionando una transicion gradual de propiedades dieléctricas
entre dos interfaces diferentes del aplicador y la estructura biolégica. El bolo 32 puede perfilar o
enfocar el campo de RF y/o el campo magnético para mejorar el efecto del tratamiento y/o generar una
penetracion méas profunda en el tejido del tratamiento.

[0184] El bolo 32 también puede ser un material absorbente de fluidos, como un material de espuma,
material textil o material de gel que suponga una mejor conductividad del medio ambiente entre el
aplicador y el cuerpo del paciente.
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Puede ser Gtil una mejor conductividad de la parte de contacto del aplicador para ajustar mejor la sefial
de RF del tratamiento de RF que se aplique al cuerpo del paciente y/o para recopilar mejor informacién
de retroalimentacion. El bolo 32 puede mediar el contacto conductor entre el electrodo de RF y la piel
0 el area del cuerpo del paciente. Ademas, el bolo 32 puede servir como material dieléctrico o no
conductor que modifique la transferencia de energia al cuerpo del paciente, generando un enfriamiento
de la piel del paciente, eliminando el sudor de la piel del paciente y/o proporcionando calor, como el
caso de calor capacitivo del cuerpo del paciente. El material absorbente de fluido que sirve como bolo
32 también puede proporcionar una mejor conductividad térmica, por lo que la temperatura de la
estructura bioldgica y/o el aplicador puede regularse de forma maés rapida, facil y precisa. El bolo 32
también puede incluir un electrodo de RF adicional para brindar el tratamiento de RF.

[0185] Como se menciond anteriormente, el dispositivo de tratamiento puede incluir uno, dos, tres,
cuatro, seis 0 mas aplicadores y/o dispositivos de tratamiento adicionales que proporcionen el
tratamiento magnético y/o el tratamiento de RF. Cada aplicador, dispositivo de tratamiento adicional
y/o fuente de energia de tratamiento (por ejemplo, el dispositivo generador de campo magnético y/o
electrodo de RF) puede tener su propio circuito de tratamiento para la transferencia de energia, en el
gue cada circuito de tratamiento pueda regularse independientemente sobre cada parametro de la
energia de tratamiento proporcionada por el sistema de control. Cada aplicador, dispositivo de
tratamiento o fuente de energia de tratamiento puede ajustarse y proporcionar tratamiento de forma
independiente y/o pueden ajustarse dos o0 mas aplicadores, fuentes de energia de tratamiento y/o
dispositivos de tratamiento adicionales como grupo, y pueden ajustarse simultaneamente,
sincronicamente y/o pueden cooperar entre si.

[0186] Cuando el dispositivo de tratamiento incluye dos 0 més aplicadores, pueden ir acoplados para
entrar en contacto o estar proximos a diferentes partes del cuerpo. En un ejemplo, el primer aplicador
puede acoplarse para entrar en contacto o estar préximo al glateo izquierdo mientras que el segundo
aplicador puede acoplarse para entrar en contacto o estar proximo al gliteo derecho. En otro ejemplo,
el primer aplicador puede acoplarse para contactar o estar proximo al lado izquierdo del area
abdominal mientras que el segundo aplicador puede acoplarse para contactar o estar préximo al lado
derecho del area abdominal. En otro ejemplo mas, el primer aplicador puede acoplarse para entrar en
contacto o estar proximo al muslo izquierdo mientras que el segundo aplicador puede acoplarse para
estar en contacto o estar proximo al muslo derecho. En un ejemplo mas, el primer aplicador puede
acoplarse para entrar en contacto o estar préximo a la pantorrilla izquierda mientras que el segundo
aplicador puede acoplarse para entrar en contacto o estar proximo a la pantorrilla derecha. La
pluralidad de aplicadores puede ser benéfica para el tratamiento de musculos cooperantes y/o musculos
pares.
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Uno o més aplicadores y/o los dispositivos de tratamiento adicionales pueden incluir el
dispositivo generador de campo magnético (por ejemplo, una bobina magnética) que genere un campo
magnético para un tratamiento magnético. El dispositivo generador de campo magnético puede generar
el campo de RF para el tratamiento de RF. La esencia es que las frecuencias producidas del campo
electromagnético tengan valores muy diferentes. El dispositivo generador de campo magnético puede
producir un vector de campo magnético dominante para el tratamiento magnético durante las
frecuencias mas bajas del campo electromagnético producido. Sin embargo, el dispositivo generador de
campo magnético puede producir un vector de campo electromagnético dominante para el tratamiento
magnético durante frecuencias mas altas de campo electromagnético que puede usarse para el
tratamiento de RF. El dispositivo generador de campo magnético en el dominio del campo
electromagnético de alta frecuencia puede proporcionar un campo de RF similar al campo de RF
proporcionado por el electrodo de RF. Cuando se pueda usar un dispositivo generador de campo
magnético para proporcionar tanto el tratamiento de RF como el tratamiento magnético, la diferencia
entre las frecuencias para el tratamiento de RF y la produccion del tratamiento magnético puede estar
en un rango de 500 kHz a 5 GHz, o de 500 kHz a 2.5 GHz o de 400 kHz a 800 kHz 0 de 2 GHz a 2.5
GHz. Ademas, cuando se utiliza un dispositivo generador de campo magnético para proporcionar tanto
el tratamiento de RF como el tratamiento magnético, las frecuencias para el tratamiento de RF pueden
corresponder con frecuencias en el rango de 100 kHz a 3 GHz, 400 kHz a 900 MHz o0 500 kHz. a 3
GHz.

Uno o més aplicadores y/o dispositivos de tratamiento adicionales pueden incluir uno o méas
electrodos de RF y uno o més dispositivos de generacion de campo magnético, en los que los
electrodos de RF tengan caracteristicas, una estructura y/o disefio diferentes al dispositivo de
generacion de campo magnético. El electrodo de RF puede funcionar como electrodo unipolar,
electrodo monopolar, electrodo bipolar y/o como electrodo multipolar. Se pueden usar uno 0 mas
electrodos de RF para el calentamiento capacitivo y/o inductivo de la estructura bioldgica o del area del
cuerpo.

El aplicador puede incluir dos electrodos de RF bipolares. Los electrodos bipolares pueden
transferir el campo de RF entre dos electrodos de RF bipolares ubicados en al menos un aplicador. Los
electrodos bipolares pueden aumentar la seguridad y la orientacién del tratamiento de RF
proporcionado, en comparacién con los electrodos de tipo monopolar. Los electrodos bipolares pueden
proporcionar un campo electromagnético que pase a través del tejido de un paciente ubicado alrededor
y entre los electrodos de RF, en el que, debido a la adaptacién de impedancia, sea posible evitar la
creacién de ondas electromagnéticas estacionarias sobre el tejido del paciente y evitar lesiones térmicas
no deseadas de tejido no objetivo.
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Ademas, la distancia entre los electrodos bipolares influye en la profundidad de penetracién de la onda
de RF, lo que permite mejorar la orientacion del tratamiento de RF.

[0190] El aplicador puede incluir un electrodo de RF monopolar o mas electrodos monopolares. Los
electrodos monopolares pueden transferir energia de radiofrecuencia entre un electrodo activo y un
electrodo pasivo, donde el electrodo activo puede ser parte del aplicador y el electrodo pasivo con un
area de superficie mayor puede estar ubicado al menos a 5 cm, 10 cm 0 20 cm del aplicador. Como
electrodo pasivo, se puede utilizar un electrodo conectado a tierra. El electrodo conectado a tierra
puede estar en el lado opuesto del cuerpo del paciente al que esta conectado el aplicador.

[0191] El tratamiento magnético puede generarlo el dispositivo generador de campo magnético que
puede estar hecho de un material conductor, como un metal, incluyendo por ejemplo cobre. El
dispositivo generador de campo magnético puede formarse como una bobina de diferente tamafio y
forma. El dispositivo generador de campo magnético puede ser una bobina de multiples devanados en
la que un bucle de la bobina puede incluir uno o varios cables. Puede aislarse un bucle individual de
uno o mas cables de las otras espiras o bucles de uno o0 mas cables. En cuanto a la bobina magnética,
cada bucle de cable puede denominarse vuelta. Ademas, pueden aislarse entre si los cables individuales
en una vuelta o bucle. Puede optimizarse la forma del dispositivo generador de campo magnético
respecto al tamafio y disefio del aplicador. La bobina se puede enrollar para que coincida con al menos
parte de la forma del aplicador de acuerdo con la proyeccion del piso del aplicador. El devanado de la
bobina puede ser al menos parcialmente circular, ovalado y/o puede tener cualquier otra forma que
coincida con la forma del aplicador o una parte del mismo. Se pueden apilar los bucles de bobinado
uno encima del otro, se pueden disponer uno al lado del otro, o el apilamiento del bobinado se puede
combinar uno al lado del otro y encima de otros devanados. La bobina puede ser plana.

[0192] La Figura 9 ilustra una proyeccion en el suelo de un dispositivo 900 de generacién de campo
magnético plano circular ejemplar. El dispositivo 900 de generacion de campo magnético puede
caracterizarse por dimensiones que incluyan un diametro exterior D, un diametro interior d, un radio
interior r y un radio exterior R. El dispositivo 900 de generacidén de campo magnético puede
caracterizarse ademas por las areas Al y A2. El rea A2 puede representar un area de devanado de la
bobina, mientras que Al puede representar un ncleo magnético o un area sin ningn nucleo o
devanados magnéticos.

[0193] El area Al se asociada con las dimensiones r y d. El area Al puede no incluir devanados de la
bobina, y puede llenarse con aire, aceite 0 material polimérico. El area Al puede representar un nicleo
magnético en el que el nicleo magnético puede ser un nacleo de aire.



WO 2020/208590 PCT/1B2020/053427

49
Opcionalmente, el nicleo magnético puede ser un material permeable que tenga una alta saturacion de
campo, como un nucleo sélido de hierro, aleaciones de hierro, acero al silicio laminado, aleaciones de
silicio, metal vitreo, permendur, permalloy, metales en polvo o cerdmica y/u otros materiales.

[0194] El rea A2 esté asociada con las dimensiones del radio exterior R y el didmetro exterior D.

[0195] La dimension del radio interior r puede estar en el rango del 1% al 90% de la dimensién del
radio exterior R, 0 en el rango del 2% al 80% o del 3% al 60% o del 4% al 50%, del 8% al 30%, o del
20% al 40% o del 30% al 50% de la dimension del radio exterior R. Las dimensiones del radio interior
ry del radio exterior R pueden usarse para lograr una forma conveniente del radio generado campo
magnético.

[0196] El didmetro exterior D del dispositivo magnético puede estar en un rango de 30 mm a 250
mm, o de 40 mm a 150 mm, o de 50 mm a 135 mm o de 90 mm a 125 mm, y la dimensién del radio
interior r puede estar en un rango del 1% al 70% o del 1% al 50% o del 30% al 50%, del 5% al 25% o
del 8% al 16% de la dimension del radio exterior R. Por ejemplo, la dimensidn del radio exterior R
puede ser de 50 mm y la dimensidn r puede ser de 5 mm. Puede omitirse el area Al y el dispositivo
generador de campo magnético puede incluir solo el &rea A2 con el devanado de la bobina.

[0197] Como se menciono, el area A2 puede incluir una pluralidad de devanados. Un devanado
puede incluir uno o méas cables. Los devanados pueden estar dispuestos de forma ajustada, y un
devanado puede tocar el devanado adyacente para proporcionar un campo magnético con alta densidad
de flujo magnético. El area de bobinado A2 puede estar en el rango de 4 cm2 a 790 cm.?, de 15 cm? a
600 cm?, de 45 cm? a 450 cm? o de 80 cm? a 300 cm? o de 80 cm? a 150 ¢cm? o de 80 cm? a 130 cm?.

[0198] Opcionalmente, los devanados pueden incluir un espacio entre cada devanado. El espacio
puede estar entre el 0.01% y el 50%, o entre el 0.1% y el 25%, o entre el 0.1% y el 10%, o entre el
0.1% y el 5%, o entre el 0.001% y el 1% de la dimension Rr. Tal construccion puede facilitar el
enfriamiento y el aislamiento del devanado individual del dispositivo generador de campo magnético.
Ademas, puede modificarse la forma del campo magnético generado mediante dicha construccién del
dispositivo generador de campo magnético.

[0199] El cable del devanado de la bobina puede tener un area de seccidn transversal diferente. El
area de la seccion transversal del alambre puede ser mayor en el centro del devanado donde el radio de
enrollamiento de la bobina es menor. Dicha é&rea de la seccidn transversal del alambre puede ser del 2%
al 50%, del 5% al 30% o del 10% al 20% mas grande que el area de la seccion transversal del mismo
alambre medida en la vuelta del devanado exterior del dispositivo generador de campo magnético, en
el que el radio de enrollamiento de la bobina es mayor.
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El area de la seccidn transversal del alambre de enrollamiento del dispositivo generador de campo
magnético puede ser mayor en la vuelta de enrollamiento de la bobina exterior del dispositivo
generador de campo magnético donde es mayor el radio de enrollamiento de la bobina. Dicha area de
seccion transversal del alambre puede ser del 2% al 50%, del 5% al 30% o del 10% al 20% mas grande
que el area de seccion transversal del mismo alambre medida en la vuelta del devanado interior del
dispositivo generador de campo magnético, en el que el radio de enrollamiento de la bobina es menor.

[0200] Pueden usarse los principios y parametros descritos anteriormente para modificar la forma del
campo magnético que se brinda al cuerpo del paciente, proporcionar una estimulacién muscular mas
homogénea y/o dirigida (por ejemplo, una contraccion muscular), reducir la expansion del dispositivo
generador de campo magnético durante el tratamiento y/o aumentar la durabilidad del dispositivo
generador de campo magnético. El dispositivo generador de campo magnético puede expandirse y
contraerse durante la generacion de un campo magnético variable en el tiempo y esto podria dafiar el
dispositivo generador de campo magnético. Las diferentes areas de seccion transversal del material
conductor que se usa (por ejemplo, alambre, franja metélica o con la creacion de bobinado del
dispositivo generador de campo magnético) pueden minimizar el efecto destructivo de expandir y
contraer el dispositivo generador de campo magnético.

[0201] Como se menciond anteriormente, el &rea de la seccion transversal del material conductor que
se usa (por ejemplo, alambre, franja metalica y/o creacion de bobinado del dispositivo generador de
campo magnético) puede variar entre bucles individuales de cableado en un rango de 2% a 50%, o del
5% al 30%, o del 10% al 20% para mejorar la focalizacion del tratamiento magnético proporcionado,
para aumentar la durabilidad del dispositivo generador de campo magnético, para minimizar el
calentamiento del dispositivo generador de campo magnético, y/o por otras razones.

[0202] Ademas, puede no ser constante el apilamiento del cableado y/o la capa de aislamiento y/o la
dilatacién entre los devanados conductores individuales del dispositivo generador de campo magnético
y puede ser diferente segun el area de la seccion transversal del cable, el radio del devanado, la forma
requerida del campo magnético proporcionado y/u otros parametros.

[0203] El grosor 901 del dispositivo 900 de generacion de campo magnético que se muestra en la
Figura 9b puede estar en un rango de 0.3cm a6 cm, 0 de 0.5cma5cm, ode 1 cm a 3 cm desde la
vista lateral del aplicador.

[0204] Una superficie total de la superficie del dispositivo generador de campo magnético de
acuerdo con la proyeccidn del piso del aplicador, es decir, el area A1 + A2, puede estar en un rango de
5 c¢cm? a 800 cm?, 10 cm? a 400 cm?, 20 cm? a 300 cm? 0 50 cm? a 150 cm?.
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[0205] La proporcion del area Al y del area de devanado A2 puede estar en un rango de 0.01a 0.8, 0
0.02a0.500.1a0.3segun la proyeccion del piso del aplicador. La relacién entre el area de devanado
A2 del dispositivo generador de campo magnético y el &rea de los electrodos de RF que se ubican en el
mismo aplicador de acuerdo con la proyeccion del piso del aplicador puede estar en un rango de 0.01 a
4,005a3,005a2,03a1,0de0.2a0,50de0.6al1,7,0de0.8al15 0de09al.2.

[0206] Las Figuras 10a-10g muestran la ubicacién de uno o mas electrodos de RF 101 respecto a al
menos un dispositivo generador de campo magnético 900 en un aplicador 800. La ubicacidon de los
electrodos de RF 101, 102 y/o del dispositivo generador de campo magnético 900 pueden influir de
manera crucial en la eficacia y la orientacion de las fuentes de energia del tratamiento. Pueden ubicarse
dentro del aplicador los electrodos de RF y el dispositivo generador de campo magnético.

[0207] Pueden estar ubicados uno o més electrodos de RF 101, 102 dentro del aplicador 800, como
se ilustra en las Figuras 10a, 10b, 10d, 10e, 10f, 10g y/o fuera del aplicador 800, como se ilustra en la
Figura 10c.

[0208] Como se muestra en las Figuras. 10a-10e y 10g, puede estar al menos un electrodo de RF en

al menos una superposicion parcial con el &rea A2 o Al de al menos un dispositivo generador de campo
magnético segun la proyeccidn del piso del aplicador. Dicha disposicion puede permitir el mejor efecto
sinérgico de los tratamientos magnéticos y de RF, mejorar la homogeneidad del calentamiento del
tejido mediante el tratamiento de RF, mejorar la orientacién del tratamiento magnético y de RF y
también minimizar el riesgo para la salud.

[0209] La Figura 10a ilustra una vista lateral del aplicador que incluye al menos un dispositivo de
electrodos RF y generador de un campo magnético. El aplicador mostrado puede incluir al menos un
electrodo de RF 101 que puede estar ubicado debajo del dispositivo generador de campo magnético
900 del aplicador 800. La Figura 10b ilustra una vista superior del mismo tipo de aplicador que incluye
un dispositivo de electrodos RF y generador de un campo magnético. Como se muestra en las Figuras
10ay 10b, puede ser muy delgado el al menos un electrodo de RF 101para reducir los efectos fisicos
no deseados causados por el campo magnético variable en el tiempo. La Figura 10b ilustra que el al
menos un electrodo de RF 101 puede quedar casi completamente superpuesto con el dispositivo
generador de campo magnético 900.

[0210] La Figura 10c ilustra otro aplicador ejemplar que incluye al menos un dispositivo de
electrodos RF y generador de un campo magnético. Segun la Figura 10c, el al menos un electrodo de
RF 101 puede estar ubicado fuera del aplicador 800, como sobre o adyacente a una superficie exterior
del aplicador 800.
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El electrodo de RF fuera del aplicador puede tener un mejor aislamiento del dispositivo generador de
campo magnético y/o de otros elementos conductores que irradian un campo electromagnético desde el
aplicador. Un mejor aislamiento puede disminuir la influencia de los efectos fisicos no deseados
inducidos en al menos un electrodo de RF 101 mediante la radiacion de un campo electromagnético y/o
un campo magnético variable en el tiempo. También pueden tener un mejor contacto con el cuerpo del
paciente uno o mas electrodos de RF 101 situados fuera del aplicador como se ilustra en la Figura 10c
y, por lo tanto, se puede mejorar el funcionamiento del elemento eléctrico de sintonizacion del circuito
de RF. Ademas, se puede mejorar la transferencia del tratamiento de RF a al menos la estructura
bioldgica objetivo del paciente.

[0211] La Figura 10d ilustra otro aplicador ejemplar que incluye al menos un electrodo de RF y un
dispositivo generador de campo magnético. Se puede colocar el al menos un electrodo de RF 101
debajo del dispositivo generador de campo magnético 900. El aplicador 800 también puede incluir al
menos otro electrodo de RF 102 ubicado por encima del dispositivo de generacion de campo magnético
900, en el que pueden colocarse en un aplicador 800 tanto el electrodo de RF como el dispositivo de
generacion de campo magnético. La primera parte lateral 801 que tiene curvado al menos un electrodo
de RF 102 en la proximidad o en su superficie puede usarse para tratar un area curvada del cuerpo (por
ejemplo, al menos parte de los muslos, caderas, cuello y/o brazos). Puede usarse la segunda parte
lateral 802 con al menos un electrodo de RF plano 101 en las proximidades o en su superficie para
tratar el area del cuerpo donde sera méas adecuado el lado plano o casi plano del aplicador, como el area
del abdomen o la nalga.

[0212] La Figura 10e muestra una vista lateral frontal de un aplicador 800 similar al de la Figura
10d. La Figura 10e ilustra que el electrodo de RF 101 puede ser de hecho dos electrodos 101a y 101b.
Los electrodos 101a y 101b pueden ser electrodos bipolares. Por lo tanto, el aplicador puede incluir dos
electrodos bipolares 101a y 101b debajo del dispositivo 900 de generacién de campo magnético.

[0213] La Figura 10f ilustra otro aplicador 800 ejemplar que incluye al menos un dispositivo de
electrodos RF y generador de campo magnético. El aplicador puede incluir uno o mas electrodos de RF
101 que pueden tener una superposicion minima o nula con al menos un dispositivo generador de
campo magnético 900 de acuerdo con la proyeccion del piso del aplicador. El aplicador puede incluir
dos electrodos de RF 101 que no tengan o tengan una superposicién minima con el dispositivo
generador de campo magnético.

[0214] La Figura I0g ilustra otro aplicador 800 ejemplar que incluye al menos un dispositivo de
electrodos RF y generador de campo magnético. El aplicador puede incluir al menos un electrodo de
RF 101 ubicado por encima del dispositivo generador de campo magnético 900.
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El calor que genera el electrodo de RF colocado encima del dispositivo generador de campo magnético
puede también alcanzar al propio dispositivo generador de campo magnético.

[0215] Pueden ponerse en contacto con el paciente uno o mas electrodos de RF colocados en un
aplicador y/o mas de los aplicadores 800. Ademas, pueden quedar separados del paciente uno 0 méas
electrodos de RF y/o aplicadores mediante un espacio de aire, bolo, material dieléctrico, material
aislante, gel y/u otro material.

[0216] Pueden quedar separados entre si uno o mas electrodos de RF 101, 102 y/o dispositivos
generadores de campo magnético 900 dentro de un aplicador gracias a un espacio de aire, un material
de una placa de circuito impreso, aislante, fluido refrigerante y/u otro material. La distancia entre la
parte conductora mas cercana del dispositivo generador de campo magnético y del electrodo de RF mas
cercano puede estar en un rango de 0.1 mma 100 mmo O0.5mma50 mmolmma50 mmo2 mma
30 mm o0 0.5 mma 15 mm o de 0.5 mm a5 mm. También puede hacerse el espacio entre el dispositivo
generador de campo magnético y el electrodo de RF en forma de una barrera aislante que separe un
circuito de RF de un circuito magnético y evite afectar un circuito de tratamiento o fuente de energia de
tratamiento mediante otro circuito de tratamiento u otra fuente de energia de tratamiento. El dispositivo
generador de campo magnético que se coloca mas cerca del cuerpo del paciente puede estimular y
proporcionar el efecto del tratamiento a al menos parte de al menos una estructura bioldgica objetivo
de manera mas efectiva y profunda que el dispositivo generador de campo magnético que se encuentre
a una distancia mayor del cuerpo del paciente.

[0217] Pueden enfriarse durante el tratamiento el dispositivo generador de campo magnético y/o uno
0 mas electrodos de RF incluidos en o sobre el aplicador. El enfriamiento del dispositivo generador de
campo magnético y/o uno o més electrodos de RF puede lograrse mediante un elemento con base en el
efecto Peltier y/o mediante el flujo de un fluido refrigerante, como aire, agua, aceite y/o un fluido
dentro del aplicador o en las proximidades del aplicador. El fluido refrigerante puede fluir o guiarse
alrededor de uno o mas dispositivos generadores de campo magnético, uno o mas electrodos de RF,
entre el dispositivo de generacion de campo magnético y al menos parte de al menos un electrodo de
RF. El fluido refrigerante puede fluir solo en la parte superior y/o inferior del dispositivo generador de
campo magnético. El fluido refrigerante puede ser un fluido, como un gas, aceite, agua y/o un liquido.
El fluido refrigerante se puede suministrar al aplicador desde la unidad principal donde se puede
templar el fluido refrigerante. El fluido refrigerante se puede suministrar al aplicador y a la proximidad
del dispositivo generador de campo magnético y/o electrodo de RF.
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El fluido refrigerante se puede suministrar al aplicador conectando un tubo que se acople a la unidad
principal. El tubo de conexion puede incluir el conducto de fluido, que puede servir como camino para
el fluido refrigerante entre el aplicador y la unidad principal.

[0218] La unidad principal puede incluir uno o mas tanques de enfriamiento donde pueda
almacenarse y/o enfriarse el fluido de enfriamiento. Cada tanque de enfriamiento puede incluir una o
més bombas, en donde la bomba puede hacer fluir fluido de enfriamiento a un aplicador.
Opcionalmente, una bomba puede proporcionar flujo del fluido refrigerante a una pluralidad de
aplicadores (por ejemplo, dos aplicadores). Ademas, la unidad principal puede incluir un tanque de
enfriamiento que almacene y/o enfrie el fluido de enfriamiento para el aplicador respectivo o la
pluralidad de aplicadores. Por ejemplo, cuando el dispositivo de tratamiento incluye dos aplicadores, la
unidad principal puede incluir un tanque de enfriamiento que proporcione el fluido de enfriamiento en
ambos aplicadores. En otro ejemplo, cuando el dispositivo de tratamiento incluye dos aplicadores, la
unidad principal puede incluir dos tanques de enfriamiento que generen el enfriamiento del fluido de
enfriamiento. Cada tanque de enfriamiento puede enfriar el fluido de enfriamiento de algln aplicador
en particular, ya sea de forma sincronica o independiente. El tanque de enfriamiento o el conducto de
fluido pueden incluir un sensor de temperatura para medir la temperatura del fluido de enfriamiento.

[0219] El conducto de fluido puede ser un tubo de plastico. El tubo de plastico puede pasar del
tanque de enfriamiento al aplicador y luego de regreso al tangque de enfriamiento. Cuando el dispositivo
de tratamiento incluya, por ejemplo, dos aplicadores, el conducto de fluido puede conducir desde el
tanque de enfriamiento a un aplicador y luego volver al tanque de enfriamiento, mientras que el
segundo conducto de fluido puede conducir desde el mismo tanque de enfriamiento o uno diferente al
segundo aplicador y luego volver al tanque de enfriamiento. Sin embargo, el conducto de fluido puede
ir del tanque de enfriamiento al primer aplicador, luego al segundo aplicador y finalmente al tanque de
enfriamiento.

[0220] Cuando se coloque el electrodo de RF en la proximidad del dispositivo generador de campo
magnético, el campo magnético variable en el tiempo generado por el dispositivo generador de campo
magnético puede inducir efectos fisicos no deseados sobre el electrodo de RF. Los efectos fisicos no
deseados inducidos por un campo magnético variable en el tiempo pueden incluir, por ejemplo, la
induccidn de corrientes parésitas, el sobrecalentamiento del electrodo de RF, un efecto sobre la piel y/o
causar otros efectos eléctricos y/o electromagnéticos como un cambio de fase sobre el electrodo de RF.
Dichos efectos fisicos no deseados pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo de
tratamiento, pérdida de energia, disminucion del efecto del tratamiento, aumento del consumo de
energia, sobrecalentamiento de al menos la parte del aplicador, por ejemplo, del electrodo de RF,
recopilacion de informacion de retroalimentacion falsa, mal funcionamiento del ajuste de sefial que se
proporciona al electrodo de RF y/u otros efectos no deseados.

[0221] La invencidn descrita proporciona opciones, métodos o disefios de como prevenir y/o
minimizar uno o mas efectos fisicos no deseados inducidos por el campo magnético sobre el electrodo
de RF.
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Los mismos métodos o disefios de opciones pueden ayudar a minimizar el blindaje del campo
magnético mediante el electrodo de RF. Una opcidn puede incluir la disposicion del electrodo de RF en
una superposicion minima o nula con el dispositivo generador de campo magnético de acuerdo con la
proyeccion del piso del aplicador. Otra opcidn puede incluir un electrodo de RF de disefio especial
como se describe a continuacién. Otra opcion mas puede incluir la reduccién del espesor del electrodo
de RF. Otra opcién mas puede incluir contar con el electrodo de RF a partir de un material conductor
que reduzca la induccién de efectos fisicos no deseados y el calentamiento del electrodo de RF. Pueden
utilizar al menos una de estas opciones, al menos dos opciones y/o una combinacion de estas opciones
Yy Su caracterizacion segun se describe a continuacion, uno o mas electrodos de RF que brinden energia
de RF durante el tratamiento mediante el dispositivo de tratamiento descrito.

[0222] Una opcion para minimizar o eliminar los efectos fisicos no deseados inducidos en el
electrodo de RF por parte de un campo magnético puede incluir la disposicion del electrodo de RF en
una superposicion minima o nula con el dispositivo generador de campo magnético de acuerdo con la
proyeccién del suelo del aplicador.

[0223] La Figura 11 ilustra un ejemplo en el que el electrodo de RF 101a puede estar ubicado
debajo, al lado y/o encima del dispositivo de generacion de campo magnético 900 y no tenga una
superposicion o tenga una superposicion minima con el dispositivo de generacién de campo magnético
900 de acuerdo con la proyeccion del piso del aplicador. Como se muestra en la Figura 11, el electrodo
101a puede estar ubicado fuera del area A2.

[0224] La Figura 12 ilustra otro aplicador ejemplar que incluye un dispositivo generador de campo
magnético y uno o mas electrodos de RF. El aplicador 800 puede incluir dos electrodos de RF 101ay
101b separados por un espacio 113. Dos electrodos de RF 101a y/o 101b pueden estar superpuestos al
menos parcialmente 112 con el area de devanado A2 y/o el area Al del dispositivo generador de campo
magnético 900 de acuerdo con la proyeccidn del piso del aplicador. La superposicion parcial 112 esta
representada por un area rayada en la Figura 12. La proyeccion del suelo puede estar representada por
una imagen del aplicador 800 tomada desde la parte inferior del aplicador por rayos X. Tal
superposicion parcial 112 puede estar en un rango de 1% a 100%, o de 1% a 99%, o de 1% a 70%, o de
5% a 50%, o de 5% a 40%, o del 10% al 30%, o del 25% al 100%, o del 10% al 100%, o del 30% al
95%, 0 del 40% al 100%, o del 70% al 100%, o del 80% al 95% o del 30 al 70% del &rea de un
electrodo de RF segun la proyeccion del piso del aplicador. La superposicidn de dos areas puede
referirse a una proporcion entre estas dos areas diferentes.
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[0225] Pueden estar ubicados uno 0 mas sensores de temperatura 816a entre los electrodos de RF
bipolares 101a, 101b como se ilustra en la Figura 12. Pueden estar rodeados uno 0 méas sensores de
temperatura 816a al menos parcialmente por al menos un electrodo de RF 101ay 101b de acuerdo con
la proyeccion del piso del aplicador, segun se ilustra con los sensores de temperatura 816a de la Figura
12. La mayor cantidad de energia de RF puede fluir entre los electrodos bipolares 101ay 101b. Por lo
tanto, un volumen del area del cuerpo o del tejido tratado entre o directamente debajo de los electrodos
bipolares puede tener la temperatura mas alta y debe medirse como una temperatura real o una
referencia de temperatura a una temperatura predeterminada. Sin embargo, el sensor de temperatura
puede colocarse dentro del aplicador o en la superficie del aplicador.

[0226] Una forma caracteristica del electrodo de RF puede crear una distribucion de temperatura no
homogénea del calor durante el tratamiento. Puede ser util colocar el sensor de temperatura 816b de
manera que no esté ubicado entre los electrodos bipolares de RF 101a, 101b de tal manera que el
sensor de temperatura no esté rodeado por los electrodos bipolares 101a, 101b. El sensor de
temperatura puede colocarse dentro del aplicador o en la superficie del aplicador. Ademas, el sensor de
temperatura 816¢ puede estar ubicado debajo del electrodo de RF. Puede fabricarse del mismo material
que la primera parte lateral 801 y/o la segunda parte lateral 802, el material de la primera parte lateral
801 y/o la segunda parte lateral 802 que cubre al menos parte del sensor de temperatura 816 (por
ejemplo, 816a, 816b u 816¢) y que esta en contacto con el cuerpo del paciente. Sin embargo, el
material de la primera parte lateral 801 o la segunda parte lateral 802 que cubre el sensor de
temperatura 816 puede ser de un material diferente al resto de la primera parte lateral 801 o la segunda
parte lateral 802, como un material con una conductividad térmica mas alta, por ejemplo, cerdmica,
titanio, aluminio u otro material metélico o aleacion. El sensor de temperatura 816 puede ser un
termistor. Puede fijarse o acoplarse el sensor de temperatura 816 (por ejemplo, 816a, 816b u 816¢) a la
primera parte lateral 801 y/o la segunda parte lateral 802 mediante un material conductor térmico,
como una capa de epoxi térmico, con buena conductividad térmica. La conexion de cables entre el
sensor de temperatura 816 y el resto del dispositivo de tratamiento puede estar representada por uno,
dos 0 més cables conductores con un didmetro en un rango de 0.05 mm a 3 mm, o de 0.01 mma 1 mm,
0 de 0.1 mm a 0.5 mm. Puede ser ventajosa la conexion por cable que incluye un cable conductor con
el diametro descrito debido a la minimizacion de la transferencia térmica entre el cable y el sensor de
temperatura 816. La conexidn del cable al sensor de temperatura 816 puede tener una conductividad
térmica en un rango de 5 W-mt K!'a320 WmtK? o6 Wmt K'a230 Wm™ K2 06 Wm? K?
a 160 Wm™ K% 020 Wm™* K*a110 Wm™ K* 045Wm™ K*a100 Wm*K™, 0 50 Wm™ K*a
95 Wm™K™.
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Un material de conexion de cables puede ser, por ejemplo, niquel, monel, platino, osmio, niobio,
potasio, acero, germanio, aluminio, cobalto, magnesio, cobre y/o sus aleaciones. Puede aislarse
térmicamente al menos parte de la conexion de cables conectada al sensor de temperatura 816 mediante
un revestimiento o blindaje, como mediante un tubo de goma. El sensor de temperatura 816 puede ser
un sensor de temperatura 6ptico, como un termosensor de infrarrojos IR, que puede ser parte del
aplicador y/o de la unidad principal. Durante el tratamiento, se puede colocar en contacto el sensor
Optico de temperatura con la piel del paciente o enunrangode 0.1 cma3cm,o0de0.2cma2cmde la
piel del paciente. El sensor de temperatura Optico puede recopilar informacion de la piel del paciente a
través del cable dptico.

[0227] Pueden proporcionar un efecto sinérgico del tratamiento magnético y del tratamiento de RF
uno o mas electrodos de RF ubicados con al menos una superposicion parcial debajo del dispositivo
generador de campo magnético. Se puede generar un resultado de tratamiento mas fuerte o intenso con
electrodos de RF ubicados con al menos una superposicién parcial debajo del dispositivo generador de
campo magnético. En tal configuracion, el campo de RF generado y el campo magnético de las fuentes
de energia del tratamiento pueden dirigirse a la misma area del cuerpo y/o estructuras biolégicas
objetivo. Esto puede resultar en un mejor calentamiento de los muasculos estimulados y los tejidos
adyacentes, una mejor supresion de la sensacion incobmoda causada por la estimulacion muscular (p. ej.
una contraccion muscular), una mejor regeneracion después del tratamiento y/o una mejor prevencion
de paniculitis y otras lesiones tisulares.

[0228] Otra opcidn para minimizar o eliminar los efectos fisicos no deseados inducidos en el
electrodo de RF por el campo magnético puede incluir un disefio especial del electrodo de RF.
[0229] Pueden minimizarse o eliminarse es parte de la invencion que los efectos fisicos no deseados

inducidos por el campo magnético en el electrodo de RF colocado en la proximidad o al menos una
superposicion parcial con el dispositivo generador de campo magnético alin mas mediante el uso de un
electrodo de RF segmentado. El electrodo de RF segmentado puede comprender aberturas, cortes y/o
salientes. Las areas de aberturas y/o recortes pueden lograrse con aire, un material dieléctrico y/u otro
material eléctricamente aislante. El electrodo puede comprender varios salientes. La pluralidad de
aberturas y/o cortes puede ser visible desde la proyeccion del suelo de dicho electrodo. Otro parametro
que minimiza o elimina la presencia de efectos fisicos no deseados puede ser el grosor del electrodo de
RF.
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Si es delgado algin material conductor del electrodo de RF y un area del electrodo de RF esta al menos
parcialmente separada mediante un aislante, pueden ser muy pequefios los bucles de corrientes
parasitas inducidas por el campo magnético y, por lo tanto, se minimiza la induccion en tales areas.

[0230] El electrodo de RF puede incluir una o méas aberturas o cortes que pueden segmentar el area
conductora del electrodo de RF y/o el perimetro del electrodo de RF. Por lo tanto, se segmenta el
electrodo de RF en comparacion con el electrodo normal mediante la rotura del area de la superficie (es
decir, un electrodo sin aberturas o cortes). Pueden ser asimétricas las dos o0 méas aberturas o cortes del
electrodo de RF. La o las aberturas y los cortes pueden tener, por ejemplo, forma rectangular o circular.
Una abertura puede ser cualquier agujero y/o abertura en el area del electrodo del electrodo de RF de
acuerdo con la proyeccidn del piso del aplicador. Las aberturas y/o cortes pueden tener forma regular,
irregular, simétrica y/o asimétrica. Las aberturas y/o cortes se pueden llenar, por ejemplo, con aire, con
un material aislante dieléctrico y/u otro material (por ejemplo, el material dieléctrico de una placa de
circuito). Cuando el electrodo de RF incluye dos o0 mas aberturas o cortes, las aberturas o cortes pueden
tener el mismo punto de simetria y/o linea de simetria. La distancia entre los dos puntos mas cercanos
ubicados en los bordes de dos aberturas y cortes diferentes del electrodo de RF puede estar en un rango
de 0.1 mma50mmode0.1 mmal5mmode0.1 mmal0mmode0.1 mma8mm. Cuando el
electrodo de RF esta al menos parcialmente superpuesto con el dispositivo generador de campo
magnético, el electrodo RF puede incluir aberturas y cortes mas grandes en parte de la superficie
conductora, que esta mas cerca del centro del dispositivo generador de campo magnético.

[0231] La Figura 13a ilustra un electrodo de RF ejemplar en el que el electrodo de RF 101 incluye
un &rea de electrodo 119a y define una o0 mas aberturas 117 en el area conductora del electrodo de RF.
Las aberturas 117 pueden ser ranuras alargadas que tengan forma rectangular. Una abertura 117 puede
ser paralela a otras aberturas.

[0232] La Figura 13b ilustra otro electrodo de RF ejemplar en el que el electrodo de RF 101 incluye
un area de electrodo 119a y una 0 mas aberturas 117a'y 117b en el area conductora del electrodo de
RF. Las aberturas 117a no son paralelas a las aberturas 117b.

[0233] La Figura 13c ilustra otro electrodo de RF ejemplar en el que el electrodo de RF 101 incluye
un area de electrodo 119a y una combinacion de una o mas aberturas 117 en el area conductora del
electrodo de RF, un corte 115 en el area conductora y un saliente 114 del electrodo de RF.

[0234] La Figura 13d ilustra otro electrodo de RF ejemplar en el que el electrodo de RF 101 incluye
una combinacion de una o mas aberturas 117 en el area conductora y los cortes 115 en el area de
electrodos.
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Las lineas representan una linea delgada (por ejemplo, un solo cable) del area del electrodo 119a del
electrodo de RF. El electrodo de RF puede ser una rejilla de cables conductores o una malla de cables
conductores. El saliente 114 puede definir uno o0 més cortes 115 en un perimetro del electrodo.

[0235] La Figura 13e ilustra otro electrodo de RF ejemplar con salientes y cortes. El electrodo de RF
101 tiene un area de electrodos 119a, una longitud de borde 119b y una pluralidad de salientes
ilustrados como N#. Los salientes pueden definir cortes salientes (por ejemplo, el corte 115 en el que el
corte puede ser una abertura o espacio). El electrodo de RF 101 puede incluir al menos dos, tres o cinco
salientes 114 (por ejemplo, 114a, 114b) o méas. Los salientes 114 pueden estar separados entre si
mediante un corte 115. De manera similar, el electrodo de RF 101 puede incluir uno, dos, tres 0 mas
cortes de salientes. Pueden colocarse generalmente paralelos entre si un primer saliente 114ay un
segundo saliente 114b de la pluralidad de salientes. Los salientes 114 pueden estar espaciados a un
intervalo fijo y pueden colocarse de manera regular. Los salientes 114a, 114b pueden tener forma de
varillas o pasadores con una forma generalmente lineal. Los salientes 114ay 114b pueden estar hechos
de un material conductor. El corte 115 se puede llenar con aire, material dieléctrico u otro material
eléctricamente aislante. La distancia entre los salientes es tal que puede estar inscrito hipotéticamente
al menos un circulo 118a en el corte 115 y entre los dos salientes 114ay 114b. El al menos un circulo
118a puede tener un didmetro en un rango de 0.001 a 30 mm o de 0.005 mm a 15 mm, o de 0.01 mm a
10 mmo de 0.01 mma8 mmode 0.0l mma7 mm, ode0.01 mm.a5 mmode0.0l mma3mmode
0.01 mm a 2 mm, donde cada circulo puede tener al menos un punto tangencial ubicado en el primer
saliente 114ay al menos un punto tangencial ubicado en el segundo saliente 114b. Cada circulo 118a
puede tener diferentes puntos tangenciales. El corte 115 puede ser simétrico y/o asimétrico a lo largo
de su longitud. El corte 115 puede crear una distancia constante entre los salientes 114ay 114b. La
distancia entre los salientes 114a y 114b puede no ser constante a lo largo de los salientes. La distancia
mas pequefia entre los dos salientes 114a, 114b mas cercanos puede presentarse mediante una longitud
creciente de los salientes que aumenten o disminuyan.

[0236] Los salientes 114 o los cortes 115 pueden tener forma simétrica, asimétrica, irregular y/o
regular. El tamafio, la forma y/o la simetria de los salientes 114 individuales pueden ser iguales y/o
diferentes a través del electrodo 101 de RF. Por ejemplo, cada saliente 114 puede tener la misma
forma, las mismas dimensiones y/o simetria.



WO 2020/208590 PCT/1B2020/053427

60

[0237] Los salientes 114 pueden caracterizarse por el circulo 118b hipotéticamente inscrito
directamente en el saliente. El circulo hipotéticamente inscrito 118b al saliente 114 puede tener un
didmetro en un rango de 0.001 mm a 30 mm, o de 0.01 mm a 15 mm, o de 0.2 mm a 10 mm, o de 0.2
mm a7 mm o de 0.1 a3 mm. mm. El circulo hipotéticamente inscrito no puede cruzar el borde del
saliente en el que esta inscrito. La densidad de flujo magnético B medida en al menos parte del area de
superficie del electrodo de RF puede estarenunrangode 0.1 Ta5T,oenunrangode0.2Ta4 T, o0
enunrangode0.3Ta3T,0de05Tab5T,o0enelintervalode0.7Ta4T,oenelintervalode1 T a
3 T. Puede medirse durante el tratamiento la densidad de flujo magnético B medida en al menos parte
del area superficial del electrodo de RF. El area de la superficie del electrodo de RF puede incluir el
area de la superficie conductora del electrodo de RF.

[0238] El nimero de salientes N # incluido en un electrodo de RF significa el mayor nimero posible
de areas conductoras aisladas eléctricamente entre si que puedan crearse entre y/o mediante dos cortes
111 paralelos a través de la superficie del electrodo de RF. La distancia entre los dos cortes 111
paralelos puede estar en un rango de 1 mm a 50 mm o de 2 mm a 35 o0 de 5 mm a 20 mm. El nimero de
protuberancias N# puede estar en el rango de 5 a 1000, o de 10 a 600, o de 20 a 400, o de 50 a 400, 0
de 100 a 400 o de 15 a 200, o de 30 a 100, o de 40 a 150, o de 25 a 75.

[0239] El nimero total de salientes en un electrodo de RF independientemente de los cortes paralelos
111 puede estar en el rango de 5 a 1000, o de 10 a 600, o de 20 a 400, o de 50 a 400, o de 100 a 400 o
de 15 a 200, o de 30 a 100, o de 40 a 150, o de 25 a 140.

[0240] El nimero total de aberturas o cortes en un electrodo de RF independientemente de los cortes
paralelos 111 puede estar en el rango de 5 a 1000, o de 10 a 600, o de 20 a 400, o de 50 a 400, o de 100
a 400, o de 15 a 200, o de 30 a 100, o de 40 a 150, o de 25 a 140.

[0241] El nimero de aberturas, cortes y/o salientes en un electrodo de RF ubicado debajo de la
bobina, incluido su nicleo, puede estar en un rango de 5 a 1000, o de 10 a 600, o de 20 a 400, 0 de 50 a
400, o de 100 a 400 o de 15 a 200, o de 30 a 100, o de 40 a 150, o de 25 a 140.

[0242] El nimero de salientes individuales incluidos en un electrodo de RF puede estar en el rango
de 128000 0de2a80000de5a80000de3a50000de5a10000de5a5000de10a5000de5a
220 o0 de 10 a 100 en el area de tamafio 2 cm multiplicado por 1 cm.
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[0243] La densidad de flujo magnético B y/o la amplitud de la densidad de flujo magnético medida
en al menos parte del electrodo de RF 101 puede estar enunrangode 0.1 Ta5T,02Ta4T,03Ta3
T,0,7Tab5T,1Ta4T,015Ta3T durante el tratamiento. El electrodo puede estar definido por una
densidad de saliente p, de acuerdo con la Ecuacion 1,

Ecuacion 1: Pp =

donde n simboliza una serie de salientes que se cruzan con una linea de fuerza de campo magnético de
densidad de flujo magnético B [T] y I [cm] simboliza una longitud de interseccidon de la linea de fuerza
del campo magnético debido a estos salientes. La longitud | puede tener al menos 1 cm de largo y la
linea de fuerza del campo magnético puede tener una densidad de flujo magnético B [T] de al menos
0.3 T 00.7T. Ladensidad del saliente segun el dispositivo de tratamiento puede estar en al menos
parte del electrodo de RF en un rango de 0.3 cm™ T*a72cm™ T, 0de 0.4 cm™ Tta10cm™ T, o
de04cmtTra7em™*TY ode05ecm*Tra6em® T 0de0.8cm*T a5.2cm? . T

[0244] Los salientes pueden ser mas anchos (es decir, pueden tener un mayor espesor) donde la
densidad de flujo magnético es menor y mas delgada donde es mayor la densidad de flujo magnético.
Ademés, la densidad de saliente p, puede ser mayor cuando es mayor la densidad de flujo magnético.

[0245] El area de electrodos de uno o mas electrodos de RF en un aplicador o un dispositivo de
tratamiento adicional puede estar en un rango de 1 cm? a 2500 cm?o 25 cm? a 800 cm?0 30 cm? a 600
cm?0 30 cm? a 400 cm?, o de 50 cm? a 300 cm?, o de 40 cm? a 200 cm? seguin la proyeccion del piso del
aplicador.

[0246] El electrodo de RF puede tener una proporcién de bordes. La proporcién de bordes se puede
definir como la relacion entre la circunferencia y el area de electrodos. En la Figura 13e se muestra un
ejemplo de proporcidn de bordes, donde la circunferencia se puede representar como la longitud del
borde 119b y el area de electrodos de RF esta representada por el area de electrodos 119a del electrodo
de RF segln la proyeccion del piso del aplicador. El area de electrodos 119a es el area del electrodo de
RF sin cables que suministren a los electrodos de RF y sin la suma de la circunferencia de todas las
aberturas y/o cortes. La longitud del borde 119b es la suma de la circunferencia del electrodo y todas
las circunferencias de las aberturas inscritas dentro del electrodo, si las hubiera. La proporcién de
bordes del electrodo de RF puede estar en un rango de 150 m™ a 20000 m™ o de 200 m™ a 10000 m* o
de 200 m™ a 4000 m™ o de 300 m™ a 10000 m™ o de 300 m™ a 4000 m™ o de 500 m™ a 4000 m™ o de
10 m™a 20000 m™ o de 20 m™ a 10000 m™ o de 30 m™* a 5000 m™ .
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Segun la proyeccion del piso del aplicador, al menos un electrodo de RF puede tener una
relacion de borde en un rango de 150 m™ a 20000 m™ o de 250 m™ a 10000 m™ o de 200 m™ a 4000 m™*
0 de 300 m™ a 1000 m? o de 400 m™ a 4000 m™ o de 400 m™ a 1200 m™ o de 500 m™ a 2000 m™ 0 10
m™a 20000 m?* o020 m*a 10000 m* 030 m*a5000 m*en lugares donde una densidad de flujo
magnético B en al menos parte de la superficie del electrodo de RF puede estar enunrangode 0.1 T a
7T,0de0.3Ta5T,0de0.5a3T,0de0.5Ta7T,oenunrangode 0.7 Ta5T, 0enunrangodel
T a4 T. Con el aumento de la densidad de flujo magnético B a través del area del electrodo de RF
puede haber una relacién de borde aumentada.

Puede denominarse relacién de carga la proporcion entre la relacion de borde y la densidad
de flujo magnético B en el area de la superficie del electrodo de RF. La proporcién de carga puede
estar relacionada con el area de superficie cuadrada del electrodo de RF de al menos 1.5 cm.? y una
densidad de flujo magnéticoenunrangode 0.1 Ta7T,0de0.3Ta5T,0de05a3T,0delTab5T,
ode 1.2 T a5 T. Al menos una parte del electrodo de RF puede estar en un rango de 70 m™.B* a 30000
m*.B?, o desde 100 m™.B* a 5000 m-1.B*, 0 de 100 m-.B™ a 2000 m.B*, 0 de 120 m™.B* a 1200 m’
1B 0de120 mt.B*a 600 m*.B* o de 230 m™.B* a 600 m™.B™. El area de superficie cuadrada del
electrodo de RF puede incluir un &rea de superficie que tenga forma cuadrada.

Con una proporcion de bordes y/o proporcidn de cargas mas alta, los efectos fisicos no
deseados inducidos en el electrodo de RF pueden ser menores porque el electrodo de RF puede incluir
salientes parcialmente aisladas entre si. Con una proporcién de bordes y/o proporcion de carga mas
alta, también deben ser mas pequefios los posibles circulos inscritos hipotéticamente en los salientes y,
por lo tanto, deben ser mas pequefios los bucles de corriente parasita inducida. Por lo tanto, son mas
pequenas las corrientes parésitas inducidas y es menor o se minimiza el efecto fisico no deseado
inducido en el electrodo de RF.

Puede estar en un intervalo de 0.1 a 15,0de 0.5a8,0de 0.5a4, o de 0.5a 2, la proporcion
entre el area del lado de todos los electrodos de RF (proyeccion del piso) y un lado de todas las areas
de bobinado de todos los dispositivos generadores de campo magnético (el area A2 seglin se muestra
en la Figura 9a) de un aplicador y de acuerdo con su proyeccion de piso.

Como se ilustra en la Figura 16, si se cruza un saliente 114 con las lineas del campo
magnético B; y B, donde el valor absoluto de 1B1l es mayor que el valor absoluto de 1B,1 y 1Bl -
11320.05 <1 T, entonces se puede dividir el saliente en tres areas por lineas de fuerzas B1 y Bo.
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En otras palabras, el saliente 114, segun se ilustra en la Figura 16, puede dividirse en tercios Si, Sz, S3
gue tengan la misma longitud segun la direccién del gradiente del campo magnético y el Si expuesto a
una densidad de flujo magnético mayor que Ss. Se puede colocar el area Si en la densidad de flujo
magnético mas alta, el Sz puede colocarse en una densidad de flujo magnético medio y el S; puede
colocarse en la densidad de flujo magnético mas baja. El circulo méximo hipotéticamente inscrito ki
con un didmetro d; inscrito en el area S; puede tener un didmetro menor que el circulo maximo inscrito
k2 con un didmetro d; inscrito en el area Ss. El didmetro d, puede ser mayor que el diametro d; de 2% a
1500%, o de 5% a 500%, o de 10% a 300%, o de 10% a 200%, o de 10% a 100%, o de 5% a 90%, o de
20 % a 70%, 0 5% a 20% del didmetro di. En dicho caso, los salientes pueden ser mas delgados cuando
es mayor la densidad de flujo magnético, por ejemplo, se puede crear una forma al menos parcialmente
piramidal del saliente. Ademas, los salientes pueden ser mas delgadas cuando es mayor la densidad de
flujo magnético.

[0252] El electrodo de RF puede tener diferentes tamafios y formas. Segun la invencion, los
electrodos bipolares pueden ser electrodos paralelos, como se muestra en las Figuras 14a-14e, o
electrodos concéntricos como se muestra en las Figuras 15a-15c. El mismo tipo de electrodos de RF
101 que se ilustran en las Figuras 14a-14e y en las Figuras 15a-15¢ que pueden estar ubicados cerca de
la segunda parte lateral del aplicador pueden usarse como electrodos de RF 102 ubicados cerca de la
primera parte lateral y/o para cualquier uno o mas electrodos de RF.

[0253] La forma y disposicidn de los electrodos de RF de al menos un aplicador puede basarse en el
tamafio, la formay la simetria de la ubicacién del cuerpo (anatomia) donde se colocara al menos un
aplicador. La posicion y las diferentes formas del electrodo de RF pueden ser benéficas para evitar la
creacién de puntos calientes, proporcionar un calentamiento homogéneo de un area grande a tratar, asi
como la posibilidad de evitar la necesidad de moverse con uno o més aplicadores.

[0254] La Figura 14a ilustra un ejemplo de posicionamiento simétrico de los electrodos de RF. La
Figura 14b ilustra otro ejemplo de posicionamiento simétrico de los electrodos de RF. La Figura 14c
ilustra otro ejemplo de posicionamiento simétrico de los electrodos de RF. La Figura 14d ilustra una
vista de un aplicador que incluye un posicionamiento simétrico de los electrodos de RF. La Figura 14e
ilustra una vista lateral de un aplicador que incluye un ejemplo de posicionamiento simétrico de los
electrodos de RF.

[0255] Segun los ejemplos de los electrodos de RF mostrados en las Figuras 14a-14e, el aplicador
puede incluir al menos un par de electrodos 101a y 101b de RF bipolares paralelos separados por un
espacio 113. Los electrodos de RF se alimentan mediante el cableado 100a y 100b. Como se ilustra en
las Figuras 14a, 14b y 14d, los electrodos de RF 101a, 101b pueden ser simétricos y pueden ser
imagenes en espejo.
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La forma de los electrodos de RF individuales 101a y 101b puede ser irregular, asimétrica en que
pueden ser diferentes la longitud y/o el area de al menos el 40%, 50%, 70%, 90% 0 99% de todos los
salientes en un electrodo de RF. La anatomia y las pruebas corporales pueden demostrar que este tipo
de electrodos de RF podrian brindar el tratamiento mas comodo y eficaz de las zonas del cuerpo, como
el abdomen, las nalgas, los brazos y/o los muslos.

[0256] Como se ilustra en la Figura 14c, los electrodos de RF 101a, 101b pueden ser al menos
parcialmente simétricos segun al menos un eje o punto de simetria, segun la simetria lineal, la simetria
puntual y la simetria rotacional. Por ejemplo, cada electrodo puede ser semicircular o en forma de C.
Ademas, puede ser irregular el espacio 113 entre los electrodos de RF 101ay 101b y/o puede disefiarse
de acuerdo con al menos un eje de simetria, como un eje de simetria lineal con simetria en espejo. Por
tanto, en caso de que los electrodos 101a y 101b puedan ser semicirculares, puede ser circular el
espacio 113. Puede ser benéfico el uso de tal electrodo simétrico para tratar el area del cuerpo donde
puede ser necesaria dicha simetria para resaltar la simetria del area del cuerpo (por ejemplo, las nalgas
0 caderas).

[0257] El espacio 113 entre los electrodos de RF 101a y 101b puede incluir aire, fluido refrigerante,
aceite, agua, material dieléctrico, fluido y/o cualquier otro aislante eléctrico, como algln sustrato de
material compuesto que se utilice en circuitos de tarjetas. Se puede formar el electrodo de RF 10lay
101b a partir de una hoja de cobre y/o una capa que se deposite sobre dicho sustrato. El espacio 113
puede influir en la forma del campo electromagnético (por ejemplo, campo de RF) que se produzca con
los electrodos de RF y la profundidad de penetracién del campo electromagnético en el tejido corporal
del paciente. Ademas, la distancia entre los al menos dos electrodos de RF 101ay 101b puede crear el
espacio 113 que puede tener una forma al menos parcialmente circular, eliptica y/o parabolica, como se
ilustra en las Figuras 14a. El espacio 113 puede tener una forma regular que separe los electrodos de
RF en una distancia constante como se ilustra en la Figura 14b.

[0258] Puede disefiarse el espacio 113 entre los electrodos de RF 101ay 101b para crear un paso de
cantidad en el rango del 2% al 70% o del 5% al 50% o del 15% al 40% del campo magnético generado
por el dispositivo generador del campo magnético. Puede estar en un rango de 0.1 cm a 25 cm, o de 0.2
cmal5cm,ode2cmal0cm,ode2cmabcm ladistancia entre las partes mas cercanas de al menos
dos electrodos de RF diferentes dentro de un aplicador.

[0259] Puede disefiarse el espacio 113 entre dos electrodos de RF en un plano de los electrodos
bipolares de RF en el que puede superponerse al menos parcialmente el espacio 113 en una ubicacién
donde la densidad de flujo magnético generada por el dispositivo generador de campo magnético tenga
el valor absoluto més alto.
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Puede colocarse el espacio 113 en un lugar que optimice la eficiencia del tratamiento y se minimice la
pérdida de energia.

[0260] Cabe sefialar que incluso en el electrodo de RF con salientes, aberturas y/o cortes, un campo
magnético fuerte con alta derivada en la densidad de flujo magnético dB/dt puede inducir efectos
fisicos no deseados. Se puede colocar o poner el espacio 113 en el area donde sea mas alto el valor
absoluto de la densidad de flujo magnético. Por lo tanto, debido a la menor cantidad de densidad de
flujo magnético. puede verse afectada la pluralidad de electrodos de RF que se cologuen alrededor del
espacio 113.

[0261] Como se muestra en la Figura 14d, la pluralidad de electrodos de RF (por ejemplo, dos
electrodos de RF 101ay 101b) se pueden ubicar en un sustrato 113a. Puede usarse el sustrato 113a
como relleno del espacio 113 entre los electrodos de RF y uno o més cortes 115. Como se muestra en
las Figuras 14d y 25, pueden curvarse el sustrato 113a y uno o mas electrodos de RF en la forma y/o
radio necesarios para que se ajusten al area del cuerpo del paciente. Pueden estar curvados los
electrodos de RF 101a o0 101b a lo largo de una cubierta inferior 125 del aplicador 800, particularmente
a lo largo de una parte curva 126 de la cubierta inferior 125. Como se muestra en la Figura 14d, el
sustrato 113a puede definir un espacio de sustrato 113b para al menos un sensor, cComo un sensor de
temperatura. El espacio de sustrato 113b puede permitir ademas el paso de uno o mas cables, fluido
refrigerante y/o para implementar otra fuente de energia de tratamiento, como una fuente de energia de
luz para el tratamiento (por ejemplo, LED, diodo laser) que proporcione iluminacién o calentamiento
adicional de la estructura bioldgica y/o area del cuerpo.

[0262] Las Figuras 15a, 15b y 15c ilustran dos electrodos de RF 101ay 101b, en los que al menos un
electrodo de RF 101a puede rodear al menos parcialmente otro electrodo de RF de 101b. Los
electrodos de RF 101ay 101b pueden estar separados por un espacio 113 que incluya, por ejemplo, el
sustrato 113a con las mismas propiedades aislantes que las descritas anteriormente respecto a las
Figuras 14a-14e. El electrodo de RF 101b puede incluir un orificio 116 que minimice el blindaje del
campo magnético y la induccion de efectos fisicos no deseados inducidos en el electrodo de RF 101b.
El orificio 116 puede estar ubicado en el plano del electrodo de RF donde la densidad de flujo
magnético del campo magnético generado por el dispositivo generador de campo magnético alcance
los valores mas altos durante el tratamiento. El orificio 116 puede ser circular, o puede tener otras
formas, como ovalada, cuadrada, triangular o rectangular, entre otras. El orificio 116 puede tener un
area de 0.05 cm? a 1000 cm?o de 0.05 cm?a 100 cm?, ode 3cm?a71lcm? ode3cm?a40cm? ode 3
cm?a 20 cm?, o de 3 cm?a 15 cm?, o de 0.5 cm? a 2.5 cm?. Los electrodos de RF pueden ser total o
parcialmente concéntricos.
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[0263] La Figura 15a ilustra dos electrodos de RF 101a y 101b que pueden ser no circulares con al
menos una simetria lineal y/o puntual. Los electrodos 101ay 101b pueden estar curvados pueden no
tener un centro de simetria. El electrodo de RF mostrado 101a puede incluir un orificio 116 en su
centro donde sea mas alta la densidad de flujo magnético para minimizar la induccién de un efecto
fisico no deseado sobre el electrodo de RF a razén del campo magnético.

[0264] La Figura 15b ilustra dos electrodos de RF 101ay 101b que pueden tener una forma circular
con simetria rotacional. Los electrodos de RF 101ay 101b pueden tener el mismo centro de simetria.
El electrodo de RF mostrado 101a puede incluir un orificio 116 en su centro donde sea mas alta la
densidad de flujo magnético para minimizar la induccion de efectos fisicos no deseados sobre el
electrodo de RF a razon del campo magnético.

[0265] La Figura 15c ilustra dos electrodos de RF 101ay 110b que pueden no tener simetria ni
centro de simetria.

[0266] Otra opcidn para minimizar o eliminar los efectos fisicos no deseados inducidos en el
electrodo de RF a causa del campo magnético puede incluir reducir el grosor del electrodo de RF.
[0267] El espesor de la capa conductora del electrodo de RF de la invencion puede estar en un rango

de 0.01 mm a 10 mm, o de 0.01 mma5 mm, o de 0.0l mma3 mm, ode0.0lmmalmm,00.lmma
1 mm, o de 0.005 mm a 0.1 mm, o de 0.01 mm a 0.2 mm. Puede disefiarse un tipo de electrodo de RF
mediante un método similar al que se elaboran las placas de circuito impreso (PCB), en el que se puede
depositar una capa conductora delgada en y/o sobre un sustrato con propiedades aislantes. El sustrato
puede incluir una, dos 0 méas capas conductoras de un material como cobre, plata, aluminio, aleaciones
de niquel y zinc, acero inoxidable austenitico y/u otros materiales, con lo que se crea el electrodo de
RF. El espesor del material del sustrato puede estar en un rango de 0.01 mm a 10 mm, o de 0.01 mm a
5mm, 0de 0.0l mma3mm,ode0.0lmma2mm,ode0.1lmma2mm,ode0.5mmal5mmode
0.05 mm a 1 mm. El material de sustrato puede ser polimérico, cerdmico, lamina copolimérica, capa de
resina fendlica, capa de resina epoxi, tela de fibra de vidrio, otra tela textil, tela polimérica y/u otra. El
sustrato puede ser al menos parcialmente flexible y/o rigido.

[0268] El electrodo de RF puede ser un sistema de hilos conductores delgados, bandas planas,
laminas o similares.

[0269] Otra opcién mas para minimizar o eliminar los efectos fisicos no deseados inducidos en el
electrodo de RF a causa del campo magnético puede incluir formar el electrodo de RF a partir de un
material conductor que reduzca la induccion de efectos fisicos no deseados y el calentamiento del
electrodo de RF.
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[0270] Los electrodos de RF pueden estar hechos de materiales conductores especificos que reducen
la induccién de efectos fisicos no deseados en el electrodo de RF. Dichos materiales pueden tener una
permeabilidad relativa en un intervalo de 4 a 1,000,000, de 20 a 300,000, de 200 a 250,000, de 300 a
100,000, de 300 a 18,000 o de 1,000 a 8,000. EI material del electrodo de RF puede incluir carbono,
aluminio, cobre, niquel, cobalto, manganeso, zinc, hierro, titanio, plata, latén, platino, paladio y/u otros
a partir de los cuales se pueden crear aleaciones, como Mu-metal, permalloy, acero eléctrico, acero
ferritico, ferrita, acero inoxidable de los mismos. Ademas, el electrodo de RF puede estar hecho de
Oxidos metalicos mixtos y/o polvo fijo de dxidos metélicos, metal de elementos m-metal para
minimizar la induccion de corrientes paréasitas y el calentamiento del electrodo de RF y también para
minimizar la pérdida de energia del campo magnético variable con el tiempo.

[0271] Uno o més electrodos de RF que proporcionan energia de RF durante el tratamiento mediante
el dispositivo de tratamiento descrito pueden usar al menos una opcién, al menos dos opciones y/o una
combinacién de opciones de como minimizar o eliminar los efectos fisicos no deseados inducidos por
el campo magnético segun se describe anteriormente. También se pueden utilizar una 0 méas
caracterizaciones de la opcion para la fabricacion, disefio y funcionamiento del dispositivo de
tratamiento de la invencion.

[0272] El dispositivo de tratamiento que combina el tratamiento por RF con el tratamiento
magnético puede incluir uno o mas circuitos de tratamiento. El circuito de tratamiento para el
tratamiento de RF puede incluir una fuente de energia, un electrodo de RF y/o todos los elementos
eléctricos descritos en este documento para el grupo de RF. El circuito de tratamiento para el
tratamiento magnético puede incluir una fuente de energia, un dispositivo generador de campo
magneético, todos los elementos eléctricos descritos en este documento para el grupo magnético
HIFEM. Pueden incluir una fuente de alimentacion comun la pluralidad de circuitos de tratamiento que
proporcionan un tratamiento igual o diferente. Opcionalmente, cada circuito de tratamiento puede
incluir su propia fuente de energia. El funcionamiento de todos los circuitos de tratamiento puede estar
regulado por una unidad maestra o una o mas unidades de control. Puede usarse la HMI, la unidad
maestra y/o una 0 mas unidades de control para la seleccion, control y/o ajuste de uno o0 mas
parametros de tratamiento para cada aplicador y/o cada fuente de energia de tratamiento (por ejemplo,
electrodo de RF o dispositivo generador de campo magnético. Se pueden seleccionar, controlar y/o
ajustar los parametros de tratamiento mediante HMI, unidad maestra y/o una o0 mas unidades de control
independiente para cada aplicador.

[0273] La Figura 17 ilustra elementos eléctricos ejemplares de un circuito magnético 400. La sefial
eléctrica que pasa a través del circuito magnético 400 puede transformarse en una forma de uno o mas
pulsos de sefial eléctrica.
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Pueden mandarse pulsos eléctricos al dispositivo generador de campo magnético para generar impulsos
de campo magnético variable en el tiempo. Los elementos eléctricos individuales del circuito
magnético pueden ser una fuente de energia (PS), un dispositivo de almacenamiento de energia (ESD),
un interruptor (SW), un dispositivo generador de campo magnético (MFGD) y una unidad de control
de circuito magnético (CUM). El circuito magnético puede incluir un grupo de tratamiento para el
tratamiento magnético llamado grupo HIFEM. El grupo HIFEM puede incluir, por ejemplo, un ESD,
SW y/o CUM. La unidad de control del circuito magnético CUM puede ser parte del sistema de
control. Pueden ser esclavos de la unidad maestra, la unidad de control del grupo magnético CUM y/u
otro elemento eléctrico del circuito magnético. El grupo HIFEM, el sistema de control y/o el CUM
pueden proporcionar o controlar el almacenamiento de energia eléctrica en el ESD, controlando la
cantidad de energia eléctrica almacenada. EI grupo HIFEM, el sistema de control y/o CUM pueden
hacer la modificacion de la sefial eléctrica, el ajuste de los parametros de la sefial eléctrica transferida a
través del grupo HIFEM, el funcionamiento seguro del circuito y/o la carga o recarga del ESD. Por
ejemplo, el grupo HIFEM o el sistema de control puede dar un ajuste de la densidad de flujo magnético
del campo magnético proporcionado por el MFGD mediante el ajuste de voltaje y/o corriente de pulsos
eléctricos transferidos al MFGD. La modificacion de la sefial eléctrica puede incluir una distorsion de
la sefial transmitida en el circuito magnético, distorsion de la capa en forma, amplitud y/o dominio de
frecuencia, agregando ruido a la sefial eléctrica transferida y/u otra degradacion de la sefial original
transmitida que ingrese al circuito magnético.

[0274] El dispositivo de almacenamiento de energia ESD puede acumular energia eléctrica, que
puede emitirse al dispositivo generador de campo magnético en forma de sefial eléctrica (por ejemplo,
en forma de impulsos de alta potencia) de la energia. EI ESD puede incluir uno, dos, tres o mas
condensadores. EI ESD también puede incluir uno o mas elementos eléctricos como un elemento de
seguridad, como un sensor de voltaje, un indicador de alto voltaje y/o resistencias de descarga, como se
muestra en la Figura 18a. El sensor de voltaje y el indicador de alto voltaje pueden brindar informacion
de retroalimentacion al interruptor SW y/o a la unidad de control CUM. La resistencia de descarga
puede proporcionar la descarga de al menos un condensador en caso de una situacion peligrosa. La
descarga de una 0 méas ESD puede ser controlada por la unidad de control CUM. La energia eléctrica
liberada por el ESD puede emitirse como un impulso y/o pulso de alta potencia a al menos parte del
circuito magnético, por ejemplo, al dispositivo generador de campo magnético MFGD.
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[0275] La capacidad del dispositivo de almacenamiento de energia puede estar en el rango de 5 nF a
100 mF, o en el rango de 25 nF a 50 mF, o en el rango de 100 nFa 10 mF, oenelrangode 1 uFal
mF, o en el rango de 5 YUF a 500 UF o en el rango de 10 puF a 180 pF, o en el rango de 20 pF a 80 pF.

[0276] Puede cargarse el dispositivo de almacenamiento de energia con un voltaje en un rango de
250V a50kV,700Va5kV,700Va3kvolkValg8kV.
[0277] El dispositivo de almacenamiento de energia puede proporcionar una descarga de impulsos

de corriente en un rango de 100 A a5 kA, 200 A a3 kA, 400 Aa3 kA 0700 A a 2.5 kKA. La corriente
puede corresponder con un valor de la densidad pico de flujo magnético generada por el dispositivo
generador de campo magnético.

[0278] Al descargar el dispositivo de almacenamiento de energia, se puede producir un pulso de
corriente de alta potencia con una energia en un rango de 5Ja 300 J, 10 Ja 200 J 0 30 J a 150 J.
[0279] El interruptor SW puede incluir cualquier dispositivo de conmutacién, como un diodo, diodo

pin, MOSFET, JFET, IGBT, BJT, tiristor y/o una combinacion de los mismos. EI conmutador puede
incluir un filtro de pulsos que genera la modificacion de la sefial eléctrica. El filtro de pulsos puede
suprimir las ondas de voltaje de conmutacion creadas por el interruptor durante la descarga del ESD.

[0280] Se puede ordenar al circuito magnético que encienda/apague repetidamente el interruptor SW
y que descargue el dispositivo de almacenamiento de energia ESD al dispositivo generador de campo
magnético, por ejemplo, la bobina para generar el campo magnético variable en el tiempo.

[0281] La inductancia del dispositivo generador de campo magnético puede ser de hasta 1 H, o estar
enelrangode 1 nHa500 mH,1nHa50mH,50nHa10 mH,500nHalmH,oenelrangode 1 uH a
500 uH o en el rango de 10 pH a 60 pH.

[0282] El dispositivo generador de campo magnético puede no emitir radiacion (por ejemplo,
radiacion gamma).

[0283] El circuito magnético puede incluir una conexion en serie del interruptor SW y del
dispositivo generador de campo magnético. Juntos, el interruptor SW y el dispositivo generador de
campo magnético, pueden conectarse en paralelo con el dispositivo de almacenamiento de energia
ESD. La fuente de energia PS puede cargar el dispositivo de almacenamiento de energia ESD.
Posteriormente, puede descargarse el dispositivo de almacenamiento de energia ESD a través del
interruptor SW al dispositivo generador de campo magnético MFGD. Durante una segunda mitad del
periodo de resonancia LC, puede invertirse la polaridad en el dispositivo de almacenamiento de energia
ESD en comparacidn con la fuente de energia PS. Como resultado, puede haber el doble de voltaje de
la fuente de alimentacion.
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Por tanto, pueden disefiarse la fuente de alimentacién y todas las partes conectadas en el circuito
magnético para una carga de alto voltaje y pueden colocarse resistencias protectoras entre la fuente de
alimentacion y el dispositivo de almacenamiento de energia.

[0284] Pueden conectarse en serie el dispositivo generador de campo magnético MFGD vy el
dispositivo de almacenamiento de energia ESD. Puede colocarse en paralelo el dispositivo de
generacion de campo magnético 1VIFGD respecto al conmutador SW. El dispositivo de
almacenamiento de energia ESD puede cargarse mediante el dispositivo generador del campo
magnético. Se produce un cortocircuito controlado de la fuente de alimentacién a través del interruptor
SW, para generar un impulso de energia que desarrolle un impulso magnético (o el pulso para generar
un pulso magnético). De esta forma se evita la carga de alto voltaje en las terminales de la fuente de
energia PS durante el segundo semiperiodo de resonancia LC asociada con los dispositivos conocidos.
Durante la segunda mitad del periodo de resonancia LC, el voltaje en las terminales de la fuente de
energia PS puede tener un voltaje igual a la caida de voltaje en el interruptor SW.

[0285] El interruptor puede ser cualquier tipo de dispositivo de conmutacion. Dependiendo del tipo
de interruptor, puede reducirse la carga de la fuente de poder a unos pocos voltios, por ejemplo, 1-10
voltios. Por lo tanto, no es necesario proteger la fuente de alimentacién de una carga de alto voltaje, por
ejemplo, miles de voltios. Asi, puede reducirse o eliminarse el uso de resistencias de proteccién y/o
circuitos de proteccion.

[0286] La Figura 18b ilustra elementos eléctricos ejemplares de un circuito RF 480. El circuito de
RF puede proporcionar una sefial electromagnética ajustada y/o modificada (sefial eléctrica) a un
electrodo de RF (RFE). El circuito de RF puede incluir una fuente de energia (PS), un grupo de
tratamiento para el tratamiento de RF (area marcada como RF), una unidad de control del grupo de RF
(CURF), un amplificador de potencia (PA), un filtro, una proporcién de onda estacionaria combinada
con un medidor de potencia (SWR + Medidor de potencia), el elemento de sintonizacion (tuning), el
divisor, el aislante, el elemento de simetrizacion (SYM), la pre-coincidencia y el electrodo de RF
(RFE). El grupo de tratamiento para el tratamiento de RF puede incluir, por ejemplo, una unidad de
control del grupo de RF (CURF), un amplificador de potencia (PA), un filtro, una proporcion de onda
estacionaria combinada con un medidor de potencia (SWR + medidor de potencia) y/o un elemento de
sintonizacion (sintonizacion). Puede ser parte del sistema de control la unidad de control del circuito
CURF. Pueden ser esclavos de la unidad maestra, la unidad de control del CURF del circuito RF y/u
otro elemento eléctrico del RF. Se pueden descartar uno o mas elementos eléctricos descritos como
parte del circuito de RF, algunos de los elementos eléctricos se pueden fusionar en uno con una funcion
similar y/o se pueden agregar algunos de los elementos eléctricos para mejorar la funcionalidad del
circuito.
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[0287] La fuente de alimentacion del circuito de RF puede generar una sefial eléctrica con un voltaje
enunrangodelVa5kV,0de5ValddV,o0del0Val20V,odel5Va50V,0de20Va50V.
[0288] El CURF puede controlar el funcionamiento de cualquier elemento eléctrico del circuito de

RF. EI CURF puede regular o modificar los parametros de la sefial eléctrica que se transfiere a través
del circuito de RF. Los pardmetros de la sefial, por ejemplo, el voltaje, la fase, la frecuencia, la capa, el
valor de la corriente, la amplitud de la sefial y/u otros, pueden verse influenciados por elementos
eléctricos por separado del circuito de RF que pueden ser controlados por el CURF, el sistema de
control y/o las propiedades eléctricas de los elementos eléctricos individuales del circuito de RF. Los
elementos eléctricos que influyen en la sefial del circuito de RF pueden ser, por ejemplo, una fuente de
alimentacion (PS), un amplificador de potencia (PA), un filtro, un medidor de potencia SWR+, un
sintonizador, un divisor, un aislante, un elemento de simetrizacién que cambia de una sefial
desbalanceada a una sefial balanceada (SYM), pre-coincidencia y/o electrodo de RF que genera ondas
de RF. La modificacidn de la sefial eléctrica puede incluir una distorsion de la sefial transmitida en el
circuito de RF, distorsién de la capa en su forma, amplitud y/o dominio de frecuencia, agregando ruido
a la sefal eléctrica transferida y/u otra degradacion de la sefial original transmitida que ingrese al
circuito de RF.

[0289] El amplificador de potencia PA puede producir una sefial de RF de la frecuencia respectiva
para la generacion de ondas de RF mediante un electrodo de RF. EI amplificador de potencia puede ser
MOSFET, un transistor LDMOS o un tubo de vacio. EI PA puede aumentar la amplitud de la sefial
proporcionada y/o la sefial modificada a la sefial eléctrica (por ejemplo, la sefial de RF).

[0290] El filtro puede incluir uno o més filtros que pueden suprimir la frecuencia no deseada de la
sefial transmitida desde el amplificador de potencia. Uno o mas filtros pueden filtrar y proporcionar
tratamiento con una banda de frecuencias definida. Se pueden usar uno o mas filtros para filtrar la sefial
eléctrica, como la sefial eléctrica en el circuito de RF, segtn el dominio de frecuencia de la sefial para
gue deje pasar solo la banda de frecuencias deseadas. Es posible que el filtro pueda filtrar frecuencias
de sefial inadecuadas en funcion de la configuracion del software y/o hardware interno del filtro. El
filtro puede funcionar mediante la comunicacion con otro 0 mas elementos eléctricos, por ejemplo, el
CUREF. El uno o0 més filtros pueden estar ubicados entre una fuente de energia del PSRF de la sefial RF
y la RFE.

[0291] El medidor de potencia SWR + puede medir la potencia de salida de la energia de RF y
evaluar la calidad de la adaptacion de impedancia entre el amplificador de potencia y el aplicador. El
medidor de potencia SWR + puede incluir un medidor de SWR que puede medir la relacion de onda
estacionaria en una direccion de transmision de ondas. EI medidor de potencia SWR + puede incluir un
medidor de potencia que puede medir la amplitud de dichas ondas estacionarias.
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El medidor de potencia SWR + puede comunicarse con el CURF y/o con el elemento de sintonizacién.
El medidor de potencia SWR + puede proporcionar una informacion de retroalimentacion para evitar la
creacién de la onda estacionaria en el cuerpo del paciente, para proporcionar un mejor ajuste de la
sefial mediante el elemento de sintonizacion y proporcionar un tratamiento méas seguro y una
transferencia mas eficaz y especifica de energia a la estructura bioldgica.

[0292] El elemento de sintonizacién puede mejorar la adaptacion de impedancia. El elemento de
sintonizacion puede incluir, por ejemplo, un condensador, un circuito LC y/o RLC. El elemento de
sintonizacién puede ofrecer una sintonizacion controlada de la capacidad del sistema de circuito de RF,
en el que el sistema de circuito de RF incluye elementos eléctricos individuales del circuito de RF y
también el tejido actualmente tratado del paciente bajo la influencia de las ondas de RF
proporcionadas. La sintonizacion del circuito de RF puede hacerse antes y/o durante el tratamiento. El
elemento de sintonizacién también se puede llamar transmatch.

[0293] El elemento de simetrizacion SYM puede convertir la sefial de entrada no balanceada a salida
balanceada. EI SYM puede ser un balun y/o un transformador balun gue incluya un cable coaxial
enrollado para equilibrar la sefial entre los electrodos de RF. El elemento SYM puede proporcionar
simetrizacion de sefial entre el primer y el segundo electrodo de RF bipolar, por ejemplo, creando un
desplazamiento de fase k/2 de la sefial de RF guiada a través de los cables coaxiales al primer y
segundo electrodo de RF bipolar.

[0294] Mediante un cable coaxial, el divisor puede dividir la sefial de RF transferida/entregada en el
circuito de RF. La sefial dividida puede tener la misma fase de cada parte de la sefial dividida y/o las
sefiales divididas pueden tener un desplazamiento de fase constante entre si. Por ejemplo, el divisor
puede proporcionar una parte de la sefial de RF a un primer electrodo de RF y una segunda parte de la
sefial de RF a un segundo electrodo de RF de un electrodo bipolar. Puede compartirse el divisor para
uno o mas circuitos de RF independientes o cada circuito de RF puede tener su propio divisor.

[0295] Se puede combinar un aislante con el divisor y/o se puede ubicar antes y/o después del
divisor respecto al transporte de la sefial de RF al electrodo de RF. El aislante puede ser un aislamiento
eléctrico de al menos parte del circuito de RF del circuito magnético. El aislante se puede utilizar para
minimizar la influencia del circuito magnético en el circuito de RF.

[0296] Se puede utilizar la pre-coincidencia en los dispositivos que utilizan cables coaxiales. La pre-
coincidencia puede incluir una pequefia bobina, condensador y/o resistor.
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[0297] El electrodo de RF (RFE), que actia como fuente de energia de tratamiento, puede incluir
uno o0 mas electrodos de RF unipolares, uno 0 méas electrodos de RF monopolares y/o uno o mas pares
de electrodos de RF bipolares.

[0298] La fuente de alimentacion PS del circuito de RF, el amplificador de potencia PA, el filtro, el
medidor SWR + Potencia, la sintonizacion, el SYM, el divisor, el aislante y/o la pre-coincidencia se
puede reemplazar al menos parcial y/o completamente con un generador de HF que suministre el resto
del circuito, incluido el electrodo de RF, con una sefial eléctrica de alta frecuencia.

[0299] La Figura 24 ilustra uno de los ejemplos del elemento de simetrizacion SYM. El cable
coaxial de entrada 130 emite una sefial eléctrica (por ejemplo, una sefial de RF) al divisor 131 que
puede dividir la sefial de RF en dos ramas. El divisor 131 tambien puede incluir un elemento aislante,
como al menos uno, dos, tres 0 mas condensadores conectados en serie que crean una longitud de
aislamiento en un rango de 4 mm a 100 mm, o de 20 mm a 50 mm. Puede establecerse o representarse
el SYM mediante la diferencia en longitud de los cables coaxiales guiados o que conducen a un par de
electrodos bipolares de RF. La diferencia de longitud entre los cables coaxiales 132 y 133 en la
ubicacion |1 puede estar en un rango de 0.4 a 0.6, o de 0.46 a 0.55 de A, donde A. puede ser la longitud
de onda de la sefial de RF guiada en el cable coaxial 132 y/o el cable coaxial 133. La longitud del cable
coaxial 132 puede estar en un intervalode 1 cma5m, 5cma 90 cm o0 10 cm a 50 cm. La longitud de
los cables coaxiales 132 + 135b puede estar en un rango de A/4 + 10%, o £ 5%, o sus multiplos por
entero positivo. La longitud del cable coaxial 133 puede estar enunrangode2mal2m,ode2.2ma
8 m. La longitud del cable coaxial 133 puede estar en un rango de A/2 + 10%, o + 5%, mas la longitud
del cable 132. La longitud de los cables coaxiales 133 + 135a puede estar en un rango de 3 A/4 £ 10%,
0 + 5%. En resumen, se desplazan los cables coaxiales 132 + 135b en relacion con los cables coaxiales
133 + 135a de /2 + 10%, o + 5%. Esta parte del SYM puede causar un cambio de fase de 180° de la
sefial de RF que se envia a alguno de los electrodos de RF 101a y 101b. Los electrodos de RF 10lay
101b pueden ser parte de un aplicador o el electrodo de RF 101a puede ser parte del primer aplicador y
el electrodo de RF 101b puede ser parte del segundo aplicador. Puede usarse un conector 134 para
conectar uno o mas aplicadores a la unidad principal. La parte 12 puede representar un tubo de
conexién del aplicador. La longitud de los cables coaxiales 135a y 135b en este tubo de conexidn
puede estar en un rangode I ma 6 m,o0de 1.1 ma4 m o de A/4 + 10% o + 5%. Un elemento de
emparejamiento 136 puede ser una conexién conductora de la parte protectora conductora de los cables
coaxiales 135a y 135b. El elemento de emparejamiento 136 puede tener un area de superficie en un
rango de 0.5 cm? a 100 cm?, 1 cm? a 80 cm? 0 1.5 cm? a 50 cm?.
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El elemento 136 de emparejamiento puede incluir material de conductividad eléctrica en altura, como
cobre, plata, oro, niquel o aluminio, en el que la impedancia del elemento 136 de emparejamiento
puede ser cercana a cero. Se puede colocar un condensador, resistor y/o inductor en el elemento de
emparejamiento 136 o entre el elemento de emparejamiento y el electrodo.

[0300] El circuito de RF y/o el circuito magnético pueden ubicarse al menos parcialmente en uno o
mas aplicadores. También puede considerarse la conexion del cable entre el aplicador, el dispositivo de
tratamiento adicional y/o la unidad principal como parte del circuito de RF y/o elemento del circuito
magnético debido a la impedancia, resistividad y/o longitud de la conexién del cable. Se puede
descartar uno 0 mas elementos eléctricos del circuito magnético mostrado en la Figura 17, el circuito
de RF mostrado en las Figuras 18b y 18a, se pueden organizar en un orden diferente y/o dos 0 més
elementos eléctricos pueden crear un elemento eléctrico combinado individual. El ajuste de la sefial
gue se emite al circuito de RF puede ser emitida al menos parcialmente por o dentro de otro circuito
diferente del dispositivo de tratamiento, por ejemplo: el circuito magnético y/u otro.

[0301] La Figura 18a ilustra un esquema ejemplar 180 de elementos eléctricos del dispositivo de
tratamiento. El esquema ejemplar incluye dos fuentes de energia independientes que incluyen una
fuente de energia para el tratamiento de RF (PSRF) y una fuente de energia para el tratamiento
magnético (PSM) conectada a una red de energia (PN). EI PSRF puede proporcionar una sefial
electromagnética a dos grupos de tratamiento independientes para el tratamiento de RF, RF A y/o RF
B. EI PSM puede proporcionar una sefial electromagnética a uno o0 mas grupos de tratamiento
magnético HIFEM A y/o HIFEM B. Una o mas de las fuentes de energia también puede estar
alimentando otras partes del dispositivo de tratamiento, como una interfaz hombre-maquina (HMI) o la
unidad maestra, entre otras. Cada circuito magnético y/o circuito de RF puede tener sus propias
unidades de control (CUM A, CUM By CURF Ay CURF B). La CURF Ay CURF B pueden ser
unidades de control del grupo de tratamiento de RF para el tratamiento A (RF A) y el grupo de
tratamiento para el tratamiento de RF B (RF B).

[0302] Las unidades de control pueden incluir uno o mas PCB o microprocesadores. Pueden
comunicarse entre si una 0 méas unidades de control y/o con la unidad maestra que puede seleccionarse
como unidad maestra para otras unidades de control dentro de la comunicacion maestro-esclavo. La
unidad maestra puede ser la primera o la Unica unidad de control que se comunique con la HMI. La
unidad maestra puede controlar las unidades CUM A y CUM B. La unidad maestra puede ser una
unidad de control que incluya una o mas PCB y/o microprocesadores. Se pueden acoplar la unidad
maestra o la unidad de control A (CUM A) o la unidad de control B (CUM B) a la interfaz hombre-
maquina.



WO 2020/208590 PCT/1B2020/053427

75
Ademas, la unidad maestra puede ser una interfaz hombre-maquina HMI o estar acoplada a la interfaz
hombre-maquina HMI.

[0303] La Figura 18a ilustra dos partes del dispositivo de tratamiento, en la que la primera parte
puede proporcionar el tratamiento de RF y la segunda parte puede proporcionar el tratamiento
magnético. Se pueden aislar dos partes del dispositivo de tratamiento entre si. El dispositivo de
tratamiento puede incluir uno o mas elementos eléctricos aislados y/o partes del dispositivo de
tratamiento y circuitos individuales entre si a modo de blindaje de barrera de voltaje, barrera de
distancia y/o barrera de radiacion. Se pueden representar los ejemplos de piezas aisladas mediante una
linea discontinua en la Figura 18a. También es posible que puedan aislarse los elementos eléctricos
individuales del dispositivo de tratamiento de al menos una parte del dispositivo de tratamiento. El
aislamiento de tales partes y/o elementos eléctricos puede lograrse mediante material de constante
dieléctrica alta, por distancia de las partes y/o de los elementos eléctricos, por sistema de
condensadores o resistencias. Ademas, se puede utilizar cualquier blindaje conocido de electrénica,
fisica, por cajas de aluminio y/o de otro tipo.

[0304] El tratamiento de RF y/o el tratamiento magnético puede lograrse mediante al menos uno,
dos, tres, cuatro 0 mas circuitos de tratamiento (que pueden estar ubicados en la unidad principal) y/o
aplicadores en los que el circuito de tratamiento puede incluir un grupo de RF o un grupo magnético.
Cada aplicador Ay B (AP Ay AP B) puede incluir al menos un elemento eléctrico de uno, dos 0 mas
circuitos de tratamiento. Cada aplicador puede incluir al menos una, dos o mas fuentes de energia de
tratamiento diferentes, tales como uno 0 mas electrodos de RF que proporcionen el tratamiento de RF y
uno o0 mas dispositivos generadores de campos magnéticos que proporcionen el tratamiento magnético.
Como se muestra en la Figura 18a, el dispositivo de tratamiento puede incluir un primer aplicador (AP
A) y un segundo aplicador (AP B). El primer aplicador (AP A) puede incluir un primer electrodo de RF
(RFE A) del primer circuito de RF y el primer dispositivo generador de campo magnético (MFGD A)
del primer circuito magnético. El segundo aplicador (AP B) puede incluir un segundo electrodo de RF
(RFE B) del segundo circuito de RF y un segundo dispositivo generador de campo magnético (MFGD
B) del segundo circuito magnético. En un ejemplo diferente, el primer aplicador puede incluir un
primer dispositivo generador de campo magnético y un primer par de electrodos RF bipolares, mientras
que el segundo aplicador puede incluir un segundo dispositivo generador de campo magnético y un
segundo par de electrodos RF bipolares. A la unidad principal se pueden conectar por separado dos
aplicadores y se pueden colocar individualmente en la proximidad del area del cuerpo antes o durante
el tratamiento, cuando se acoplan al area del cuerpo en contacto con el area del cuerpo.
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[0305] La Figura 18a también ilustra otras partes individuales del dispositivo de tratamiento, como el
grupo de tratamiento para el tratamiento de RF (RF A), el grupo de tratamiento para el tratamiento de
RF (RF B), el grupo de tratamiento para el tratamiento magnético HIFEM A, el grupo de tratamiento
para el tratamiento magnético HIFEM B en el circuito magnético, la fuente de alimentacion para el
tratamiento de RF (PSRF), la fuente de alimentacion para el tratamiento magnético (PSM), el aplicador
A (AP A), el aplicador B (AP B). Pueden ubicarse en la unidad principal todas las piezas, salvo los
aplicadores. El divisor, el elemento de simetrizacion (SYM A) y el elemento de simetrizacion (SYM B)
mostrados son partes de dos circuitos de RF. El divisor que se muestra en la Figura 18a puede ser
comun para los circuitos de RF. La fuente de energia para el tratamiento de RF (PSRF) puede incluir
una fuente de energia constante del circuito de RF (SPSRF), una fuente de energia auxiliar del circuito
de RF (APS RF), un filtro de red de energia PNFLT y/o una unidad de energia (PU). Mo se pueden
incluir los elementos eléctricos individuales con otros elementos eléctricos en PSRF. La fuente de
energia para el tratamiento magnético (PSM) puede incluir la fuente de energia auxiliar A (APS A), la
fuente de energia auxiliar B (APS B), la fuente de energia constante del circuito magnético (SPSM), la
bomba de energia (PP), la fuente de energia de la placa A ( BPS A) y/o la fuente de alimentacion de
placa B (BPS B). Mo se pueden incluir los elementos eléctricos individuales con otros elementos
eléctricos en PSM. El grupo de tratamiento para el tratamiento magnético HIFEM A del circuito
magnético puede incluir la unidad de control A (CUM A), el dispositivo de almacenamiento de energia
A (ESD A), el interruptor A (SW A), el elemento de seguridad (SE) y/o el filtro de pulsos (PF). El
grupo de tratamiento para el tratamiento magnético HIFEM B del circuito magnético puede incluir la
unidad de control B (CUM B), el dispositivo de almacenamiento de energia B (ESD A) y/o el
interruptor B (SW A). Aungue no se muestra en la Figura 18a, el grupo de tratamiento para el
tratamiento magnético HIFEM B también puede incluir un filtro de pulso (PF) y/o un elemento de
seguridad (SE). Pueden aislarse entre si los elementos eléctricos individuales. Sin embargo, pueden
fusionarse y/o compartirse con otras partes del circuito los elementos eléctricos individuales y/o las
partes del circuito. Como ejemplo, la unidad de control puede compartirse al menos parcialmente con
dos 0 més circuitos de RF y/o circuitos magnéticos, y una unidad de control puede regular la energia o
la red de energia o la fuente de energia que proporciona energia al circuito de RF y también al circuito
magnético. Otro ejemplo puede ser al menos una fuente de energia auxiliar y/o una fuente de energia
constante compartida con al menos dos circuitos magnéticos y/o de RF.

[0306] El grupo de tratamiento para el tratamiento magnético HIFEM A puede proporcionar un
tratamiento magnético de forma independiente en el grupo de tratamiento para el tratamiento
magnético HIFEM B. Opcionalmente, el dispositivo de tratamiento puede incluir solo un grupo de
tratamiento para el tratamiento magnético HIFEM o el dispositivo de tratamiento puede incluir dos o
mas grupos de tratamiento individuales para el tratamiento magnético HIFEM,
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en el que algunos de los grupos de tratamiento para el tratamiento magnético HIFEM pueden compartir
elementos eléctricos individuales, como una unidad de control, un dispositivo de almacenamiento de
energia, un filtro de pulsos y/u otros.

[0307] Como se muestra en la Figura 18a, el grupo de tratamiento para el tratamiento magnético
HIFEM, por ejemplo, HIFEM A, puede incluir la unidad de control, por ejemplo, CUM A. La unidad
de control, por ejemplo, CUM A, puede controlar una carga y/o descarga del dispositivo de
almacenamiento de energia, por ejemplo, ESD A, el procesamiento de informacion de
retroalimentacion y/o ajuste de los parametros de los elementos eléctricos individuales y/o grupos de
tratamiento para el tratamiento magnético HIFEM. Ademas, la unidad de control (por ejemplo, CUM
A) puede controlar los parametros de ajuste o el funcionamiento de los elementos eléctricos, por
ejemplo, BPS A de la parte del circuito PSM, el interruptor, PF, ESD A del grupo de tratamiento para
el tratamiento magnético HIFEM A y/o informacién de procesamiento de los sensores en el aplicador
AP A y/o AP B. También puede comunicarse la unidad de control (por ejemplo, CUM A) con otro o
mas circuitos magnéticos y/o RF y/o incluir a la unidad maestra. La fuente de alimentacion PSM, el
dispositivo de almacenamiento de energia ESD y/o el interruptor SW pueden ser regulados al menos
parcialmente por la unidad de control del circuito magnético, por ejemplo, CUM A. La unidad de
control (por ejemplo, CUM A) o la unidad maestra y/o una o mas elementos eléctricos individuales del
circuito pueden ser regulados por cualquier otro elemento eléctrico con base en la comunicacion mutua
entre ellos. La unidad maestra puede ajustar los pardmetros de tratamiento del tratamiento magnético
y/o el tratamiento de RF con base en la informacion de retroalimentacion proporcionada por los
sensores y/o con base en la comunicacion con otras unidades de control, por ejemplo, la unidad
maestra. Una unidad de control CUM o CURF puede regular independientemente uno o mas circuitos
proporcionando tratamiento magnético y/o de RF. Al menos una unidad de control puede utilizar
comunicacién de igual a igual y/o comunicacion maestro-esclavo con otras unidades de control (por
ejemplo, CUM A puede ser una unidad de control esclava de la unidad maestra).

[0308] El dispositivo de tratamiento puede incluir uno, dos, tres 0 mas ESD, en el que cada ESD
puede incluir uno, dos, tres 0 mas condensadores. Un ESD puede proporcionar energia a una, dos, tres
0 mas fuentes de energia de tratamiento, tales como dispositivos generadores de campos magnéticos
que proporcionen tratamiento magnético. Cada bobina puede estar acoplada a su propio ESD o0 a méas
de un ESD. EI ESD puede incluir uno o mas elementos eléctricos como un elemento de seguridad SE ,
como un sensor de voltaje, un indicador de alto voltaje y/o resistencias de descarga, como se muestra
en la Figura 18a. El sensor de voltaje y el indicador de alto voltaje pueden proporcionar informacion de
retroalimentacion al interruptor SW y/o a la unidad de control, por ejemplo, CUM A. En caso de
situacion peligrosa, la resistencia de descarga parte del SE puede proporcionar la descarga de al menos
un condensador.
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La unidad de control puede controlar la descarga de uno o mas ESD, por ejemplo, CUM A o CUM B.
Un filtro de pulso (PF) puede modificar la sefial emitida desde el dispositivo de almacenamiento de
energia ESD a traves del interruptor SW al dispositivo generador de campo magnético. EI PF puede ser
parte del interruptor SW y/o puede colocarse entre el interruptor SW y el dispositivo generador de
campo magnético, por ejemplo, MFGD A. El PF puede suprimir las ondulaciones de voltaje de
conmutacion creadas por el interruptor durante la descarga del ESD. El circuito propuesto puede
encender/apagar repetidamente el interruptor SW y descargar el dispositivo de almacenamiento de
energia ESD al dispositivo generador de campo magnético, por ejemplo, al MGFD A para generar el
campo magnético variable en el tiempo. Como se muestra en la Figura 18a, pueden omitirse y/o
combinarse con otros uno o0 mas elementos eléctricos del circuito magnético y/o circuito de RF. Por
ejemplo, se pueden combinar en uno solo uno o mas elementos eléctricos individuales de PSRF y/o
PSM, pero se puede reducir la independencia de los circuitos individuales. También pueden ser
elementos eléctricos independientes los elementos eléctricos PF, SE y/u otros. También los circuitos de
tratamiento individuales, por ejemplo, los circuitos de RF pueden ser diferentes entre si como se puede
ver en las Figuras 18a y 18b, donde pueden descartarse y/o combinarse en uno los elementos eléctricos,
como un filtro, un medidor de potencia SWR+, un sintonizador, un divisor, un aislante, un SYM y/o
una pre-coincidencia. El descartar y/o combinar elementos eléctricos individuales puede generar una
disminucidn de la eficiencia de la transferencia de energia sin sintonizacion al cuerpo del paciente,
mayor pérdida de energia debido a la ausencia del SYM, pre-coincidencia y/o sintonizacion, mal
funcionamiento del ajuste de la sefial en el circuito e informacién de retroalimentacion incorrecta sin el
medidor de potencia SWR +. El divisor y el aislante y/o el dispositivo de tratamiento pueden ser
peligrosos para el paciente sin el filtro, el medidor de potencia SWR+, el SYM y/o el elemento de
sintonizacion.

[0309] Las unidades de control CUM A 'y CUM B pueden servir como esclavas de la unidad maestra
gue puede ordenar a ambas unidades de control CUM A y CUM B que descarguen la corriente
eléctrica a los respectivos dispositivos generadores de campo magnético (por ejemplo, el MFGD Ay
MFGD B). Por lo tanto, es independiente el control de cada unidad de control CUM Ay CUM B.
Opcionalmente, el CUM B puede ser esclavo del CUM A, mientras que el CUM A mismo puede ser
esclavo de la unidad maestra. Por lo tanto, cuando la unidad maestra ordena al CUM A que descargue
corriente eléctrica en el dispositivo generador de campo magnético (por ejemplo, el 1IVIFGD A), el
CUM A puede ordenar al CUM B que descargue corriente eléctrica a otro dispositivo generador de
campo magnético (por ejemplo, el MFGD B) ubicado en un aplicador diferente. En otra alternativa, se
puede colocar una unidad de control adicional entre la unidad maestra y las unidades de control CUM
Ay CUM B, en donde dicha unidad de control adicional puede proporcionar, por ejemplo, la
sincronizacion de las descargas.
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Mediante estos dos enfoques, se pueden aplicar de forma sincronica o simultanea los pulsos del campo
magneético.

[0310] Cuando el dispositivo de tratamiento incluye méas de un dispositivo generador de campo
magnético y el método de tratamiento incluye el uso de mas de un dispositivo generador de campo
magnético (por ejemplo, una bobina), puede conectarse cada bobina al circuito magnético respectivo.
Sin embargo, se puede conectar una bobina a una pluralidad de circuitos magnéticos. Ademas, puede
usarse la fuente de alimentacion PSM para al menos dos dispositivos generadores de campo magnético.

[0311] La fuente de energia, por ejemplo, PSM y/o PSRF, puede emitir energia eléctrica a al menos
uno o al menos un elemento eléctrico individual del circuito de RF, circuito magnético y/o a otra parte
del dispositivo de tratamiento, por ejemplo, a la unidad maestra, HMI, dispositivo de almacenamiento
de energia (por ejemplo, ESD A y/o ESD B), a la unidad de control (por ejemplo, CUM A y/o CUM B)
y/o al interruptor (por ejemplo, SW A o SW B). La fuente de energia puede incluir uno o0 mas
elementos que transforman la energia eléctrica de la conexidn de red eléctrica PN segun se ilustra en la
Figura 18a. Pueden construirse varios elementos eléctricos individuales de la fuente de energia, del
circuito de RF y/o del circuito magnético como un elemento eléctrico comun y no tienen que
construirse como elementos eléctricos individuales como se ilustra en la Figura 18a. Cada circuito de
RF y/o magnético puede tener su propia fuente de energia y/o al menos un elemento eléctrico de la
fuente de energia que alimente solo a uno de los circuitos de RF y/o magnéticos. Ademas, al menos
parte de la fuente de alimentacién puede alimentar al menos dos circuitos diferentes antes y/o durante
al menos parte del tratamiento. La fuente de energia puede incluir una o mas partes compartidas con
circuitos eléctricos individuales que pueden estar al menos parcialmente aislados eléctricamente entre
si.

[0312] Uno o mas elementos eléctricos de la fuente de energia para el tratamiento de RF (por
ejemplo, una fuente de energia constante de circuito magnético (SPSM), una fuente de energia auxiliar
APS A y/o APS B, una bomba de energia PP, una fuente de energia de tarjeta BPS A y/o BPS B) puede
proporcionar directa y/o indirectamente energia eléctrica a los elementos eléctricos individuales del
circuito de RF y/o del circuito magnético. La energia eléctrica que se emite directamente se envia a
través de una conexion conductora entre dos elementos eléctricos en la no esta conectado que ningun
otro elemento eléctrico del circuito en serie entre los elementos eléctricos alimentados directamente.
Pueden no considerarse elementos eléctricos, los elementos aislantes y/o eléctricos de los circuitos,
tales como resistencias, condensadores aislantes y similares.
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Los elementos eléctricos que se alimentan indirectamente pueden ser alimentados por uno 0 mas de
otros elementos que emiten energia eléctrica a través de cualquier otro elemento que pueda cambiar los
parametros de suministro de energia eléctrica, como el valor de la corriente, la frecuencia, la fase, la
amplitud y/u otros.

[0313] La fuente de energia PSM que se ilustra con mas detalle en la Figura 18a puede incluir la
conexién a una red eléctrica PN. La PN puede proporcionar filtrado y/u otro ajuste de una sefial
eléctrica de entrada de la red eléctrica, como la frecuencia y el valor actual. También se puede utilizar
el PN como elemento aislante creando una barrera entre el dispositivo de tratamiento y la red eléctrica.
El PN puede incluir uno o més condensadores, resistencias y/o filtros que filtren la sefial que regresa
del dispositivo de tratamiento. EI PN puede incluir un enchufe o una conexion a un enchufe. EI PN
puede acoplarse a un enchufe o red eléctrica. EI PSM puede incluir una o més fuentes de energia
constante (por ejemplo, una fuente de energia constante del circuito magnético SPSM), fuentes de
energia auxiliares (por ejemplo, APS A y/o APS B), una o mas bombas de energia PP; y/o una 0 mas
fuentes de alimentacién de tarjeta (por ejemplo, BPS A y/o BPS B). Como se ilustra en la Figura 18a,
el dispositivo de tratamiento puede incluir al menos dos circuitos magnéticos y/o de RF aislados
eléctricamente que se pueden controlar al menos parcialmente de forma independiente, por ejemplo,
pueden ser diferentes la intensidad del campo magnético generado por los dispositivos generadores de
campo magnético MFGD A y MFGD B conectados a los grupos de tratamiento para el tratamiento
magnético HIFEM A y HIFEM B. La fuente de energia constante (SPSM) puede proporcionar un
voltaje de salida constante en diferentes condiciones de la red de energia. La fuente de alimentacion
constante SPSM puede conectarse a la fuente de alimentacion auxiliar (por ejemplo, APS A y/o APS
B). Se pueden combinar dos fuentes de energia auxiliares y crear un elemento eléctrico. El voltaje de
salida constante producido por una fuente de energia constante y/o por una fuente de energia auxiliar
puede estar en un rangode 1V a 1000 V,020V a140V,050V a 700V, 0120V,a500V,0240V a
450 V.

[0314] Una o mas fuentes de energia auxiliar pueden alimentar a una o0 mas unidades de control de
los circuitos individuales. EI APS también puede alimentar a uno o mas BPS de la fuente de
alimentacion de la tarjeta, por ejemplo, el BPS A y/o BPS B. EI APS también puede alimentar al HMI
de la unidad maestra y/o a otros elementos del dispositivo de tratamiento. Debido al APS, al menos una
unidad de control y/o unidad maestra puede proporcionar con precision y de manera independiente un
procesamiento/ajuste de la sefial eléctrica en RF y/o del circuito magnético y/o también puede
protegerse de las sobrecargas a un elemento eléctrico individual del dispositivo de tratamiento. La
fuente de alimentacidn de la tarjeta (por ejemplo, el elemento BPS A y/o BPS B) se puede utilizar
como fuente de energia eléctrica para al menos un elemento del circuito magnético (por ejemplo, el
dispositivo de almacenamiento de energia ESD A y/o B). Opcionalmente, pueden combinarse y/o
descartarse uno o méas elementos de la fuente de energia PSM.
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[0315] La fuente de energia puede servir como generador de alto voltaje que proporcione voltaje a
un circuito magnético y/o circuito de RF. El voltaje proporcionado por la fuente de energia puede estar
en un rango de 500 V a50 kV, o de 700 Va5 kV, o de 700 V a3 kV, o de 1 kV a 1.8 kV. La fuente de
energia es capaz de entregar una cantidad suficiente de energia eléctrica a cada circuito, como a
cualquier elemento eléctrico (por ejemplo, el dispositivo de almacenamiento de energia ESD A) y al
dispositivo generador de campo magnético (por ejemplo, MFGD A). El dispositivo generador de
campo magnético puede generar repetidamente un campo magnético variable en el tiempo con
parametros suficientes para provocar la contraccion muscular.

[0316] Segun la Figura 18a, los circuitos de RF tienen su propia fuente de alimentacién PSRF que
puede ser al menos parcialmente diferente de la PSM. El PSRF puede incluir un elemento eléctrico
PNFLT que suprime la emision electromagnética de las partes internas del PN y/o de cualquier parte
del circuito de RF. El elemento eléctrico PNFLT puede representar un filtro de la red de potencia. Sin
embargo, el PNFLT también puede formar parte del PN. EI PSRF puede incluir un SPSRF que
proporcione un voltaje de salida constante en diferentes condiciones de la red de energia a la fuente de
energia auxiliar de un circuito de RF APS RF, de una unidad de control del circuito de RF, de una
unidad de energia PU y/o de otros elementos eléctricos que usen un suministro de corriente continua.
Como se ilustra con mas detalle en la Figura 18a, el APS RF puede incluir su propio mecanismo que
transforme la corriente alterna en corriente continua independientemente del SPSRF. EI APS RF puede
alimentar a la unidad de control del grupo de tratamiento para el tratamiento de RF RF A y/o a la
unidad maestra, mientras que el SPSRF puede alimentar independientemente a la unidad de control del
grupo de tratamiento para el tratamiento de RF RF B. La unidad de potencia PU del circuito de RF
puede estar alimentando a uno 0 mas circuitos de RF o al menos a un elemento eléctrico del circuito de
RF, como a los amplificadores de potencia y/o a otros elementos eléctricos del grupo de tratamiento
para el tratamiento de RF RF A y/o al grupo de tratamiento para el tratamiento de RF RF B, con la
creacion y/o el ajuste de la sefial de alta frecuencia.

[0317] Se puede compartir al menos un elemento eléctrico que se describa como PSM, PSRF, APS,
SPSM y/o SPSRF con al menos un circuito de RF y un circuito magnético.
[0318] Las unidades de control CURF pueden funcionar como esclavas de la unidad maestra, que

pueden ordenar a la CURF que proporcione una sefial de RF a través del circuito de RF al electrodo de
RF. En el caso de dos unidades de control CURF, ambas unidades de control funcionan como esclavas
de la unidad maestra que puedan ordenar a ambas unidades de control CURF que proporcionen una
sefial de RF a los respectivos electrodos de RF. Por lo tanto, es independiente el control de cada unidad
de control de la posible pluralidad de CURF. Opcionalmente, el primer CURF puede ser esclavo del
segundo CURF, mientras que el CURF mismo puede ser esclavo de la unidad maestra.
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Por lo tanto, cuando la unidad maestra ordena al primer CURF que descargue corriente eléctrica en el
primer electrodo de RF, el primer CURF puede ordenar al segundo CURF que descargue corriente
eléctrica al segundo electrodo de RF colocado en un aplicador diferente. En otra alternativa, se puede
colocar una unidad de control adicional entre la unidad maestra y la pluralidad de unidades de control
CUREF, en donde dicha unidad de control adicional puede proporcionar, por ejemplo, la sincronizacion
de las descargas. Segln estos dos principios, se pueden aplicar de forma continua o0 en modo pulsado
los pulsos de campo de RF.

[0319] Pueden controlarse los grupos de tratamiento para el HIFEM Ay el HIFEM B magnéticos
gue se muestran en las Figuras 17, 18ay 18b a través de uno o més deslizadores relacionados con las
partes HMI marcadas como HIFEM Ay HIFEM B 718 que se muestran en la Figura 7. A través de los
controles deslizantes de intensidad relacionados, las barras de intensidad y/o los controles deslizantes
de intensidad que se muestran en la interfaz hombre-maquina HMI, el usuario puede controlar o ajustar
la velocidad de operacion de uno o mas elementos eléctricos de los grupos de tratamiento para el
HIFEM A y/o HIFEM B de energia magnética.

[0320] Ademas, se puede controlar el grupo de tratamiento para el tratamiento de RF RF Ay el
grupo de tratamiento para el tratamiento de RF RF B que se muestran en las Figuras 17, 18ay 18b
mediante controles deslizantes, barras o desplazadores de intensidad relacionados con las partes del
HMI marcadas como RF A 'y RF B 712 que se muestran en la Figura. 7. A través de los controles
deslizantes de intensidad relacionados, las barras de intensidad y/o los controles deslizantes de
intensidad que se muestran en la interfaz hombre-maqguina HMI, el usuario puede controlar o ajustar la
velocidad de operacion de uno 0 mas elementos eléctricos de los grupos de tratamiento para el
tratamiento de RF RF A y/o RF B. Ademas, al usar los controles deslizantes de intensidad
relacionados, las barras de intensidad y/o los controles deslizantes de intensidad, el usuario puede
controlar o ajustar la velocidad de transmisidn de la sefial eléctrica a través o entre uno o mas de los
elementos eléctricos de los grupos de tratamiento para el tratamiento de RF RF A o RF B.

[0321] El dispositivo de tratamiento puede incluir dos 0 mas aplicadores, cada aplicador puede
incluir un dispositivo generador de campo magnético y uno o dos electrodos de RF. La inductancia del
primer dispositivo generador de campo magnético que se ubique en el primer aplicador puede ser
idéntica a la inductancia del segundo dispositivo generador de campo magnético que se ubique en el
segundo aplicador. Ademas, el nimero de vueltas, area de bobinado y/o area sin bobinado del primer
dispositivo generador de campo magnético en el primer aplicador puede ser idéntico al nimero de
vueltas, area de bobinado y/o area sin bobinado del segundo dispositivo generador de campo magnético
en el segundo aplicador. El primer dispositivo generador de campo magnético en el primer aplicador
puede proporcionar un campo magnético idéntico al del segundo dispositivo generador de campo
magnético en el segundo aplicador. Los campos magnéticos idénticos emitidos por la pluralidad de
dispositivos generadores de campos magnéticos durante una misma sesion de tratamiento u otras
pueden tener los mismos parametros de tratamiento, por ejemplo, nimero de pulsos en traza, nimero
de pulsos en rafaga, misma amplitud de flujo magnético, densidad de impulsos, misma forma de capa u
otro.
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Sin embargo, puede tolerarse una desviacion razonable, por ejemplo, de la amplitud de la densidad de
flujo magnético en el campo magnético idéntico. La desviacién de las amplitudes de la densidad de
flujo magnético o la densidad de flujo magnético promedio que se mida con un fluxémetro u
osciloscopio puede estar en el rango de 0.1% a 10% 0 0.1% a 5%.

[0322] Opcionalmente, puede ser diferente la inductancia de los dispositivos generadores de campos
magnéticos en ambos aplicadores. Ademas, pueden tener diferentes parametros de tratamiento los
campos magnéticos emitidos por una pluralidad de dispositivos magnéticos de campo magnético
durante la misma sesion de tratamiento u otras.

[0323] Cuando el dispositivo de tratamiento tenga dos o mas aplicadores, cada aplicador puede
incluir un dispositivo generador de campo magnético y uno o dos electrodos de RF. El tamafio o area
de un electrodo de RF que se coloque en el primer aplicador puede ser idéntico a las posiciones de
otros electrodos de RF en el segundo aplicador. El primer aplicador y el segundo aplicador pueden
proporcionar campos de RF idénticos durante la misma sesion de tratamiento u otras, en donde los
campos de RF idénticos pueden tener los mismos parametros de tratamiento, por ejemplo, longitud de
onda, fase, duracion e intensidad del campo de RF.

[0324] Opcionalmente, puede ser diferente el tamafio de area de los electrodos RF en ambos
aplicadores. Ademas, pueden tener diferentes pardmetros de tratamiento los campos magnéticos
emitidos por una pluralidad de dispositivos generadores de campo magnético durante la misma sesion
de tratamiento u otras.

[0325] La Figura 19 muestra una composicion ejemplar de un campo magnético (por ejemplo, un
campo magnético variable en el tiempo) emitido por el dispositivo generador de campo magnético.
Ademas, la Figura 19 también puede mostrar la composicion del campo de RF. Por lo tanto,
especialmente en la descripcion de la Figura 19, el término "impulso™ puede referirse a "impulso
magnético" o "impulso de RF". De manera similar, el término "pulso” puede referirse a "pulso
magnético"” o "pulso de RF". Ademas, el término "tren" puede referirse a un "tren magnético". El
término "tren magnético™ puede incluir un tren de pulsos magnéticos en el que el tren de pulsos
magnéticos puede entenderse como una pluralidad de pulsos magnéticos subsecuentes en los que un
pulso sigue a otro. Como el pulso magnético puede incluir a un impulso magnético, el término "tren
magnético" puede incluir también a un tren de impulsos magnéticos. Ademas, el término "rafaga"
puede referirse a una "rafaga magnética".

[0326] Como se muestra en la Figura 19, un impulso puede referirse a un periodo de aplicacién del
tratamiento con energia (por ejemplo, un campo magnético) con suficiente intensidad para causar al
menos un efecto de tratamiento parcial, como una contraccion muscular al menos parcial, contraccion
muscular, cambio de temperatura de la estructura bioldgica y/o estimulacion nerviosa.
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El impulso magnético puede incluir una forma bifasica como se muestra en la Figura 19. El impulso
magnético puede incluir la amplitud de la densidad de flujo magnético.

[0327] Un pulso magnético puede referirse a un periodo de tiempo que incluya el impulso y el
periodo de tiempo pasivo del pulso. El pulso magnético puede referirse a un periodo de un impulso
magnético y un periodo pasivo, es decir, la duracion de tiempo entre dos impulsos desde el borde de
subida/bajada hasta el siguiente borde de subida/bajada. La duracién pasiva de un pulso puede incluir
no aplicar energia de tratamiento al cuerpo del paciente y/o la aplicacion de la energia de tratamiento
gue sea insuficiente para causar al menos un efecto de tratamiento parcial debido a una intensidad
insuficiente de la energia de tratamiento (por ejemplo, densidad de flujo magnético) y/o la frecuencia
de la energia de tratamiento suministrada. Este periodo puede denominarse duracién del pulso. Como
se muestra en la Figura 19, cada pulso puede incluir uno bifasico que dure un periodo Ilamado duracién
del impulso. Opcionalmente, los impulsos o pulsos pueden ser monofasicos.

[0328] Como se muestra ademas en la Figura 19, la pluralidad de pulsos puede formar el tren. El tren
puede referirse a una pluralidad de pulsos, en el que el tren puede comprender al menos dos pulsos en
los que los pulsos se suceden uno al otro. El tren puede durar un periodo de tiempo que dure T, segln
se muestra en la Figura 19.

[0329] El tren magnético puede incluir una pluralidad de pulsos magnéticos en el rango de 2 pulsos
magnéticos a 200 000 pulsos magnéticos o 2 pulsos magnéticos a 150 000 pulsos magnéticos o 2
pulsos magnéticos a 100 000 pulsos magnéticos. El tren magnético puede causar multiples
contracciones musculares al menos parciales o contracciones musculares seguidas una a una, al menos
una contraccion incompleta del masculo tetanico, al menos una contraccion supramaxima o al menos
una contraccion completa del musculo tetanico. Durante la aplicacion de un tren, el campo magnético
puede brindar una contraccion muscular seguida de relajacion muscular. La relajacién muscular puede
ir seguida de otra contraccion muscular durante la aplicacion de un tren. Durante un tren, puede
repetirse al menos dos, tres, cuatro 0 mas veces el ciclo de trabajo muscular (que puede incluir
contraccion muscular seguida de relajacion muscular).

[0330] La rafaga puede referirse a un tren durante el periodo de tiempo T1 y un periodo de tiempo T2
gue puede representar un periodo de tiempo en el que no se produzca ningdn efecto del tratamiento. El
periodo de tiempo T puede ser un periodo de tiempo que proporcione tratamiento pasivo en el que no
se aplique energia de tratamiento al cuerpo del paciente y/o donde la energia de tratamiento aplicada
sea insuficiente para provocar el efecto del tratamiento. El periodo de tiempo T3 que se muestra en la
Figura 19 puede representar el tiempo de duracion de la rafaga.
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[0331] El tren magnético de un campo magnético variable en el tiempo puede ir seguido por un
campo magnético estatico y/o el tren magnético puede ir seguido por un campo magnético variable en
el tiempo de frecuencia y/o densidad de flujo magnético insuficiente para causar al menos una
contraccion muscular parcial o contraccion muscular. Por ejemplo, la rafaga puede proporcionar al
menos una contraccion muscular al menos parcial seguida de ninguna contraccion muscular. En otro
ejemplo, la explosién proporciona al menos una contraccion muscular seguida de ninguna contraccion
muscular. El tratamiento puede incluir una serie de rafagas magnéticas en un rango de 15 a 25,000, o
en un rango de 40 a 10,000, o en un rango de 75 a 2,500, o en un rango de 150 a 1,500, 0 en un rango
de 300 a 750 0 a 100.000. La frecuencia de repeticion en las rafagas subsiguientes puede
aumentar/disminuir gradualmente con un incremento de 1 a 200 Hz, o de 2 a 20 Hz, 0 de 5 Hz a 15 Hz,
0 més de 5 Hz. Opcionalmente, en las radfagas subsiguientes puede variar la amplitud de la densidad de
flujo magnético, como aumentar/disminuir incrementalmente con un incremento de al menos 1%, 2% o
5% o mas de la frecuencia de pulso anterior. Durante la aplicacion de una rafaga, el campo magnético
puede brindar una contraccién muscular seguida de relajacion muscular. La relajacién muscular puede
ir seguida de otra contraccion muscular durante la aplicacion de la misma rafaga. Durante una rafaga,
puede repetirse al menos dos, tres, cuatro 0 mas veces el ciclo de trabajo muscular (que puede incluir
contraccién muscular seguida de relajacion muscular).

[0332] Ademas, como se ilustra en la Figura 19, puede estar asociado un ciclo de trabajo de
tratamiento con una aplicacion de energia de tratamiento pulsada del campo magnético. El ciclo de
trabajo del tratamiento puede referirse a una relacion entre el tiempo de tratamiento activo T y la suma
del tiempo de tratamiento activo y pasivo durante un ciclo Ts.

[0333] En la Figura 19 se ilustra un ciclo de trabajo de tratamiento ejemplar. El ciclo de trabajo del
10% significa que el T de tratamiento activo dura 2 sy el tratamiento pasivo T, dural8 s. En este
tratamiento ejemplar, el periodo que incluye el periodo de tratamiento activo y pasivo T3 dura 20
segundos. El ciclo de trabajo del tratamiento puede definirse como una proporcion entre T1y Ts. El
ciclo de trabajo del tratamiento puede estar en un rango de 1:100 (lo que significa 1%) a 24:25 (lo que
significa 96%) o 1:50 (lo que significa 2%) a 4: 6 (lo que significa 67%) o 1:50 (lo que significa 2%) a
1: 2 (lo que significa 50%) o 1:50 a 1: 3 (lo que significa 33%) o 1:50 (lo que significa 2%) a 1: 4 (lo
que significa 25%) o 1:20 (lo que significa 5%) a 1: 8 (lo que significa 12,5%) o 1: 100 (lo que
significa 1%) a 1: 8 (lo que significa 12,5%) o al menos 1: 4 (lo que significa al menos el 25%).
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[0334] Una aplicacién ejemplar de la tasa de repeticién de rafagas de 4 Hz puede ser el campo
magnético variable en el tiempo aplicado al paciente con una tasa de repeticion de 200 Hz y con un
ciclo de trabajo de tratamiento del 50% en trenes que duran 125 ms, es decir, cada tren incluye 25
pulsos. Una aplicacion ejemplar opcional de la tasa de repeticion de rafagas de 6 rafagas por minuto
puede ser el campo magnético variable en el tiempo aplicado al paciente con una tasa de repeticion de
1 Hz y con un ciclo de trabajo de tratamiento del 30% en trenes que duran 3 s; es decir, cada tren
incluye 3 pulsos.

[0335] La Figura 19 también puede mostrar una composicion ejemplar del componente magnético
proporcionado por el electrodo de RF.

[0336] Cuando el dispositivo de tratamiento usa una pluralidad de aplicadores (por ejemplo, dos),
cada aplicador puede incluir un dispositivo generador de campo magnético. Como cada dispositivo
generador de campo magnético puede proporcionar un campo magnético correspondiente, la pluralidad
de aplicadores puede incluir diferentes campos magnéticos. En ese caso, la amplitud de la densidad de
flujo magnético de los impulsos o pulsos magnéticos puede ser igual o diferente, segln lo especificado
por el usuario a través de HMI y/o por una o mas unidades de control.

[0337] Pueden generarse y aplicarse sincronicamente los impulsos de un campo magnético que
emitan un dispositivo generador de campo magnético (por ejemplo, una bobina magnética) como los
impulsos de otro campo magnético proporcionado por otro dispositivo generador de campo magnético.
Durante la sesidn de tratamiento con el dispositivo de tratamiento que incluya dos dispositivos
generadores de campo magnético, los impulsos del campo magnético proporcionados por un
dispositivo generador de campo magnético pueden generarse sincronicamente con los impulsos del
segundo campo magnético proporcionados por el segundo dispositivo generador de campo magnético.
La generacion sincrénica puede incluir la generacién simultanea.

[0338] La generacion sincrona de impulsos magnéticos puede proporcionarse mediante el
funcionamiento sincrono de interruptores, dispositivos de almacenamiento de energia, dispositivos
generadores de campos magnéticos y/u otros elementos eléctricos de la pluralidad de circuitos de
tratamiento magnético. Sin embargo, el usuario puede ordenar, ajustar o controlar el funcionamiento
sincrono de los elementos eléctricos del circuito de tratamiento magnético a traves del HMI, la unidad
maestra y/o mas unidades de control.

[0339] La Figura 27a muestra el tipo simultaneo de generacién sincrona de impulsos magnéticos en
dos dispositivos generadores de campos magnéticos ejemplares. El dispositivo de generacion de campo
magnético A (1VIFGD A) puede generar un primer campo magnético que incluya una pluralidad de
impulsos magnéticos bifasicos 271a. El dispositivo generador de campo magnético B (MFGD B)
puede generar un segundo campo magnético que incluya una pluralidad de impulsos magnéticos 271b.
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Los impulsos magnéticos de ambos campos magnéticos se generan durante la duracién del impulso
272 de los impulsos magnéticos 271a del primer campo magnético. Ademas, el impulso de ambos
campos magnéticos se genera dentro de la duracion del pulso 273 del primer campo magnético. La
generacion simultanea de campo magnético significa que el impulso magnético 271a del primer campo
magnético variable en el tiempo se genera al mismo tiempo que el impulso magnético 271b del
segundo campo magnético variable en el tiempo.

[0340] La generacion sincrona de campos magnéticos puede incluir generar un primer pulso del
primer campo magnético variable en el tiempo de manera que el primer pulso dure un periodo, en el
que el periodo dure desde el comienzo de un primer impulso del primer campo magnético variable en
el tiempo a un comienzo de un impulso consecutivo siguiente del primer campo magnético variable en
el tiempo y generar un segundo pulso del segundo campo magnético variable en el tiempo mediante el
segundo dispositivo generador de campo magnético de modo que el segundo pulso dure desde el
comienzo de un primer impulso del segundo campo magnético variable en el tiempo hasta el comienzo
de un impulso consecutivo siguiente del segundo campo magnético variable en el tiempo. La
generacion sincrona de campo magnético significa que el primer impulso del segundo campo
magnético variable en el tiempo se genera durante el periodo de tiempo del primer impulso.

[0341] La Figura 27b muestra un ejemplo de una generacion sincrona de impulsos magnéticos. El
dispositivo de generacion de campo magnético A (MFGD A) puede generar un primer campo
magnético que incluya una pluralidad de impulsos magnéticos bifasicos 271a. El dispositivo generador
de campo magnético B (MFGD B) puede generar un segundo campo magnético que incluya una
pluralidad de impulsos magnéticos 27 Ib. Los impulsos magnéticos 271b del segundo campo
magnético pueden generarse durante la duracién del pulso 273 del pulso del primer campo magnético,
pero fuera de la duracion del impulso 272 del impulso del primer campo magnético.

[0342] La Figura 27c muestra otro ejemplo de una generacion sincrona de impulsos magnéticos. El
dispositivo de generacion de campo magnético A (MFGD A) puede generar un primer campo
magnético que incluya una pluralidad de impulsos magnéticos bifasicos 271a. El dispositivo generador
de campo magnético B (1VIFGD B) puede generar un segundo campo magnético que incluya una
pluralidad de impulsos magnéticos 27 Ib. EI impulso magnético 271b del segundo campo magnético
puede generarse durante la duracién del pulso 273 del pulso del primer campo magnético. Ademas, el
impulso magnético 271b del segundo campo magnético puede generarse durante la duracion del
impulso 272 del impulso del primer campo magnético. El comienzo del impulso magnético 271b del
segundo campo magnético puede distanciarse del comienzo del impulso 271a del primer campo
magnético con un periodo llamado desplazamiento del impulso 274.
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El cambio de impulso puede estar en un rango de 51 a 10 ms o de 5 pus a 1000 ps o de 1 ps a 800 ps.

[0343] La Figura 27d muestra incluso otro ejemplo de una generacion sincrona de impulsos
magnéticos. El dispositivo de generacion de campo magnético A (MFGD A) puede generar un primer
campo magnético que incluya una pluralidad de impulsos magnéticos bifasicos 271a. El dispositivo
generador de campo magnético B (MFGD B) puede generar un segundo campo magnético que incluya
una pluralidad de impulsos magnéticos 271b. El impulso magnético 271b del segundo campo
magnético puede generarse durante la duracion del impulso 273 del impulso del primer campo
magnético. El impulso magnético 271b del segundo campo magnético puede generarse fuera de la
duracion del impulso 272 del impulso del primer campo magnético. El comienzo del impulso
magnético 271b del segundo campo magnético puede distanciarse del final del impulso magnético
271a del primer campo magnético con un periodo llamado periodo de distancia del impulso 275. El
periodo de distancia de impulso puede durar en un rango de 51 a 10 ms o de 5 pus a 1000 ps o de 1ps a
800 ps.

[0344] Ademas de la generacion sincrénica, pueden generarse por separado los impulsos magnéticos
de una pluralidad de campos magnéticos. La generacion separada de impulsos magnéticos de campos
magnéticos puede incluir la generacién de impulsos de un campo magnético que se generen fuera de la
duracion del pulso de otro campo magnético.

[0345] La Figura 27e muestra un ejemplo de generacién separada de impulsos magnéticos. El
dispositivo de generacion de campo magnético A puede generar un primer campo magnético que
incluya un tren de impulsos magnéticos 271a que tengan una duracién de impulso 271a. Cada impulso
magnético 271a es parte de un impulso que tiene una duracién de impulso 273a. La duracién del
impulso 272a del primer campo magnético puede ser parte de la duracion del impulso 273a del primer
campo magnético. El tren del primer campo magnético puede tener una duracion de tren 276a. El
dispositivo generador de campo magnético B puede incluir otro campo magnético que incluya otro tren
de una pluralidad de impulsos magnéticos 271b que tiene una duracion de impulso 272b. Cada impulso
magnético 271b es parte de un pulso que tiene una duracion de pulso 273b. La duracién del impulso
272b del segundo campo magnético puede ser parte de la duracién del pulso 273b del segundo campo
magnético. El tren del segundo campo magnético puede tener una duracion de tren 276b. El tren que
tiene una duracidn de tren 276a es generado por el dispositivo de generacion de campo magnético A en
un tiempo diferente al tren que tiene una duracion de tren 276b que se genera con un dispositivo de
generacion de campo magnético B. Ambos trenes pueden estar separados por un periodo de separacion
277 que puede estar en el rango de 1 ms a 30 s.
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Durante el periodo de separacion 277, no puede estar activo ningun dispositivo generador de campo
magneético, lo que significa que no puede almacenar energia el dispositivo de almacenamiento de
energia que proporciona pulsos de corriente.

[0346] Todos los ejemplos de generacion sincrona o separada de impulsos magnéticos pueden
aplicarse durante una sesion de tratamiento. Ademas, puede calcularse el cambio de impulsos y/o el
periodo de distancia de impulso sobre cualquier impulso magnético 271b de segundo u otro campo
magnético, que puede posicionarse de acuerdo con cualquier ejemplo dado por las Figuras 27B-27E.
Puede medirse y calcularse el cambio de impulso y/o el periodo de distancia de impulso a partir de la
medicion del osciloscopio. La generacion sincronica de impulsos magnéticos puede conducir y
extrapolarse a la generacién sincronica de impulsos magnéticos y/o trenes a partir de dos 0 mas
dispositivos generadores de campos magnéticos. De manera similar, la generacion separada de
impulsos magnéticos puede conducir y extrapolarse a la generacién sincronica de impulsos magnéticos
y/o trenes de dos o mas dispositivos generadores de campos magnéticos.

[0347] Puede usarse el ajuste o control que brinda la unidad maestra y/o una o més unidades de
control para crear o dar forma a una capa magnética o capa de RF. Por ejemplo, pueden modularse los
impulsos magnéticos o impulsos de RF en amplitud de cada impulso o pluralidad de impulsos para
permitir el ensamblaje de varias capas. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud
de la energia de RF para ensamblar varias capas. Pueden configurarse la unidad maestra y/o una o0 mas
unidades de control para proporcionar el ensamblaje de una 0 mas capas como se describe en este
documento. El paciente puede percibir de forma diferente las capas magnéticas y/o los capas de RF
(denominadas en el presente documento también como capas). La capa (o todas las capas segun se
muestra en las Figuras de esta aplicacion pueden ajustarse a la curva a través de la amplitud de la
densidad de flujo magnético de los impulsos, los pulsos o trazas y/o amplitudes de salida de potencia
de impulsos de RF de las ondas de RF.

[0348] La capa puede ser una capa magnética formada a partir de impulsos magnéticos. La capa
magnética que se forma a partir de impulsos puede incluir una pluralidad de impulsos, por ejemplo, al
menos dos, tres, cuatro 0 méas impulsos magnéticos posteriores. Pueden seguirse entre si los impulsos
magnéticos subsiguientes como la capa magnética. En el caso de dicha capa, la duracion de la capa
puede comenzar con el primer impulso y terminar con el tltimo impulso de la pluralidad de impulsos.
La capa puede incluir un tren de impulsos magnéticos. La capa puede ser una curva ajustada a
amplitudes de densidad de flujo magnético de impulsos. Por tanto, la capa que se forma por impulsos
magnéticos puede definir la forma de la traza de acuerdo con la modulacién en la densidad del flujo
magneético, la tasa de repeticion y/o la duracion de los impulsos magnéticos.
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Por lo tanto, la capa puede ser una capa de RF formada por impulsos de RF y su modulacion de capa,
tasa de repeticion o duracion del impulso de RF de onda de RF.

[0349] La capa puede ser una capa magnética formada a partir de pulsos magnéticos. La capa
magnética que se forma por pulsos puede incluir una pluralidad de pulsos (por ejemplo, al menos dos,
tres, cuatro 0 mas pulsos magnéticos posteriores), en los que los pulsos se suceden sin que falte
ninguno. En dicho caso, la duracién de la capa puede comenzar con el impulso del primer pulso y
terminar con una duracién de tiempo pasivo del ultimo impulso de la pluralidad de pulsos. La capa que
se forma por impulsos magnéticos puede por lo tanto definir la forma de la traza de acuerdo con la
modulacioén en la densidad del flujo magnético, la tasa de repeticion y/o la duracion de los impulsos. La
capa puede incluir un tren de pulsos magnéticos. El tren consta de pulsos magnéticos en un patrén que
se repite al menos dos veces durante el protocolo. La capa magnética puede ser una curva ajustada a
amplitudes de densidad de flujo magnético de pulsos.

[0350] La capa puede ser una capa magnética formada a partir de trenes magnéticos. La capa
magnética que se forma a partir de trenes puede incluir una pluralidad de trenes (por ejemplo, al menos
dos, tres, cuatro 0 mas trenes magnéticos posteriores), en los que los trenes se suceden con una
duracion definida entre el tren. En dicho caso, la duracion de la capa puede comenzar con el impulso
del primer pulso y terminar con una duracion de tiempo pasivo de la pluralidad de pulsos. La
pluralidad de trenes en una capa puede separarse por impulsos faltantes, incluidos los impulsos. El
namero de pulsos faltantes puede estar en un rango de 1 a20 o de 1 a 10.

[0351] Se puede modular la capa en varios valores de compensacién de densidad de flujo magnético.
El valor de compensacion puede estar en el rangode 0.01 Tal Tor0.1a1 Tor0.2a0.9 T. El valor de
compensacién puede corresponder a un valor distinto de cero en la densidad de flujo magnético.

[0352] Durante una sesion de tratamiento, el dispositivo de tratamiento puede aplicar varias capas.
Se pueden combinar dos 0 mas capas de campo magnético para crear una posible forma resultante.

[0353] En los ejemplos que se mencionan anteriormente, la capa puede comenzar por el primer
impulso. Ademas, la capa continGia durante la duracion del primer pulso respectivo, incluido el primer
impulso. Ademas, la capa puede terminar con una duracion de tiempo pasivo del Gltimo pulso, en la
que el altimo pulso puede seguir al primer pulso. Se muestra esta opcion en las siguientes figuras que
muestran formas ejemplares de la capa de pulsos magnéticos. Como se muestra en las siguientes
figuras, puede alcanzarse la forma de la capa mediante la modulacion de la densidad de flujo
magneético.
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La forma de la capa de RF puede lograrse mediante la modulacion de la amplitud de potencia o los
impulsos de ondas de RF.

[0354] La Figura 28 es una ilustracion ejemplar de una capa 281 creciente formada a partir de
impulsos magnéticos 282, en la que un impulso magnético 282 va seguido de un periodo de tiempo
pasivo del pulso magnético. Va aumentando la amplitud de la densidad de flujo magnético de los
impulsos subsiguientes en la capa creciente. La amplitud de la densidad de flujo magnético de un
impulso es mayor que la amplitud de la densidad de flujo magnético del impulso anterior. De manera
similar, la amplitud de la densidad de flujo magnético del segundo impulso es mayor que la amplitud
de la densidad de flujo magnético del primer impulso. Se puede utilizar la amplitud creciente para la
preparacion muscular. La duracion de la capa 283 de la capa creciente 281 comienza desde el primer
impulso del primer pulso hasta el final de la duracion de tiempo pasivo del dltimo pulso. De manera
similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las ondas de RF para ensamblar la capa creciente
281.

[0355] La figura 29 es una ilustracion ejemplar de una capa 291 decreciente formada a partir de
impulsos magnéticos 292. Disminuye la amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos
subsiguientes en la capa decreciente. La amplitud de la densidad de flujo magnético de un impulso es
menor que la amplitud de la densidad de flujo magnético del impulso anterior. De manera similar, la
amplitud de la densidad de flujo magnético del segundo impulso es menor que la amplitud de la
densidad de flujo magnético del primer impulso. La duracién de la capa 293 de la capa decreciente 291
comienza desde el primer impulso del primer pulso hasta el final de la duracién de tiempo pasivo del
altimo pulso. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las ondas de RF para
ensamblar la capa decreciente 291.

[0356] La figura 30 es una ilustracion ejemplar de una capa 302 rectangular formada a partir de
impulsos magnéticos 303. Puede ser constante la amplitud de la densidad de flujo magnético de los
impulsos en la capa rectangular. Sin embargo, la amplitud de la densidad de flujo magnético de los
impulsos subsiguientes puede oscilar alrededor del valor predeterminado de la amplitud de la densidad
de flujo magnético en el rango de 0.01% a 5%. La amplitud de la densidad de flujo magnético del
primer impulso puede ser idéntica a la amplitud de la densidad de flujo magnético del segundo
impulso, en donde el segundo impulso sigue al primer impulso. La duracion de la capa 304 de la capa
rectangular 302 comienza desde el primer impulso del primer pulso hasta el final de la duracion de
tiempo pasivo del ultimo pulso. Se puede utilizar la capa rectangular para inducir la contraccion o los
espasmos musculares. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las ondas de
RF para ensamblar la capa rectangular 302.
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[0357] La Figura 31 es una ilustracidn ejemplar de una capa 311 combinada, que puede verse
hipotéticamente como una combinacion de capa creciente y capa rectangular. La capa combinada 311
incluye impulsos magnéticos 312. La amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos en la
capa combinada puede aumentar en un rango del 1% al 95% o del 5% al 90% o del 10% al 80% del
tiempo de duracion de toda la capa combinada. La amplitud de la densidad de flujo magnético de los
impulsos subsiguientes en la parte rectangular de la capa combinada puede oscilar alrededor del valor
predeterminado de la amplitud de la densidad de flujo magnético en el rango de 0.01% a 5%. La
duracioén de la capa 313 de la capa combinada 311 comienza desde el primer impulso del primer pulso
hasta el final de la duracidn de tiempo pasivo del ultimo pulso. Se puede utilizar la capa combinada que
se muestra en la Figura 31 para preparar el masculo e inducir la contraccion del musculo o las
contracciones musculares. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las ondas
de RF para ensamblar la capa 311.

[0358] La Figura 32 es una ilustracidn ejemplar de una capa 321 combinada, que puede verse
hipotéticamente como una combinacion de capa rectangular y capa decreciente. La capa combinada
321 incluye impulsos magnéticos 322. La amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos
en la capa combinada puede disminuir en un rango del 1% al 95% o del 5% al 90% o del 10% al 80%
del tiempo de duracidn de toda la capa combinada. La amplitud de la densidad de flujo magnético de
los impulsos subsiguientes en la parte rectangular de la capa combinada puede oscilar alrededor del
valor predeterminado de la amplitud de la densidad de flujo magnético en el rango de 0.01% a 5%. La
duracion de la capa 323 de la capa combinada 321 comienza desde el primer impulso del primer pulso
hasta el final de la duracién de tiempo pasivo del ultimo pulso. Se puede usar la capa combinada como
se muestra en la Figura 32 para inducir la contraccion o los espasmos musculares y la subsecuente
conclusion de la estimulacién muscular. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud
de las ondas de RF para ensamblar la capa combinada 321.

[0359] La Figura 33 es una ilustracién ejemplar de la capa triangular 331, que puede entenderse
como una combinacién de la capa creciente seguida inmediatamente por la capa decreciente. La capa
triangular 331 puede incluir impulsos magnéticos 332. Puede no ser simétrica la forma triangular de la
capa. Ademas, puede verse interrumpida la rectitud de una o mas lineas de la forma triangular
mediante otro tipo de las capa aqui mencionadas, por ejemplo, una capa rectangular. Una capa
triangular puede seguir de cerca a otra capa triangular o unirse a otra capa triangular.
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Al unir dos capas triangulares, la capa resultante puede tener forma de diente de sierra. La duracion de
la capa 333 de la capa triangular 331 comienza desde el primer impulso del primer pulso hasta el final
de la duracion de tiempo pasivo del Gltimo pulso. De manera similar, se puede modular en amplitud la
amplitud de las ondas de RF para ensamblar la capa triangular 331.

[0360] La figura 34 es una ilustracion ejemplar de una capa trapezoidal 341. La capa trapezoidal 341
puede incluir impulsos magnéticos 342. La capa trapezoidal puede incluir un periodo creciente
(ascendente) Tg, un periodo de espera Tw y un periodo decreciente (caida) Tr. Durante el periodo
creciente, aumenta la amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos posteriores. Ademas,
durante el periodo creciente, la amplitud de la densidad de flujo magnético de un impulso es mayor que
la amplitud de la densidad de flujo magnético del impulso anterior. Durante el periodo de espera, la
amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos subsiguientes puede oscilar alrededor del
valor predeterminado de la amplitud de la densidad de flujo magnético en el rango de 0.01% a 5%.
Durante el periodo decreciente, disminuye la amplitud de la densidad de flujo magnético de los
impulsos posteriores. Ademas, durante el periodo decreciente, la amplitud de la densidad de flujo
magnético de disminuciones impulso es menor que la amplitud de la densidad de flujo magnético del
impulso anterior. El periodo de espera puede ser interrumpido por otro periodo de retencion que tenga
un valor predeterminado diferente de la densidad de flujo magnético. La duracion de la capa 343 de la
capa trapezoidal 341 comienza desde el primer impulso del primer pulso hasta el final de la duracion
de tiempo pasivo del Gltimo pulso. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las
ondas de RF para ensamblar la capa trapezoidal 341.

[0361] El paciente puede percibir la capa trapezoidal como la mas comoda para la estimulacién del
tejido muscular. La capa trapezoidal respeta el curso natural de la contraccién muscular, es decir,
puede variar con el tiempo la contraccion muscular. La fuerza de la contraccién muscular natural
aumenta, se mantiene a la maxima fuerza y disminuye. La capa trapezoidal corresponde con la
contraccion muscular natural, es decir, la fuerza de la contraccion muscular puede corresponder con la
densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético aumenta, se mantiene y disminuye
durante la duracion de la capa trapezoidal. La misma forma de capa puede tener un electrodo de RF
formado a partir de impulsos de RF que tengan la amplitud apropiada.

[0362] La capa trapezoidal puede ser interrumpida al menos una vez gracia a uno o mas impulsos,
pulsos, rafagas y/o trenes que no se ajusten a la forma de la capa trapezoidal, pero después de esta
interrupcion puede continuar la capa trapezoidal.
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[0363] Ademas, la capa trapezoidal puede incluir una pluralidad de trenes, por ejemplo, dos, tres,
cuatro o mas trenes. En caso de forma trapezoidal, la capa puede incluir tres trenes. El primer tren
puede incluir impulsos con una densidad de flujo magnético creciente. La densidad de flujo magnético
de un impulso puede ser mayor que la densidad de flujo magnético del segundo impulso que siga al
primer impulso. El segundo tren puede incluir impulsos con densidad de flujo magnético constante. Sin
embargo, el funcionamiento del dispositivo de tratamiento puede no proporcionar una densidad de
flujo magnético estrictamente constante para cada impulso, por lo que la densidad de flujo magnético
puede oscilar en un rango de 0.1 a 5%. El tercer tren puede incluir impulsos con una densidad de flujo
magnético decreciente. La densidad de flujo magnético de un impulso puede ser menor que la densidad
de flujo magnético del segundo impulso que siga al primer impulso.

[0364] Ademas, la capa trapezoidal puede incluir una pluralidad de rafagas, por ejemplo, dos, tres,
cuatro o mas rafagas. En caso de forma trapezoidal, la capa puede incluir tres rafagas. La primera
rafaga puede incluir impulsos con una densidad de flujo magnético creciente. La densidad de flujo
magnético de un impulso puede ser mayor que la densidad de flujo magnético del segundo impulso que
siga al primer impulso. La segundo rafaga puede incluir impulsos con densidad de flujo magnético
constante. Sin embargo, el funcionamiento del dispositivo de tratamiento puede no proporcionar una
densidad de flujo magnético estrictamente constante para cada impulso, por lo que la densidad de flujo
magnético puede oscilar en un rango de 0.1 a 5%. La tercer rafaga puede incluir impulsos con una
densidad de flujo magnético decreciente. La densidad de flujo magnético de un impulso puede ser
menor que la densidad de flujo magnético del segundo impulso que siga al primer impulso.

[0365] La Figura 20 ilustra otra capa trapezoidal ejemplar. El eje vertical puede representar la
densidad de flujo magnético y el eje horizontal puede representar el tiempo. Una capa trapezoidal
puede ser una curva ajustada a través de amplitudes de densidad de flujo magnético de impulsos
aplicados durante un tren, donde Tk es el periodo de tiempo con una densidad de flujo magnético
creciente llamado tiempo transitorio creciente, es decir, puede aumentar la amplitud de la densidad de
flujo magnético. T es el periodo con méxima densidad de flujo magnético, es decir, puede ser
constante la amplitud de la densidad de flujo magnético. Tr es el periodo con una densidad de flujo
magnético decreciente, es decir, puede disminuir la amplitud de la densidad de flujo magnético. La
suma de T, Tu Yy Te puede ser una duracion de la capa trapezoidal que puede corresponder con la
contraccion muscular.

[0366] La capa trapezoidal puede reducir el consumo de energia. Debido al menor consumo de
energia, la forma trapezoidal puede permitir un enfriamiento mejorado del dispositivo generador de
campo magnético. Ademas, pueden reducirse las pérdidas resistivas debido a la menor temperatura del
dispositivo generador de campo magnético.
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Diferentes tasas de repeticion pueden causar diferentes tipos de contracciones musculares. Cada tipo de
contraccion muscular puede consumir diferentes cantidades de energia.

[0367] La Figura 35 es una ilustracion ejemplar de una capa trapezoidal 351 que incluye un periodo
de tiempo creciente Ty, un primer periodo de tiempo decreciente T, y un segundo periodo de tiempo
decreciente Ts. La capa trapezoidal 351 incluye impulsos magnéticos 352. El periodo de tiempo
creciente incluye impulsos con una amplitud creciente de densidad de flujo magnético. EI primer
periodo decreciente y el segundo periodo decreciente incluyen impulsos con amplitud decreciente de la
densidad de flujo magnético. En el ejemplo mostrado, el primer periodo decreciente sigue al periodo
creciente y precede al segundo periodo decreciente. Se demuestra que la amplitud de la densidad de
flujo magnético de los impulsos subsiguientes disminuye mas abruptamente durante el segundo
periodo decreciente. Opcionalmente, puede disminuir mas abruptamente la amplitud de la densidad de
flujo magnético de los impulsos posteriores durante el primer periodo decreciente. La duracion de la
capa 353 de la capa trapezoidal 351 comienza desde el primer impulso del primer pulso hasta el final
de la duracion de tiempo pasivo del Gltimo pulso. En consecuencia, la capa puede ser una capa
magnética formada a partir de impulsos RF. De manera similar, se puede modular en amplitud la
amplitud de las ondas de RF para ensamblar la capa trapezoidal 351.

[0368] La Figura 36 es una ilustracion ejemplar de una capa trapezoidal 361 que incluye un primer
periodo creciente, un segundo periodo creciente y un periodo decreciente. La capa trapezoidal 361
incluye impulsos magnéticos 362. El primer periodo creciente y el segundo periodo creciente incluyen
impulsos con amplitud creciente de la densidad de flujo magnético. El primer periodo creciente y el
segundo periodo creciente incluyen impulsos con amplitud creciente de la densidad de flujo magnético.
En el ejemplo mostrado, el segundo periodo creciente sigue al primer periodo creciente y precede al
periodo decreciente. Se demuestra que la amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos
subsiguientes aumenta mas abruptamente durante el primer periodo creciente. Opcionalmente, puede
aumentar méas abruptamente la amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos posteriores
durante el segundo periodo creciente. La duracion de la capa 363 de la capa trapezoidal 361 comienza
desde el primer impulso del primer pulso hasta el final de la duracion de tiempo pasivo del ultimo
pulso. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las ondas de RF para
ensamblar la capa trapezoidal 361.
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La Figura 37 es una ilustracion ejemplar de una capa 371 escalonada que incluye un primer
periodo creciente T, un primer periodo de espera T, un segundo periodo creciente, un segundo
periodo de espera y un periodo decreciente. La capa 371 escalonada incluye impulsos magnéticos 372.
Durante el primero y segundo periodos creciente puede aumentar la amplitud de la densidad de flujo
magnético de los impulsos posteriores. Durante el periodo decreciente puede disminuir la amplitud de
la densidad de flujo magnético de los impulsos posteriores. Durante el periodo de espera puede ser
constante la amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos subsiguientes o puede oscilar
alrededor del valor predeterminado de la amplitud de la densidad de flujo magnético en el rango de
0.01% a 5%. La duracion de la capa 373 de la capa 371 escalonada comienza desde el primer impulso
del primer pulso hasta el final de la duracion de tiempo pasivo del Gltimo pulso. De manera similar, se
puede modular en amplitud la amplitud de las ondas de RF para ensamblar la capa escalonada 371.

La Figura 38 es una ilustracién ejemplar de una capa 381 escalonada que incluye un primer
periodo creciente T, un primer periodo de espera T, un primer periodo decreciente, un segundo
periodo de espera T4y un segundo periodo decreciente Ts. La capa 381 escalonada incluye impulsos
magnéticos 382. Durante el periodo creciente puede incrementar la amplitud de la densidad de flujo
magnético de los impulsos posteriores. Durante el primero y segundo periodos decrecientes puede
disminuir la amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos posteriores. Durante el periodo
de espera puede ser constante la amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos
subsiguientes o puede oscilar alrededor del valor predeterminado de la amplitud de la densidad de flujo
magnético en el rango de 0.01% a 5%. La duracién de la capa 383 de la capa 381 escalonada comienza
desde el primer impulso del primer pulso hasta el final de la duracién de tiempo pasivo del ultimo
pulso. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las ondas de RF para
ensamblar la capa 381.

La Figura 39 es una ilustracion ejemplar de otro tipo de capa trapezoidal 391 que incluye
impulsos magnéticos 392. La capa trapezoidal puede incluir un periodo creciente T 1, un periodo de
espera T 2 y un periodo decreciente T 5. Durante el periodo creciente, aumenta la amplitud de la
densidad de flujo magnético de los impulsos posteriores. Ademas, durante el periodo creciente, la
amplitud de la densidad de flujo magnético de un impulso es mayor que la amplitud de la densidad de
flujo magnético del impulso anterior. Durante el periodo de espera, la amplitud de la densidad de flujo
magnético de los impulsos subsiguientes puede oscilar alrededor del valor predeterminado de la
amplitud de la densidad de flujo magnético en el rango de 0.01% a 5%. Durante el periodo decreciente,
disminuye la amplitud de la densidad de flujo magnético de los impulsos posteriores.
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Ademas, durante el periodo decreciente, la amplitud de la densidad de flujo magnético de
disminuciones impulso es menor que la amplitud de la densidad de flujo magnético del impulso
anterior. El periodo de espera puede incluir otro periodo de espera T4 que tenga un valor
predeterminado diferente de la densidad de flujo magnético. La duracién de la capa 393 de la capa 391
escalonada comienza desde el primer impulso del primer pulso hasta el final de la duracién de tiempo
pasivo del ultimo pulso. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las ondas de
RF y/o de los impulsos RF para ensamblar la capa 391.

[0372] La capa puede incluir modulacion combinada de densidad de flujo magnético y tasa de
repeticion. La Figura 40 muestra una ilustracion ejemplar de la capa rectangular 401 con amplitud
constante de la densidad de flujo magnético. La capa rectangular 401 puede incluir impulsos
magnéticos 402. Los periodos Trrz ¥ Trrz Mmuestran impulsos que tienen una frecuencia de repeticion
mas alta que el resto de los impulsos magnéticos durante Trr1 que Se muestran en la capa rectangular.
Los periodos mostrados Trr2 Y Trrs pueden generar una contraccién muscular mas fuerte que el resto
de la capa rectangular mostrada. Sin embargo, todas las capas mostradas pueden incluir modulacién en
el dominio de la tasa de repeticion. La duracion de la capa 403 de la capa rectangular 401 comienza
desde el primer impulso del primer pulso hasta el final de la duracién de tiempo pasivo del ultimo
pulso. En consecuencia, la capa puede ser una capa magnética formada a partir de impulsos RF. Su
amplitud también puede formar una amplitud, denominada capa de RF. De manera similar, se puede
modular en amplitud la tasa de amplitud y/o repeticién de los impulsos de RF para ensamblar la capa
401

[0373] Como se menciond, la capa puede formarse a partir de trenes magnéticos separados por uno o
mas pulsos faltantes. La Figura 41 muestra la envolvente formada por trenes magnéticos que incluyen
impulsos magnéticos 412. Como se muestra, el primer tren que incluye el tren de impulsos con una
densidad de flujo magnético creciente tiene una duracion T;. El segundo tren de impulsos incluidos con
densidad de flujo magnético constante u oscilante tiene una duracién T,. El tercer tren de incluir
impulsos con densidad de flujo magnético decreciente tiene una duracion Ts. La capa 411 que incluye
una pluralidad de trenes tiene forma trapezoidal. Las duraciones de tiempo entre las duraciones T1y T»
o las duraciones T, y T3 puede representar intervalos en los que se colocarian los pulsos faltantes,
incluidos los impulsos faltantes. La duracion de la capa 413 de la capa 411 escalonada comienza desde
el primer impulso del primer pulso hasta el final de la duracién de tiempo pasivo del Gltimo pulso. De
manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las ondas o impulsos de RF para
ensamblar las capas 411.
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[0374] Durante el tratamiento, pueden combinarse las capas magnéticas. La Figura 42 muestra un
ejemplo de combinacion de capas magnéticas. La capa 422 creciente que tiene una forma creciente
incluye un tren 421 de impulsos magnéticos. La capa creciente 422 puede tener una duracién Tg; La
capa 423 rectangular incluye un tren 421 de impulsos magnéticos. La capa rectangular puede tener una
duracion Tg,. La capa decreciente 424 incluye un tren de impulsos magnéticos 421. La capa
decreciente 424 puede tener una duracion Tes. El subperiodo resultante del protocolo de tratamiento
formado por la combinacién de la primera, segunda y tercera capa puede proporcionar un efecto de
tratamiento igual o similar al de la capa trapezoidal que se muestra, por ejemplo, en la Figura 34y la
Figura 20. Un subperiodo resultante del protocolo de tratamiento tiene una duracion 425 desde el
primer impulso del primer pulso hasta el final de la duracion pasiva del ultimo pulso del subperiodo de
tratamiento. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las ondas de RF y/o de
los impulsos RF para ensamblar la combinacién de capas.

[0375] La Figura 43 ilustra otro ejemplo de combinacion de capas magnéticas, en el que el
periodo de disminucidn tiene una densidad de flujo magnético diferente que la capa rectangular.
Este ejemplo puede ilustrar que la combinacién de capas magnéticas puede incluir capas con
diferente densidad de flujo magnético. La capa 432 creciente que tiene una forma creciente incluye
un tren 431 de impulsos magnéticos. La capa creciente puede tener una duracion Te:1 La capa
rectangular 433 incluye un tren de impulsos magnéticos 431. La capa rectangular puede tener una
duracion Tez. La capa decreciente incluye un tren de impulsos magnéticos 431. La capa
decreciente 434 puede tener una duracion Tes. El subperiodo resultante del protocolo de
tratamiento formado por la combinacion de la primera, segunda y tercera capa puede proporcionar
un efecto de tratamiento igual o similar al de la capa trapezoidal que se muestra, por ejemplo, en
las Figura 34 y 20. Un subperiodo resultante del protocolo de tratamiento tiene una duracion 435
desde el primer impulso del primer pulso hasta el final de la duracién pasiva del ultimo pulso del
subperiodo de tratamiento. De manera similar, se puede modular en amplitud la amplitud de las
ondas de RF y/o de los impulsos RF para ensamblar la combinacién de capas.

[0376] La Figura 44 ilustra dos capas ejemplares de un campo magnético con un ejemplo de un
periodo entre capas, es decir, un periodo entre capas. El periodo entre las capas puede incluir el
tiempo sin estimulacién magnética. Sin embargo, el periodo de tiempo entre capas puede incluir
impulsos magnéticos que proporcionen una estimulacion muscular insuficiente o irreconocible
(incluyendo, por ejemplo, una contraccion y relajacion musculares). También pueden formar capas
los impulsos magnéticos generados durante el periodo entre capas.
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Pueden generarse los impulsos magnéticos que proporcionan una estimulacion muscular insuficiente o
irreconocible descargando el dispositivo de almacenamiento de energia a la bobina generadora de
campo magnético para descargar la capacidad de reposo. Después, puede cargarse el dispositivo de
almacenamiento de energia mediante una fuente de energia a una mayor cantidad de corriente eléctrica
y/o voltaje para proporcionar impulsos de corriente de alta potencia al dispositivo generador de campo
magnético. La capa rectangular 442 de duracion T, puede incluir impulsos magnéticos 441. La capa
trapezoidal 444 con duracién T, puede incluir impulsos magnéticos 441. El periodo entre capas que
tiene una duracion Tep puede incluir una capa 443 (por ejemplo, con una forma decreciente) dada la
densidad de flujo magnético de los impulsos magnéticos 441 dentro del periodo de tiempo entre capas.
Opcionalmente, el periodo de tiempo entre capas puede incluir impulsos Unicos que proporcionan
contracciones musculares. En consecuencia, la capa puede ser una capa magnética formada a partir de
impulsos RF. Su amplitud también puede formar una amplitud, denominada capa de RF. El periodo de
tiempo entre capas de RF puede incluir el tiempo sin calentamiento.

[0377] Puede generarse el tratamiento de RF (campo de RF) mediante una fuente de energia de
tratamiento (por ejemplo, un electrodo de RF) en funcionamiento continuo, funcionamiento pulsado o
funcionamiento que incluye ciclos. La operacion continua se presenta durante el tratamiento de RF
continuo. La operacion pulsada se presenta durante el tratamiento de RF pulsado.

[0378] Durante la operacion continua, el electrodo de RF puede generar un campo de RF sobre todo
el tratamiento o con una duracién de tiempo durante el tratamiento, segln lo ordene la unidad maestra,
0 una o mas unidades de control. El electrodo de RF puede generar una onda de RF que tenga forma
sinusoidal. En otras palabras, el electrodo de RF puede generar una forma de onda de radiofrecuencia
gue tenga forma sinusoidal. Son posibles otras formas, por ejemplo, diente de sierra, tridngulo o
cuadrado segun las amplitudes de la onda de RF.

[0379] El tratamiento de RF continuo puede tener uno de los efectos sinérgicos mas altos con el
tratamiento magnético proporcionado debido al calentamiento continuo de las estructuras bioldgicas
objetivo del paciente, el efecto mas alto para la polarizacién de las estructuras bioldgicas objetivo del
paciente y para garantizar una penetracion profunda del campo magnético y un alto efecto de los
campos magnéticos generados al tejido del paciente, como para promover la contraccion muscular.

[0380] Durante la generacion pulsada, el electrodo de RF puede generar un campo de RF durante dos
0 mas periodos activos del tratamiento, en los que los periodos pueden estar separados por periodos
pasivos. El periodo activo del tratamiento de RF pulsado puede representar el periodo durante el cual el
electrodo de RF esté activo y genera un campo de RF. El periodo activo puede estar en el rangode 1 s
a 15 minutos 0 30 s a 10 minutos 0 5sa900s030sa300s060sa 360 s.
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El periodo pasivo del tratamiento por pulsos de RF puede representar el periodo durante el cual esta
inactivo el electrodo de RF y no genera un campo de RF. El periodo pasivo del tratamiento por pulsos
de RF puede estar en el rango de 1 s a 15 minutos o de 10 s a 10 minutos o de 5sa 600 s o de 5sa 300
s o0 de 10 s a 180 s. Pueden variar durante el tratamiento la generacion de impulsos y sus parametros.

[0381] El usuario puede seleccionar, controlar o ajustar varios protocolos de tratamiento del
dispositivo de tratamiento a través de la unidad de control o la unidad maestra del dispositivo de
tratamiento. Ademas, la unidad maestra y/o la unidad de control pueden seleccionar, controlar o ajustar
los protocolos de tratamiento del érea corporal u otra opcion seleccionada por el usuario. Ademas, la
unidad maestra y/o la unidad de control pueden seleccionar, controlar o ajustar el tratamiento de varios
parametros de tratamiento de acuerdo con la retroalimentacién proporcionada por cualquier sensor
mencionado anteriormente.

[0382] El protocolo de tratamiento puede incluir una seleccién de uno o mas parametros de
tratamiento y sus valores predeterminados asignados al protocolo respectivo. Ademas, el protocolo de
tratamiento puede incluir varios tipos de tratamiento combinado mediante tratamiento magnético y
tratamiento de RF.

[0383] Respecto a los pardmetros de tratamiento, el usuario puede controlar o ajustar varios
parametros de tratamiento del dispositivo de tratamiento a través del sistema de control que incluye la
unidad maestra o una o0 mas unidades de control del dispositivo de tratamiento. La unidad maestra y/o
la unidad de control pueden controlar o ajustar los parametros de tratamiento segun el protocolo de
tratamiento, el area corporal u otra opcién que seleccione el usuario. Ademas, la unidad maestra y/o la
unidad de control pueden controlar o ajustar el tratamiento de varios parametros de tratamiento de
acuerdo con la retroalimentacién proporcionada por cualquier sensor mencionado anteriormente. La
unidad maestra 0 una o mas unidades de control pueden proporcionar un ajuste de los parametros de
tratamiento del campo magnético, incluida la densidad de flujo magnético, la amplitud de la densidad
de flujo magnético, la duracién del impulso, la duracién del pulso, la tasa de repeticion de los impulsos,
la tasa de repeticidn de los pulsos, la duracién del tren, el nimero de impulsos y/o pulsos en tren, la
duracion de la rafaga, la composicién de la rafaga magnética, la composicién del tren magnético, el
namero de capas , el ciclo de trabajo, la forma de las capas y/o el maximo de la derivada de densidad
de flujo magnético. La unidad maestra o una 0 mas unidades de control pueden proporcionar el ajuste
de los parametros de tratamiento del campo de RF, incluida la frecuencia del campo de RF, el ciclo de
trabajo del campo de RF, la intensidad del campo de RF, el flujo de energia proporcionado por el
campo de RF, la potencia del campo de RF, la amplitud de la potencia del campo de RF y/o la amplitud
de la potencia de las ondas de RF, donde las ondas de RF pueden referirse al componente eléctrico del
campo de RF. Pueden controlarse o ajustarse en los siguientes rangos los parametros de tratamiento.
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[0384] Ademas, los parametros de tratamiento pueden incluir, por ejemplo, el tiempo de tratamiento,
la temperatura del dispositivo generador de campo magnético, la temperatura del electrodo de RF, la
temperatura del aplicador, la temperatura del tanque de enfriamiento, la seleccidn del area objetivo del
cuerpo, el nimero de aplicadores conectados, la temperatura del fluido de enfriamiento (que se mide en
un conducto de fluido, tubo de conexién, aplicador o tanque de enfriamiento mediante un sensor de
temperatura adecuado), el area del cuerpo seleccionada y/u otros.

[0385] Diferentes densidades de flujo magnético, duracion del pulso, composicion de trenes y/o
rafagas pueden tener una influencia diferente sobre el tejido muscular. Una parte del tratamiento
magnético puede causar, por ejemplo, el entrenamiento muscular para aumentar la fuerza muscular, el
volumen muscular, la tonificacién muscular y otras partes del tratamiento magnético pueden causar
relajacién muscular. Puede modularse la sefial proporcionada al electrodo de RF respecto a la
capacidad del circuito creado por los dos electrodos de RF bipolares y el cuerpo del paciente, evitando
la creacién de ondas de radiofrecuencia estacionarias en el aplicador y/o el paciente, u otro. Puede
lograrse la modulacién del campo de radiofrecuencia puede en el dominio de la frecuencia, el dominio
de la intensidad, la duracion del impulso y/u otros parametros. El objetivo del tratamiento individual
por radiofrecuencia, el tratamiento magnético y/o su combinacién es alcanzar el tratamiento méas
complejo y/o eficaz de la estructura bioldgica objetivo. La modulacion en el dominio del tiempo puede
proporcionar periodos de estimulacion activos y pasivos. Puede ocurrir un periodo pasivo cuando el
tratamiento de RF y/o el tratamiento magnético incluya un periodo sin estimulacion muscular y/o sin
cambio de temperatura u otro efecto de tratamiento que genere el campo de RF de la estructura
bioldgica objetivo. Durante un periodo pasivo, es posible que no se genere un campo magnético y/o
campo de RF. Ademas, durante un periodo pasivo, se pueden generar un campo magneético y un campo
de RF, pero pueden no ser suficientes la intensidad del campo magnético y/o el campo de RF para
proporcionar un efecto de tratamiento de al menos una de las estructuras bioldgicas objetivo.

[0386] La densidad de flujo magnético del campo magnético puede estarenunrangode 0.1 Ta7 T,
oenunrangode0.5Ta7T,oenunrangode0.5Ta5T,oenunrangode 0.5Ta4 T, oen el rango
de 0.5 T a2 T. Dicha definicion puede incluir la amplitud de la densidad de flujo magnético. Pueden
usarse los rangos mostrados de densidad de flujo magnético para provocar la contraccién muscular.
Puede medirse con un fluxdmetro o con un osciloscopio la densidad de flujo magnético y/o la amplitud
de la densidad de flujo magnético.

[0387] La tasa de repeticion puede referirse a una frecuencia de disparo de los impulsos magnéticos.
La tasa de repeticion puede derivarse de la duracién del pulso magnético.
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La tasa de repeticion de los impulsos magnéticos puede estar en el rango de 0.1 Hz a 700 Hz, o de 1 Hz
a 700 Hz, o de 1 Hz a 500 Hz, o en el rango de 1 Hz a 300 Hz 0 1 Hz a 150 Hz. Como cada pulso
magnético incluye un impulso magnético, la tasa de repeticion de los pulsos magnéticos es igual a la
tasa de repeticion de los impulsos magnéticos. La duracién de los impulsos magnéticos puede estar en
unrangodelpsalOmsode3psa3msodepsa3msode3 psalmsodel0 psa2000 psode50
s a 1000 ps o de 100 ps a 800 ps. Se puede medir la tasa de repeticién de los impulsos a partir del
registro de la medicion del osciloscopio.

La duracién del tren puede estar en el rangode 1 msa300sode 1 msa80sode2msa60s
ode4msa30s,0de8msalls,ode25msa3s. Eltiempo entre dos trenes subsiguientes puede
estar en un rango de 5msa 100s,0de 10 msa50s,0de 200 msa25s, 0 de 500 ms a 10 s, o de 750
msa5sode 300 msa 20 s. Se puede medir la tasa de repeticion a partir del registro de la medicion del
osciloscopio.

La duracién de la rafaga puede estar en un rango de 10 ms a 100 segundos, o de 100 ms a 15
s,0de 500 msa7s,0de500msab5s. Latasa de repeticion de rafagas magnéticas puede estar en un
rango de 0.01 Hz a 150 Hz, o de 0.02 Hz a 100 Hz, o en el rango de 0.05 Hz a 50 Hz, 0 0.05 Hz a 10
Hz, o de 0.05 Hz a 2 Hz. Se puede medir la tasa de repeticidn a partir del registro de la medicién del
osciloscopio.

Otro parametro para proporcionar un tratamiento magnético eficaz y causar la contraccion
muscular es una derivada de la densidad de flujo magnético definida por dB/dt, donde: dB es la
derivada de la densidad de flujo magnético [T] y dt es la derivada del tiempo [s]. La derivada de la
densidad de flujo magnético esta relacionada con el campo magnético. La derivada de la densidad de
flujo magnético puede definirse como la cantidad de corriente eléctrica inducida en el tejido y, por lo
tanto, puede servir como uno de los parametros clave para proporcionar la contraccién muscular.
Cuanto mayor sea la derivada de la densidad de flujo magnético, mas fuerte sera la contraccion del
musculo. Se puede calcular la derivada de la densidad de flujo magnético a partir de la ecuacion
mencionada anteriormente.

El valor méximo de la derivada de la densidad de flujo magnético puede ser de hasta 5 MT/s,
0 estar en los rangos de 0.3 a 800 kT/s, 0.5 a 400 kT/s, 1 a 300 kT/s, 1.5 a 250 kT/s , de 2 a 200 kT/s,
de 2.5 a 150 KT/s.

La frecuencia del campo de RF (por ejemplo, ondas de RF) puede estar en el rango de cientos
de kHz a decenas de GHz, por ejemplo, en el rango de 100 kHz a 3 GHz, 0 500 kHz a 3 GHz, 400 kHz
a 900 MHz o0 500 kHz a 900 MHz o alrededor de 13.56 MHz, 40.68 MHz, 27.12 MHz o0 2.45 GHz.
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[0393] El flujo de energia que proporciona el campo de RF (por ejemplo, ondas de RF) puede estar
en el rango de 0.001 W/cm? a 1500 W/cm?o de 0.001 W/cm? a 15 W/cm?o de 0.01 W/cm? a 1000
W/cm?, o de 0.01 W/cm? a 5 W/cm?, o de 0.08 W/cm? a 1 W/cm? o de 0.1 W/.cm? a 0.7 W/cm?. El
término "alrededor" debe interpretarse como en el rango del 5% del valor mencionado.

[0394] El voltaje de sefial electromagnética proporcionado por una fuente de energia del circuito de
tratamiento para el tratamiento de RF puede estarenunrangode 1Va5kV,05Val140V,010Va
120,015V ab0V,020Vab0V.

[0395] Se pueden medir, por ejemplo, mediante el sensor de temperatura 816 implementado en el
aplicador mostrado en la Figura 8c, la temperatura en la estructura bioldgica, la temperatura en la
superficie del &rea del cuerpo tratada, la temperatura en el area del cuerpo, la temperatura del interior
del aplicador, la temperatura del electrodo de RF y/o la temperatura del dispositivo generador de
campo magnético. La temperatura del electrodo de RF y/o del dispositivo generador de campo
magnético puede mantenerse en un rango de 38°C a 150°C, 38°C a 100°C, o de 40°C a 80°C, 40°C a
60°C 0 41°C a 60°C, 0 42°C a 60°C. La temperatura en la superficie del area corporal tratada, la
temperatura en el cuerpo tratado y/o en la estructura biol6gica puede aumentar su temperatura en un
rango de 38°C a 60°C, o de 40°C a 52°C, 0 de 41°C a 50°C, 0 de 41°C a 48°C, 0 de 42°C a 48°C, o de
42°C a 45°C. Los valores de temperatura descritos anteriormente pueden alcanzarse durante 5 s a 600
s, 10sa300s,030s a 180 s después de que comience el tratamiento de RF y/o el tratamiento
magnético. Después de esto, puede mantenerse constante el valor de temperatura durante el tratamiento
con una desviacién maxima de temperatura en un rango de 5°C, 3°C, 0 2°C, 0 1°C.

[0396] Al comienzo del tratamiento se puede aumentar la temperatura inicial en la piel del paciente
y/o en la estructura bioldgica hasta alcanzar una temperatura inicial en el rango de 42°C a 60°C, o de
45°C a 54°C, 0 de 48°C a 60°C, o de 48°C a 52°C y/o a una temperatura de 3°C, 0 5°C, u 8°C por
encima de la temperatura cuando comience el proceso apoptético pero no por encima de 60°C.
Después de 45 s a 360 s, 0 después de 60 s a 300 s, o después de 120 s a 400 s, o después de 300 s a
500 s desde que se alcanzo la temperatura inicial, puede reducirse la intensidad del campo de RF y se
pueden mantener la temperatura de la piel y/o la temperatura del paciente en la estructura biol6gica con
una temperatura en un intervalo de 41°C a 50°C, o de 42°C a 48°C. Segun otro método de tratamiento,
puede disminuir la temperatura de la estructura biolégica durante el tratamiento al menos dos veces y
aumentarse en un rango de 2°C a 10°C, 2°C a 8°C,
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0 3°C a 6°C mientras que al menos un aplicador esté conectado a la misma area del cuerpo del
paciente, como un area abdominal, glUteos, brazos, piernas y/u otra area del cuerpo.

[0397] Se puede calcular la temperatura en la estructura bioldgica de acuerdo con el modelo
matematico, la funcion de correlacion, en combinacion con al menos una o mas caracteristicas
medidas. Dicha caracteristica medida puede incluir la temperatura en la piel del paciente, la
capacitancia entre electrodos de RF, una caracteristica de voltio amperio de los electrodos bipolares de
RF y/o una caracteristica de voltio amperio de los elementos eléctricos conectados a los electrodos de
RF.

[0398] La duracidn del tratamiento puede ser de 5 minutos a 120 minutos, o de 5 minutos a 60
minutos, o de 15 minutos a 40 minutos. Durante una semana, se pueden proporcionar uno, dos o tres
tratamientos en la misma zona del cuerpo. Ademas, la pausa entre dos tratamientos subsecuentes puede
ser de una, dos o tres semanas.

[0399] La suma de la densidad de flujo de energia del tratamiento de RF y del tratamiento magnético
aplicado al paciente durante el tratamiento, puede estar en un rango de 0.03 mW/mm?a 1.2 W/mm?, o
en el rango de 0.05 mW/mm? a 0.9 W/mm?, o en el rango de 0.01 mW/mm? a 0.65 W/mm?. Parte de la
densidad de flujo de la energia del tratamiento magnético durante la aplicacion simultanea del
tratamiento de RF y del tratamiento magnético activo puede estar en un rango del 1% al 70%, del 3%
al 50%, del 5% al 30% o del 1% al 20% del tiempo de tratamiento.

[0400] La potencia de salida de energia de RF (es decir, el campo de RF) proporcionada por un
electrodo de RF puede estar en un rango de 0.005 W a 350 W 0 de 0.1 W a 200 W o de 0.1 W a 150 W.
[0401] La Figura 21 ilustra diferentes tipos de contraccién muscular, que pueden alcanzarse

mediante un dispositivo de tratamiento y lograrse mediante la aplicacién de un campo magnético o una
combinacion de campo magnético y campo de RF. Puede diferir la contraccion muscular en el
consumo de energia y la orientacion muscular, por ejemplo, el fortalecimiento muscular, el
aumento/disminucidn del volumen muscular, la resistencia muscular, la relajacion muscular, el
calentamiento del musculo y/u otros efectos. El eje vertical puede representar la potencia de la
contraccion muscular y el eje horizontal puede representar el tiempo. Las flechas pueden representar
impulsos magnéticos y/o pulsos aplicados al masculo del paciente.

[0402] Puede causar una sacudida la baja tasa de repeticion de los pulsos de campo magnético que
varian en el tiempo, por ejemplo, en un rango de 1 Hz a 15 Hz. La tasa de repeticion baja puede ser lo
suficientemente baja como para permitir que se relaje por completo el misculo tratado. Puede ser bajo
el consumo de energia del musculo tratado debido a la baja tasa de repeticion.
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Sin embargo, la baja tasa de repeticion puede provocar una relajacion activa del muasculo, por ejemplo,
entre dos contracciones.

[0403] La tasa de repeticion intermedia de los pulsos de campo magnético que varian en el tiempo
puede causar una contraccion incompleta del musculo tetanico, la tasa de repeticion intermedia puede
estar en un rango de 15 Hz a 29 Hz. La contraccidn incompleta del musculo tetanico puede definirse
por una frecuencia de repeticion en un rango de 10 Hz a 30 Hz. Es posible que no se relaje por
completo el musculo. EI masculo puede estar parcialmente relajado. La fuerza de contraccion muscular
puede aumentar con la aplicacion de una densidad de flujo magnético constante.

[0404] Una tasa de repeticion mas alta de los pulsos de campo magnético que varian con el tiempo
puede causar una contraccion completa del muasculo tetanico. Las tasas de repeticion més altas pueden
estar, por ejemplo, en un rango de 30 Hz a 150 Hz, o de 30 Hz a 90 Hz, 0 de 30 Hz a 60 Hz. La
contraccion completa del musculo tetanico puede causar la contraccién mas fuerte del musculo
supramaximo. La contraccion del musculo supraméximo puede ser mas fuerte que la contraccién
volitiva del masculo. EI consumo de energia puede ser mayor. Se puede mejorar el efecto fortalecedor.
Ademas, se cree que a tasas de repeticion de al menos 30 Hz, pueden reducirse las células adiposas en
volumen y/o en nimero.

[0405] Incluso una tasa de repeticion mas alta de los pulsos de campo magnético que varian en el
tiempo por encima de 90 Hz puede suprimir y/o bloguear la transmision de la excitacion del dolor en
diferentes niveles o sistemas neurales y/o receptores del dolor. La tasa de repeticion més alta puede ser
de al menos 100 Hz, al menos 120 Hz o al menos 140 Hz, o en un rango de 100 Hz a 230 Hz, 0 120 Hz
a 200 Hz, 0 140 Hz a 180 Hz. La aplicacion al mdsculo del paciente de un campo magnético variable
en el tiempo puede producir un efecto analgésico.

[0406] La alta tasa de repeticion de los pulsos de campo magnético que varian en el tiempo en un
rango de 120 Hz a 300 Hz, o de 150 Hz a 250 Hz, o de 180 Hz a 350 Hz, o superior a 200 Hz puede
causar un efecto de miorrelajacion.

[0407] Una cualidad de la contraccion del masculo causada por el campo magnético variable en el
tiempo puede caracterizarse por pardmetros como una fuerza contractil de la contraccién del musculo,
una longitud del tendon del masculo, un acortamiento relativo del masculo o una velocidad de
acortamiento del musculo.

[0408] La fuerza contractil de la contraccién del misculo puede alcanzar una fuerza contractil de al
menos 0.1 N/cm? y hasta 250 N/cm?. La fuerza contréctil puede estar en un rango de 0.5 N/cm? a 200
N/cm?, 0 en el rango de 1 N/cm? a 150 N/cm?, o en el rango de 2 N/cm? a 100 N/cm?,
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[0409] La longitud del tendén del musculo puede alcanzar hasta el 65% de la longitud del tendén del
musculo en reposo. La longitud masculo-tenddn puede estar en un rango del 1 al 65% de la longitud
del masculo-tenddn en reposo, 0 en un rango del 3 al 55% de la longitud del musculo-tendon en
reposo, o en un rango del 5% al 50% del resto de la longitud del tendén-musculo.

[0410] Puede acortarse el musculo durante la contraccion muscular hasta en un 60% de la longitud
de un masculo en reposo. El acortamiento muscular puede estar en un rango del 0.1% al 50% de la
longitud del musculo en reposo, o en el rango del 0.5% al 40% de la longitud del musculo en reposo, 0
en el rango del 1% al 25% de la longitud del musculo en reposo.

[0411] Puede acortarse el musculo a una velocidad de hasta 10 cm/s. La velocidad de acortamiento
muscular puede estar en el rango de 0.1 cm/s a 7.5 cm/s, o en el rango de 0.2 cm/s a5 cm/s, o en el
rango de 0.5 cm/s a 3 cm/s.

[0412] Se puede aplicar al paciente un campo magnético variable en el tiempo con el fin de provocar
un efecto de modelado muscular por contraccion muscular. EI misculo puede aumentar el tono y/o el
volumen. También puede aumentar la fuerza del masculo.

[0413] Respecto a los tipos de tratamiento combinado por tratamiento de RF y tratamiento
magnético, puede configurarse el dispositivo de tratamiento para proporcionar diferentes energias de
tratamiento (por ejemplo, campo de RF y campo magnético) en varios periodos de tiempo durante una
sesion de tratamiento. EI usuario puede controlar o ajustar el tratamiento a través del HMI. EI HMI
puede ir acoplado a la unidad maestra y/o a una 0 mas unidades de control. Ademas, la unidad maestra
y/o la unidad de control pueden controlar o ajustar la aplicacion de diferentes energias de tratamiento
segun el protocolo de tratamiento, el &rea corporal u otra opcidn que seleccione el usuario. Ademas, la
unidad maestra y/o la unidad de control pueden controlar o ajustar el aplicacién de diferentes energias
de tratamiento de acuerdo con la retroalimentacion proporcionada por cualquier sensor mencionado
anteriormente. Por lo tanto, en varios periodos durante una sesion de tratamiento, la unidad maestra y/o
una o mas unidades de control pueden controlar o ajustar el tratamiento y el suministro de energias de
tratamiento (por ejemplo, el tratamiento de RF y el tratamiento magnético). Pueden proporcionarse
mediante un dispositivo de tratamiento todos los tipos de aplicaciones mostrados de tratamiento
magnético y de tratamiento de RF.

[0414] Un tipo de aplicacion combinada de tratamiento magnético con tratamiento de RF puede ser
su aplicacion simultanea. Durante la aplicacion simultanea, pueden aplicarse al mismo tiempo tanto el
tratamiento magnético como el tratamiento de RF durante la totalidad o la mayor parte de la sesién de
tratamiento. En un ejemplo, se puede lograr la aplicacién simultdnea mediante la aplicacién de una o
mas secciones de campo magnético con la aplicacion de un campo de RF continuo. En otro ejemplo, se
puede aplicar un tratamiento magnético pulsado durante un tratamiento de RF continuo.
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En otro ejemplo més, se puede lograr la aplicacion simultanea mediante la aplicacion continua de un
tratamiento de RF junto con, por ejemplo, uno o dos trenes largos de pulsos magnéticos. En dicho caso,
el tren largo de pulsos magnéticos debe incluir pulsos magnéticos que tengan una tasa de repeticion de
valores en el rango de 1 Hz a 15 Hz o0 de 1 Hz a 10 Hz. Cuando solo se utilizan uno o dos trenes
magnéticos largos durante toda la sesion de tratamiento, la duracion del tren de dichos trenes puede
estar en el rango de 5 s a 90 minutos o de 10 s a 80 minutos o de 15 minutos a 45 minutos.

[0415] Puede incluir mas fibras musculares afectadas la contraccién muscular causada por el campo
magnético variable en el tiempo con o durante el tratamiento simultaneo de RF. Ademas, puede
contraerse mas la estructura bioldgica objetivo (por ejemplo, el misculo) con una densidad de
aplicacion de flujo magnético inferior del campo magnético en comparacion con una situacion sin
tratamiento de RF simultaneo.

[0416] La aplicacion simultanea del tratamiento de RF y el tratamiento magnético sobre la misma
area del cuerpo puede mejorar la disipacion del calor creado por el tratamiento de RF. Este efecto se
basa en un aumento de la circulacion sanguinea en el area corporal tratada o en las inmediaciones del
area tratada. Ademas, el trabajo muscular inducido puede mejorar la homogeneidad del calentamiento
y la disipacién del calor inducido y proporcionado por el campo de RF.

[0417] Otro tipo de aplicacion combinada de tratamiento magnético con tratamiento de RF puede ser
su aplicacion por separado. Durante la aplicacién por separado, pueden aplicarse tanto el tratamiento
magnético como el tratamiento de RF en tiempos distintos durante la totalidad o la mayor parte de la
sesion de tratamiento. El tratamiento de RF puede aplicarse antes, después y/o entre las capas
magneéticas, rafagas, trenes, pulsos y/o impulsos de tratamiento magnético.

[0418] La proporcion entre el momento en que se aplica el tratamiento magnético y el momento en
que se aplica el tratamiento de RF puede estar en un rango del 0.2% al 80% o del 2% al 60% o del 5%
al 50% o del 20% al 60%. El tiempo de tratamiento magnético aplicado para este calculo es la suma de
todas las duraciones de pulso durante el tratamiento.

[0419] Otro tipo de aplicacion combinada de tratamiento magnético con tratamiento de RF puede ser
su aplicacion dependiente. La aplicacion de una energia de tratamiento puede depender del inicio o de
uno o mas parametros de tratamiento de la otra energia de tratamiento. La aplicacion dependiente
puede iniciarse o regularse de acuerdo con la retroalimentacion de uno o mas sensores. Por ejemplo, el
inicio de la aplicacién del tratamiento de RF puede depender del inicio del tratamiento magnético o del
inicio del tren, rafaga y/o capa. Cuando no se genera la disipacién térmica proporcionada por un
trabajo muscular (incluida la contraccién y/o relajacién muscular), puede ocurrir un riesgo para la salud
por dafio tisular no deseado a causa del sobrecalentamiento.
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En otro ejemplo, el inicio de la aplicacion del tratamiento magnético puede depender del inicio, el
tiempo de duracién o la intensidad del tratamiento de RF. El tratamiento magnético puede comenzar
preferiblemente después de que se haya calentado suficientemente la estructura bioldgica. El
tratamiento magnético que proporciona al menos contraccion muscular parcial o contraccion muscular
puede mejorar el flujo sanguineo y linfatico, proporcionar masaje de los tejidos adyacentes y
proporcionar una mejor redistribucion del calor inducido en el cuerpo del paciente mediante el
tratamiento de RF.

[0420] El protocolo de tratamiento puede dividirse en dos 0 méas secciones de tratamiento. Para un
protocolo, el nimero de secciones de tratamiento puede estar en el rango de 2a500de2a300de2a
15.

[0421] Cada seccion de tratamiento del protocolo de tratamiento puede incluir diferentes parametros

de tratamiento y/o tipos de tratamiento combinado de tratamiento magnético y tratamiento de RF como
se describe anteriormente.

[0422] Una seccién de tratamiento puede durar un tiempo por seccion, en el que el tiempo de la
seccién puede estar en un intervalo de 10 s a 30 minutos o de 15 s a 25 minutos o de 20 s a 20 minutos.
Diferentes secciones pueden tener diferentes efectos de tratamiento en una o0 més estructuras bioldgicas
tratadas, por ejemplo, en un musculo y tejido adiposo. Por ejemplo, una seccion de tratamiento puede
proporcionar ejercicio muscular de alta intensidad donde las contracciones musculares son intensas y
se aplica un gran namero de dichas contracciones, donde se puede usar una tasa de repeticién mas alta
de pulsos magnéticos con alta densidad de flujo de energia durante una seccion de tratamiento. Otra
seccién de tratamiento puede tener un efecto de relajacién muscular, en el que se puede usar la tasa de
repeticion baja y/o alta de los pulsos magnéticos y/o también se puede usar la densidad de flujo
magnético mas baja del campo magnético.

[0423] El protocolo de tratamiento puede incluir un ajuste diferente de la salida de potencia del
tratamiento de RF, segln lo ordena o controla el sistema de control del dispositivo de tratamiento. Un
ajuste puede ser una potencia de salida constante, en la que puede ser la misma la potencia de salida
durante el protocolo de tratamiento. Otro ajuste puede ser una salida de potencia oscilante del
tratamiento de RF. La potencia de salida del tratamiento de RF puede oscilar alrededor de un valor
predeterminado de potencia de salida en un rango del 0.1% al 5% de la potencia de salida
predeterminada. Otro ajuste mas puede ser una salida de potencia variable de energia de RF, en la que
la salida de potencia del tratamiento de RF varia durante el protocolo de tratamiento. La variacién de la
salida de potencia del tratamiento de RF puede lograrse en uno 0 mas pasos de variacion de la salida de
potencia, en donde un paso de variacion de la salida de potencia puede incluir un cambio de valor de la
salida de potencia del tratamiento de RF aplicado por uno o més electrodos de RF.
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El cambio de la potencia de salida del tratamiento de RF de un valor a otro valor durante el paso de
variacion de la potencia de salida puede estar en el rango de 0.1 Wa50 W ode 0.1Wa30Wode0.1
W a 20 W. El paso de variacién de la potencia de salida puede tener una duracion en el rango de 0.1 s a
10 minode0.1sa5min.

[0424] Respecto a la variacion de la potencia de salida de la energia de RF, la potencia de salida de
la energia de RF puede tener diferentes valores durante diferentes periodos del protocolo de
tratamiento. Por lo tanto, el tratamiento de RF puede tener un valor diferente de salida de potencia
durante el primer periodo seguido por un paso de variacién de salida de potencia seguido por un
segundo periodo que tenga un valor diferente de salida de potencia del tratamiento de RF. EI primer
periodo con un valor de salida de potencia del tratamiento de RF puede estar en un rango de 1 s a 15
min o de 10 s a 10 min. El segundo periodo de tiempo con otro valor de salida de potencia del
tratamiento de RF puede estar en un rango de 1 sa 45 min o de 4 s a 59 min o de 5 s a 35 min. Por
ejemplo, el tratamiento de RF puede tener un valor de salida de potencia de aproximadamente 20 W en
la primera ocasion y de 10 W durante el segundo periodo.

[0425] El primer protocolo de tratamiento ejemplar puede incluir dos secciones de tratamiento. La
primera seccion de tratamiento puede incluir capas de pulsos magnéticos, en donde las capas pueden
incluir pulsos con una tasa de repeticion en el rango de 1 a 10 Hz. Las capas de la primera seccién de
tratamiento pueden tener forma rectangular o trapezoidal. La duracion de la primera seccién de
tratamiento puede ser de 3 minutos a 15 minutos. La segunda seccién de tratamiento puede incluir
capas de pulsos magnéticos, en donde las capas pueden incluir pulsos con una tasa de repeticion en el
rango de 15 a 45 Hz. Las capas de la segunda seccion de tratamiento pueden tener forma rectangular o
trapezoidal. La duracion de la primera seccion de tratamiento puede ser de 3 minutos a 15 minutos.
Pueden repetirse una tras otra las secciones de tratamiento. Se puede aplicar de forma continua el
tratamiento de RF durante todo el protocolo de tratamiento. El tratamiento de RF puede incluir uno o
dos pasos de variacion de la salida de potencia.

[0426] El segundo protocolo de tratamiento ejemplar puede incluir tres secciones de tratamiento. La
primera seccion de tratamiento puede incluir capas de pulsos magnéticos, en donde las capas pueden
incluir pulsos con una tasa de repeticién en el rango de 5 a 50 Hz. Las capas de la primera seccién de
tratamiento pueden tener forma rectangular o trapezoidal. La duracion de la primera seccion de
tratamiento puede ser de 3 minutos a 15 minutos. La segunda seccién de tratamiento puede incluir
capas de pulsos magnéticos, en donde las capas pueden incluir pulsos con una tasa de repeticion en el
rango de 15 a 45 Hz. Las capas de la segunda seccion de tratamiento pueden tener forma rectangular o
trapezoidal. La duracion de la primera seccion de tratamiento puede ser de 3 minutos a 15 minutos.
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La tercera seccion de tratamiento puede incluir capas de pulsos magnéticos, en donde las capas pueden
incluir pulsos con una tasa de repeticién en el rango de 10 a 40 Hz. Las capas de la tercera seccion de
tratamiento pueden tener forma rectangular o trapezoidal. La duracion de la tercera seccion de
tratamiento puede ser de 3 minutos a 15 minutos. Pueden repetirse una tras otra las secciones de
tratamiento. Se puede aplicar de forma continua el tratamiento de RF durante todo el protocolo de
tratamiento. El tratamiento de RF puede incluir uno o dos pasos de variacion de la salida de potencia.
El Gnico paso de variacion de la salida de potencia puede iniciar en un rango de 1 o 20 minutos después
del inicio del protocolo de tratamiento. En un ejemplo, el paso de variacién de la salida de potencia
puede iniciar tres minutos después del inicio del protocolo de tratamiento.

[0427] Pueden usarse por separado o en cualquier combinacion todos los ejemplos, modalidades y
métodos.

[0428] Se han descrito nuevos sistemas y métodos. La invencién debe interpretarse en el sentido mas
amplio, por lo que, por supuesto, pueden realizarse varios cambios y sustituciones sin apartarse del
espiritu y alcance de la invencion. Por tanto, la invencion no deberia estar limitada, salvo por las
siguientes reivindicaciones y sus equivalentes.

[0429] Lista de abreviaturas relacionadas con las Figuras 17, 18 y 18a. El (A/B) significa que el
elemento respectivo de la lista puede mostrarse con la letra respectiva. Por ejemplo, ESD (A/B)
significa que el ESD A y/o ESD B se muestran en al menos una Figura.

[0430] Fuente de alimentacion PS

[0431] Dispositivo de almacenamiento de energia ESD (A/B)
[0432] Interruptor SW (A/B)

[0433] Grupo de tratamiento HIFEM (A/B) para tratamiento magnético
[0434] Dispositivo generador de campo magnético MFGD (A/B)
[0435] Unidad de control CUM (A/B) del circuito magnético
[0436] Fuente de alimentacion auxiliar APS RF del circuito RF
[0437] Unidad de potencia de PU

[0438] Fuente de energia constante SPSRF del circuito de RF
[0439] Filtro de red eléctrica PNFLT

[0440] Fuente de alimentacion PSRF para tratamiento de RF
[0441] Grupo de tratamiento RF (A/B) para tratamiento

[0442] Elemento de simetrizacién SYM (A/B)

[0443] Aplicador AP (A/B)

[0444] Electrodo de RF RFE (A/B)
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[0445]
[0446]
[0447]
[0448]
[0449]
[0450]
[0451]
[0452]
[0453]

112
Fuente de alimentacion auxiliar APS (A/B)
Fuente de alimentacion PSM para tratamiento magnético
Fuente de alimentacion de la placa BPS (A/B)
Fuente de energia constante SPSM del circuito magnético
Red eléctrica PN
Filtro de pulso PF
Elemento de seguridad SE
Amplificador de potencia PA
Unidad de control CURF del circuito de RF
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